Process and device for contacting a wire conductor The present
I nvention relates to a process according to the preanble to Caim1l and
al so to a device having the features of Claim29 or 34 for inplenmenting
t he process. 5 In particular in the course of the manufacture of

transponder Ugbledadeng anged on a substrate and conprising,  pddpRFHeR
essential elenents, a wire coil and a chip unit whi ch has been cont acted

with the ends of the coil, the

10

Verfahren und Vorrichtung zur Kontaktierung eines Drahtleiters

15 Die vorliegende Erfindung betrifft e¢in Verfahren gemifl dem Oberbegriff -
des Anspruchs 1 sowie eine Vorrichtung zur Durchfithrung des Verfahrens-

mit den Merkmalen der Anspriche 29 oder 34.

Insbesondere bei der Herstellung von auf einem Substrat angeordneten
Transpondereinheiten, die als wesentliche Elemente eine Drahtspule und

20 eine mit den Spulenenden kontaktierte Chipeinheit aufweisen, erweist sich
die Kontaktierung der Spulenenden mit den AnschluBflachen der
Chipeinheit als besonderes Problem. Im wesentlichen liegt dies in den sehr
kleinen Abmessungen der miteinander zu verbindenden Komponenten
begriindet. So weisen die in der Regel quadratisch oder annahernd

25 quadratisch ausgebildeten AnschiuBflachen einer Chipeinheit
standardmiflig eine Kantenldnge von ca. 100 bis 150um auf. Als
Spulendraht wird insbesondere zur Ausbildung von Niederfrequenzspulen

ein Kupferdraht verwendet, dessen Durchmesser in der Regel bei 50 ym
liegt.
30 Wie etwa aus der WO 91/16718 zu ersehen ist. wurde in der

Vergangenheit eine direkte Kontaktierung der Spuiendrahtenden mit den

AnschiuBflichen einer Chipeinheit dadurch umgangen, daB als



contacting of the ends of the coil with the termnal areas 10 of the chip

unit jproves to be a particular problem This Is mainly due to the very
smal | di nensions of the conponents to be connected to one another. For
| nstance, the termnal areas of a ¢ghip unit, which as a rule are of
square or ap¥P8iIis el y square desi gn, customarily have aRCTDEIZWZE | engt h

of about 100 to 150{9“’ of coil wre, particularly for the
pur pose of fkenplyngseisment ét‘{u%ﬁhé? dea Spudendsahtgaden gingpauf sinem copper wire

having a di fs?s%ia.euymmnﬁormx&. bkuxﬁsmtmsdetnw{cﬂma%ﬂemu]m 20 As

can be gathered from WO for instance, In past a direct
cont acti ng &hipé¢isheindin vrgrofierteoAnsahlvRflighen aufweltShQ;dC{Serm nal areas of a

chi b uni ¢ "SRR BES VIHEOAER wurdst DS QUBRHES0R YeP S VilG1ei B Y O

coupling el enen the a|n ng to a wre
coi | 25 arr Spygbadohtdurchbimessenisshr gtaf hcmesheen Kronfataﬂédraadaesof t he chip-

unit. of 2. KhaekyRhat LAk SATRELALIIGN 088 hatoradr ShELR e 27 025 S0

Genauigkeit der Relativpositionierung zwischen den Spulendrahtenden und
den Kontaktflichen erfolgen konnte. Da bei dem bekannten Verfahren die
Chipeinheit zur Kontaktierung mit den vergroBerten AnschlufSflichen des

10 Substrats mit zusitzlichen Kontaktleitern versehen ist. sind bei dem aus
der WO 91/16718 bekannten Herstellungsverfahren insgesamt mindestens
drei Kontaktierungsschritte erforderlich, um schlieBlich einen elektrisch
leitenden Kontakt zwischen den AnschluBflichen der Chipeinheit und der

Drahtspule herzustellen.

15 ‘Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren sowie eine Vorrichtung vorzuschlagen, die die unmittelbare S

Kontaktierung von Drahtenden auf den AnschluBflichen einer Chipeinheit

ermoglicht.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des

20 Anspruchs 1 bzw. eine Vorrichtung mit den Merkmalen der Anspriiche 29

oder 34 gelost.

Bei dem erfindungsgemiBen Verfahren wird bei der Herstellung einer auf
einem Substrat angeordneten, eine Drahtspule und eine Chipeinheit
aufweisenden Transpondereinheit in einem ersten Verfahrensschritt der '
Spulendraht iiber die zugeordnete AnschluBfliche der Chipeinheit bzw.
einen zur Aufnahme dieser AnschluBBfliche bestimmten Raum gefihrt und
auf dem Substrat fixiert. Hierdurch ist nach Ausfiihrung des ersten

Verfahrensschritts eine exakt definierte Ausrichtung des Spulendrahts

[+
v

relativ zur AnschiuBfliche gegeben. Im zweiten Verfahrensschritt erfolgt

30 dann die Verbindung des Drahtleiters mit der AnschluBfliche mittels einer

Verbindungseinrichtung.



the contact substrate that are very large in conparison with the
di aneter of the coil wre a contact could be 30 brought about w thout

maki ng great demands as regards the - precision of the relative
positioning between the ends of the coil wire and the contact faces.
Since with t @AW process the chip unit is equi ppedKMERRi ti onal

cont act conductors for the purpose of nmaki.ng coptact with the 35
enl ar ged t eARIEEIndges artigdupgsgemdfen Ver g‘,‘"?'ﬁ ﬁ“ﬁ&%é@% Z‘{Cﬂ“”e“d‘glkﬁﬁ

nmanuf act uri pgr RoAEAITrkmPWEr AhSRIYEh fcklehiet Tiapdiahait nflt den

2 Spulenenden ein gesondertes Kontaktsubstrat, auf dem vergroBerte
AnschluBflichen ausgebildet sind, vorzusehen. Vielmehr dient quasi als

5 Kontaktierungs- oder Positionierungshilfe zur Relativpositionierung der
Spulenenden gegeniiber den AnschluB3flichen der Chipeinheit das ohnehin
als Substrat fir die Drahtspule verwendete Spulensubstrat, das
beispielsweise in dem Fall, daB die Transpondereinheit zur Herstellung
einer Chipkarte dienen soll, durch einen den Chipkartenabmessungen

10  entsprechenden Kunststofftrigerbogen gebildet ist. Dabei kann die
Chipeinheit sowohl in einer hierfur vorgesehenen Ausnehmung des
Substrats angeordnet sein. ais auch auf der Oberfliche des Substrats
vorgesehen sein. Die erste Alternative bildet die Moglichkeit, die
Chipeinheit wahlweise bereits vor Fixierung der Drahtleiter in der

15 Ausnehmung anzuordnen, oder auch die Chipeinheit erst nach erfolgter
Fixi-erung der Drahtleiter in die Ausnehmung einzufiihren, um '

anschlieBend die eigentliche Kontaktierung der Drahtleiter auf den

AnschluB3flichen durchzufishren.

Das erfindungsgemife Verfahren ermoglicht somit aufgrund der auf dem
20 Spulensubstrat fixierten Drahtleiter eine vereinfachte Kontaktierung der

Drahtleiter mit den AnschluBflichen der Chipeinheit.

Vorteilhafte Ausfihrungsformen des Verfahrens sind Gegenstand der

Anspriche 2 und 3.

Bei einer Variante des Verfahrens, die auch unabhingig vom Verfahren

25 geméB dem Anspruch | zur Kontaktierung einer AnschluBflaiche mit einem
Drahtleiter eine vorteilhafte Anordnung des Drahtleiters auf demSubstrat
ermoglicht, wird der Drahtleiter in einer Richtung quer zur Verlegeebene
mit Ultraschall beaufschlagt. und die durch die Ultraschallbeaufschlagung
induzierte Querbewegung der Verlegevorrichtung wird der in der

30 Verlegeebene verlaufenden Verlegebewegung iiberfagert.

(n



at least three contacting steps are required in order finally to
establish an electrically conductive contact between the term nal areas
of the chip unit and the wire coil. 5 The obj ect underlying the
invention is therefore to propose a4process and al so a device enabling
di rect cont astosrgoas wire ends on the term nal areas ofcEpEsogeunit .

10 This object is achieved by nmeans of a process having the features of
Claim1l and Bje dbznagefung die\Verdegeheivegurhmit der daaDmhhia&gﬁra&hniﬁQ or 34.

WL e ProSFag S5EAEAb el rds PRGN ') GBS EERgbBa,
conpri sing aQMerhkvmyfuhgand:bghcm ginen koptihiterlichendétriehidee Ve legevdsd i n a
First pr ocesswﬁ;[u%%’ SO adah deer Drahtleiter nicht nur im Bereich bestimmter Verbin-
5 dungsstellen, sondern iiber eine beliebige Linge mit der Substratoberfli-
che verbindbar ist, ohne daB dabei mit der eigentlichen Verlegebewegung
ausgesetzt werden miifite. Dariiber hinaus erweist sich die ultraschallindu-
zierte Querbewegung als besonders effektiv bei der zumindest teilweisen
Versenkung oder dem Anschmiegen des Drahtquerschnitts r da die durch
10 den Ultraschall induzierte Bewegung in Absenkrichtung verliuft und nicht

quer dazu, wie es bei dem eingangs beschriebenen Verfahren der Fall ist.

Als besonders vorteilhaft erweist es sich, wenn die durch Ultraschall - -
induzierte Querbewegung léngs einer im Winkel zur Achse der Verlege-
bewegung verinderbaren Querbewegungsachse erfolgt. Hierdurch ist es

15 moglich, die Querbewegungsachse den speziellen Erfordernissen entspre-
chend einzuste_llen. So ist es moglich, fiir den Fall, daB etwa in Abhéangig-
keit von dem Substratmaterial eine erhohte Temperatur des zu versenken-
den Drahtleiters gewiinscht wird, die Querbewegungsachse mehr in
Richtung der Verlegebewegungsachse auszurichten, um so eine groBere

20 auf den Drahtleiter wirkende Langskraftkomponente zu erhalten; die durch
das damit verbundene Reiben des Drahtfiihrers am Drahtleiter zu einer
Erwirmung desselben fihrt. Um eine moglichst groBe Absenkrate des
Drahtleiters in der Substratoberfliche zu erreichen, kann es vorteilhaft
sein, die Querbewegungsachse unter einem Winkel von 45° zur Verlege-

25 bewegungsachse auszurichten, um einen gréBtmoglichen Schubeffekt im

Substratmaterial zu erzielen.

Um die Eindringtiefe des Drahtleiters in die Substratoberfliche zu verin-
dern, kann auch die Ultraschallfrequenz undfoder der Winkel zwischen der
Achse der Verlegebewegung und der Querbewegungsachse verandert

30 werden.

ERSATZBLATT (REGEL 26)



assigned termnal area of the chip unit, or a space that is I ntended to
accept this termnal area, and is fixed to the 20 substrate. By this neans

.an exactly defined alignnent of the coil wire relative to the term nal
‘area i s obtained after the first pfocess step has beep ! out. In
t he secHXPBPM®ess step the connection of the wire coyrﬁrﬁggl#’&?lo : t he

termnal area js then effegted. by,.neans .2 conpectin 5Snd runent .

By virtue Q‘N’t\’f’e"_°ﬂ?6’(§e‘§§t%{@’@gtr’d‘? 'r’rlﬁbc ﬁgflﬁ\}%ﬁﬁ{%ﬁegtuﬂgrdés Dranﬁébno | onger
anyt n_ecteSSI tefs aly bﬁ}@?‘pﬂlﬁ%f Gélbsixmi'itgbéﬂmche natidfoigendes ¥eebiadod- t he chip
unit into contact with the ends 30 of the coil,, .to Qroyide a.separate
contact subgeyesfabremzur VeW‘}P‘é‘HI‘E’eifsdﬁégﬂP‘T’@FWSﬁ“ﬁ?'ﬁﬁgﬁﬁ‘g‘é“fﬁ? d. Rather,

t _hre coi | | cg%ﬁ}ﬂﬁﬁﬁ@n ik eilrﬁei!d&e,?wh'eﬁh Wsmﬁﬁetﬁfbﬁwbﬁhﬁﬁm&rf or the

wire coil an ich, for exanple in the case re the . transponder unit
i s intenfaedswewfvessrbsrelfhébﬁhﬁmea%'fwamsss&Fsg?“@ﬁﬁ'b“dﬁ?ﬂ?%@ﬁ rmed by
”ﬁfins of da Wefdehnl So Y4BRAE hachfolgdnaetv&bindanp e iAichiapflacheli emesi ons of the
chip card,
P Chipeinheit mit dem Spulenanfangsbereich und dem Spulenendbereich

ohne Beeintrichtigung durch das Substratmaterial erfolgen kann.

Um eine moglichst gradlinige Ausrichtung des Spulenanfangsbereichs und
10 des Spulenendbereichs zwischen gegeniiberliegenden Afxsnehmungsrindern
der Ausnehmung zu ermégliéhen' ist es vorteilhaft, die Ultraschallbeauf-

schlagung des Drahtleiters im Bereich der Ausnehmung auszusetzen.

Ein Aussetzen der Ultraschallbeaufschlagung des Drahtleiters erweist sich
auch, zur Uberquerung einéé bereits verlegten Drahtabschnitts im Uber-
15 qu‘eru‘rigsbereich. als vorteilhiaft, wobei zusitzlich der Drahtleiter im
- Uberquerungsbereich in einer gegeniber der Ve}legeebene beabstandeten
Uberquerungsebene gefiihrt wird. Hierdurch wird erreicht, daB eine
Kreuzung von Drahtleitern méglich wird, ohne daB dabei Beschidigungen
durch AneinanderstoBen der Drahtleiter, die etwa zu einer Zerstdrung der

20 Drahtleiterisolation fithren kénnten, auftreten kénnen.

Als besonders vorteilhaft hat sich auch die Anwendung des vorstehend in

verschiedenen Ausfilhrungsformen beschriebenen Verfahrens zur Herstel-
lung eines Kartenmoduls mit einem Substrat, einer auf dem Substrat
verlegten Spule und einer mit der Spule verbundenen Chipeinheit erwie-
25 sen. Dabei wird in einer Verlegephase mittels der Verlegevorrichtung eine
spule mit einem Spulenanfangsbereich und einem Spulenendbereich auf
dem Substrat ausgebildet und in einer nachfolgenden Verbindungsphase
mittels einer Verbindungsvorrichtung eine Verbindung zwischen dem

Spulenanfangsbereich und dem Spulenendbereich mit AnschiuBflichen der

30 Chipeinheit durchgefiithrt.

ERSATZBLATT (REGEL 26)



serves virtually as a contacting or positioning aid for the

3 . relative positioning of the ends of the coil in relation to t he
termnal areas of the chip unit. In this case the chip unit may either
be arranged in a recess in the substragte provi ded for this purpose or
may be prowoemws®is t he surface 5 of the substrate. The fiRCTDEAT0¢Inati ve
af fords the possibility of arranging the chip unit in the recess

opt i onal | y DieseoAnwendungadésoMetfrhrens epmpglichindnreh slie Integpstion der

Verlegung des Drahtleiters auf dem Substrat in ein Verfahren zur Her-
stellung eines Kartenmoduls ausgehend von einem beliebigen Substrat, das
ein zumindest teilweises Eindringen des Drahtleiters in oder Anschmiegen

5 des Drahtleiters an die Substratoberfliche zuliBt, die Ausbildung leicht
handhabbarer Kartenmodule, die als Halbzeug bei der Chipkartenherstel-
lung Verwendung finden. Zur Fertigstellung der Chipkarte werden dann
die Kartenmodule in der Regel beidseitig mit Decklaminatschichten
versehen. Je nach Ausbildung und Dicke des Substratmaterials kann die

10 Verbindung zwischen dem Drahtleiter und dem Substratmaterial iiber
einen mehr oder weniger fo.rnlaschlﬁssigen EinschluBl des Drahtleiterquer-
schnitts in die Substratoberfliche - etwa bei Ausbildung des Substrats aus
einem thermoplastischen Miterial - oder durch ein Gberwiegendes! an-
schmiegendes Fixieren des Drahtleiters auf der Substratobeflache, etwa

15 durch Verkleben des Drahtleiters mit der Substratoberfliche, erfolgen:
Letzteres wird zum Beispiel-"dann der Fall sei n, wenn es sich bei dem. .: - -

Substratmaterial um einen vliésartigen oder gewebeartigen Triger handelt. -

Insbesondere bei der Herstellung von Papicr- oder Kartenbandagen, wie
sie beispielsweise zur Gep5§kidentiﬁkation verwendet werden, hat sich die
20 Verbindung des Drahtleiters mit der Substratoberfliche iiber eine Kleber-
schicht zwischen dem Drahtleiter und der Substratoberfliche als vorteil-
haft erwiesen. Dabei schmiegt sich der Drahtleiter in einem Umfangsbe-
reich aber die Kieberschicht an die Substratoberfliche an. Wenn der
Drahtleiter mit einer geeigneten Oberflichenbeschichtung versehen ist,

25 beispielsweise Backlack, kann die Kleberschicht aus der Oberflichenbe-

schichtung gebildet sein.

Als besonders effektiv bei der vorstehenden Verfahrensapplikation hat
sich die Anwendung eines Thermokompressionsverfahrens zur Verbindung

des Spulenanfangsbereichs und des Spulenendbereichs mit den AnschluB-

30 flichen der Chipeinheit herausgestelit.

ERSATZBLATT (REGEL 26)



introducing the chip unit into the recess only after fixation of the

W re,conductors, in order subsequently to 10 inplenent the actual
contacting of the wire conductors on the term nal areas. By
virtue of the wire conductors which are7fixed on the coil substrate the

process accoV@%@0% the invention 15 consequently enabl eSCIMERTN0P4e
contacting of the wire conductors with the termnal_areas of the chip

unit . Bing weitgie tisizsrnggderefifekidyitgtder yosstehendsnVerfphoct s of

daims 2 andreasa;?p(ilkat.on\mghs.em%rae%ueankveaﬁ gﬁ&@hﬁiﬁ&%&HeMéﬁx‘ih% ndependent |y
of the process accord (r;\gm Addm2lfor brin mgatermn area
i nt o cont acteifpt Mehrzghl ¥op &nstrnmadulen erfalgipfersri dab in eippyZufiheous

arrangement of b e, i i e ﬁ&'ﬂ?#!ﬁﬂ Qon VeridfeverticitbiidPhf VeRfndhdgvepnduct or

Is subjected to the action o
5 richtungen aufweisenden Kartenmodulproduktionsvorrichtung eine Mehr-

zah! von in einem Nutzen ZusammengefaBt angeordneten Substraten
zugefiihrt wird, und anschlieBend in der Verlegephase eine Mehrzaht von
spulen gleichzeitig auf in einer Reihe angeordneten Substraten ausgebildet
wird, anschlieBend in der Verbindungsphase eine Mehrzahl von Chipein-
10 heiten iiber ihre AnschiuBflichen mit den Spulen verbunden wird und
schlieBlich in einer Vereinzelungsphase eine Vereinzelung der Kartenmo-

dule aus dem Nutzenverbund erfolgt.

Des weiteren hat sich eine Verfahrensépplikation zur Herstellung einer
rotationssymmetrischen Korperspule als vorteilhaft erwiesen, wobei der

15 drahtformige Leiter auf einem als Wicklungstriger ausgebildeten, relativ
zur Verlegevorrichtung ro:-t'.'i'e'.renden Substrat verlegt wird. Zur Ausbildung .
der Relativrotation besteht die Moéglichkeit, entweder bei stationirer
Verlegevorrichtung das Substrat um seine lingsachse in Rotation zu -
versétzen, oder bei stationi_r_em Substrat die Verlegevorrichtung auf einer

20 Bewegungsbahn um die Lingsachse des Substrats zu bewegen, oder auch

die beiden vorgenannten Bewegungsarten zu iiberlagern.

Die vorgenannte Verfahrensapplikation bietet sich insbesondere zur
Herstellung einer einstiickig mit einer Schwingmembran verbundenen

Tauchspule einer Lautsprechereinheit an.

25 GemiB einer weiteren Verfahrensapplikation dient das Verfahren! zur
Verlegung eines drahtféormigen Leiters auf einem Substrat mittels einer
mit Ultrasclall auf den Drahtleiter einwirkenden Verlegevorrichtung zur
Herstellung eines Flachbandkabels wobei eine der Anzahl der gewiinschten
Kabelleiter entsprechende Anzahl von Verlegevorrichtungen quer zur

30 Lingsachse eines flachbandformigen Substrats angeordnet ist und eine
Relativbewegung zwischen dem Substrat und den Verlegevorrichtungen in

Liangsachsenrichtung des Substrats erfolgt.

ERSATZBLATT (REGEL 26)



ultrasound in a direction transverse to the wiring plane, and the
transverse novenent of the wiring device induced by - the action of
ultrasound is superinposed on the wring novenent extending in the

wi ring. plane. 30 The superinpositign of the wiring novement together

W th t hewoBsIdI8er se novenent count ersi nki ng t he crossreepES™ 0260

the wire conductor in the surface of the substrate or bringing it into
cl ose cont al:Im elniehzuiviedladsigd end bn&lﬂb@ﬁcﬁ&edomﬂahuemsm&mdmmf the wiring

devi ce, so .t tor, abl e fb‘? connected to the
surface of a‘"ﬁ‘ﬁ réﬂﬂsfﬁ"a’t‘émﬁ%? ﬁWydﬁ"r?ﬁt la 'é'éf A&t nite connecting
gebildeten AnschluBflichen der Chipeinheit zu erzielen, ist es

insbesondere bei Verwendung eines Kupferdrahtleiters vorteilhaft, die
Aluminiumoberfliche der AnschluBfiichen einer Vorbehandlung zu

unterziehen. Bei einer besonders vorteilhaften Ausfihrungsform des

U

erfindungsgemiéBen Verfahrens wird die Vorbehandlung der
Aluminiumeberfliche quasi in den eigentlichen Verbindungsvorgang, also
die Kontaktierung des Drahtleiters mit den Anschlufiflichen, integriert,

10 dadurch, daB die Verbindung des Drahtleiters mit den AnschluBflichen
mittels einer als Ultraschalleinrichtung ausgebildeten
Verbindungseinrichtung erfoigt. Hierbei wird eine auf der
Aluminiumoberfliche angeordnete Oxidschicht durch Beaufschlagung der
Oxidschicht mit den Ultraschalischwingungen der Ultraschaileinrichtung

15 mechanisch beseitigt. Diese Art der im wesentlichen zeitgleich mit dem
eigentlichen Verbindungsvofg’ang erfolgenden Reinigung der
Aluﬁiniumoberﬂichen von der ()__xidschicht weist den besonderen Vorteil -
auf, daB auf besondere MaBnahmen hinsichtlich einer Abschirmung der
Verbindungsstelien vor Umgeb_qngseinﬂﬂs-sen, beispielsweise durch

20 Ausbildung einer inerten oder reduzierenden Atmosphire, die die
Ausbildung einer erneuten Qx_idschicht vor Durchfithrung des

Verbindungsvorgangs verhindern sollen, verzichtet werden kann.

Wird hingegen als Alternati\)e zu der vorgenannten ultraschallinduzierten
Entfernung der Oxidschicht in Verbindung mit einem

25  Ultraschallverbindungsvorgang ein vom eigentlichen Verbindungsvorgang
entkoppeites Vorbehandlungs- oder Reinigungsverfahren gewihlt, kann
der Verbindungsvorgang selbst in einer inerten oder reduzierenden

Atmosphire durchgefithrt werden.

Als besonders vorteilhaft zur Reinigung der Aluminiumoberflichen der
30  AnschluBflichen von Oxidschichten erweist sich der Einsatz von
Atzverfahren, die eine groie Selektivitat aufweisen. Ein Beispiel fir

Trockenitzverfahren ist das Ionenstrahlenitzen. Aber auch die



4 poi nts but over any length without the actual wring novenent
having to be interrupted in the process. Furthernore, the transverse
novenent induced by ultrasound - proves to be particularly effective
during the at least 5 partial countersgnking or the close contacting of the
cross-secti J¥OHMBe wire, since the novement induced by PCTPEREOME  5350und
extends in the direction of sink transverﬁ thereto, as is

[ d
the case wi Ververdugggoeseinfach %é‘g‘%h%&e??ﬂ{ﬁ@"f%t"(‘&ﬂfét oj ikt 40 t

proves to bgqfadihicilishiohtastyag iasmOusser -, ifdbedondefe/Exsiterlasef¥DVenent
I nduced by ultrasound takes place along a transver se-novenent axi s that

i s vari abl eBaaufseljagung. jistsvorteilhaflgl e in relation to the axis of the wiring
novenent. By 15 this nmeans it is possible to adjust the transverse-novenent

axis so as ggr RAfiRALFuhE i thafied|OxiBitviigd@NARimihluiobérfliche

s besteht anch die Moglichkeit, die Aluminiumoberflache mit einer
mehrschichtigen Kontaktmetallisierung mit einer auf die
Aluminiumoberfliche als Zwischenschicht aufgebrachten Zinkatschicht
und einer darauf angeordneten, fiir die Kontaktierung mit dem Drahtleiter
vorgesehenen Verbindungsﬁchicht zu versehen. Dabei dient die

10 Zinkatschicht in erster Linie dazu, die Oxidschicht auf der
Aluminiumoberfliche zu beseitigen, und die Verbindungsschicht, die etwa
aus Nickel oder Palladium oder. entsprechenden Legierungen bestehen
kann, zur Verbesserung der Haftung zu den in der Regel als Drahtleiter

verwendeten Kupferdrihten.

15 Im Fall der Verwendung einer Ultraschalleinrichtung zur Herstellung der
Verbindung zwischen dem Drabtleiter und den AnschluBflichen erweist es
sich als besonders vorteilhaft, wenn die durch Ultraschall bewirkte
Schwingungsbeaufschlagung des Drahtleiters in einer im wesentlichen zur
AnschluBifliche paralleien Ebene und quer, etwa rechtwinklig, zur

20 Lingsachse des Drahtleiters erfolgt. Mittels der quer zur Drahtlingsachse
erfolgenden Ultraschallbeaufschiagung des Drahtleiters lassen sich
namlich aufgrund der Querflexibilitat des in Lingsrichtung beidseitig der
AnschluBfliche auf dem Substrat fixierten Drahtleiters die gr6B8tmoglichen
Relativbewegungen zwischen dem Drahtleiter und der

25  Aluminiumoberfliche erzielen.

Unabhingig von der Art und Weise der Vorbehandlung sowie der Wahl
des Verbindungsverfahrens ist es von besonderem Vorteil, wenn als
Spulensubstrat ein Kunststofftrigerbogen verwendet wird, der zusammen
mit der Spule und der Chipeinheit ein Karteninlet zur Herstellung einer
30 Kreditkarte oder dergleichen bildet. Alternativ sind auch hiervon
abweichende Spulentrigerausbildungen méglich, die lediglich in jedem

Fall, also unabhingig von der jeweiligen Ausbildung, eine sichere



is possible in the case where an el evated tenperature of the wire
conductor to be countersunk is desired, possibly dependi ng on the
substrate material, to align the 20 transverse-novenent axis nore in the
direction of the W ri ng- novenent axlbs, in order in this way to obtain a
greater | ongiwaelieals-f orce conponent which acts on the w r ecrpESYmezEIUCt Or
and whi ch as a consequence of the associated rubbing of the wire guide
on the wire wsdsbinigoOFiviemgidesiDrahtleltenst ietgivotu dbe AmokiuBfackenddér t 0 obt ain

a rate of sipkin ) of t.he wire conductor. in the surface of the, substrate

That i o Clieidgeit scoslibfen mosten. aeie e vind Ao tioe dits Tagaerag

transver se- NAnN&i@adhg axd adlit sineqRghwindherddy aufrahime“tdee OHips h- novemnment
a.sheari.n e'ffect"ic{}8 e 30, substrate materi al

axis, in order, to achieye
That is as. duibsiran Bagiehs §pdst Betspictipriss s FUNRE BBSE  of
penetration mipidrBogis fls Spuléndabiteitanoghdl) Witk i Faderualg ddde substrate,
the ultrasonic frec*_uenc& and/ or, t he ang bet ween the axis of the

P

wiring 35 noveabdsitersaptidem SpbEdes cing, m Papierhagenyergesghene,

am Drahtleiter haftende Adhisionsschicht oder auch ei_ne am Drahtleiter
selbst vorgesehene Adhésionsschicht, etwa eine Backlack-Schicht,

erfolgen kann.

. 10 Unabhingig von der Art des verwendeten Spulensubstrats erweist es sich
als vorteilhaft, wenn die Fixierung des Drahtleiters auf dem Substrat
durch eine ohnehin zur sp’ﬁienférmigen Anordnung des Drahtleiters auf -
dem Substrat eingesetzte Verlegeeinrichtung erfolgt, die eine
kontinuierliche oder stellenweise Verbindung des Drahtleiters mit der

15 Substratoberfliche erméglicht. Dabei erweist es sich insbesondere bei
-' Verwendung von Kunststoffsubstraten als vorteilhaft, wenn als
| Verlegeeinrichtung eine ﬁlttascha]leinrichtung eingesetzt wird, die eine
zumindest teilweise Einbettun'g. des Drahtleiterquerschnitts in die
Substratoberﬂicﬁe und d;mit eine Fixierung mit guter Haftung

20 ermdéglicht.

‘Eine besonders gute Fixierung des Drahtleiters an der Substratoberfliche
und die Herstellung einer besonders zuverlissigen Verbindung des
Drahtleiters mit den AnschluBﬂﬁchen der Chipeinheit ist méglich, wenn
die zur Verlegung und Fixierung des Drahtleiters auf dem Substrat

25 verwendete Ultraschalleinrichtung eine Schwingungsbeaufschlagung des
Drahtleiters quer zur Lingsachse des Drahtleiters und quer zur Oberfliche
des Substrats bewirkt, und die zur Verbindung des Drahtleiters mit den
AnschluBiflichen verwendete Ultraschalleinrichtung eine
Schwingungsbeaufschlagung des Drahtleiters in einer im wesentlichen zum

30  Substrat parallelen Ebene und quer zur Langsachse des Drahtleiters

bewirkt.



vari ed. 5 Wth respect to a
connecting process followng the wiring of the wire conductor in the
formof a wire coil on the surface of the substrate for the purpose of
connecting the wi re conductor to term nal areas of a chip unit it can 5
prove parti cW@PT3Mdyant ageous if the final region of thePCIDER#0P61and t he
initial region of the coil are guided via a recess in the substrate, so

that the SUbiﬁg%@f connegti on

10

15

egevorrichtung zur Verlegung eines drahtférmigen Leiters auf
einem Substrat mittels Ultraschall weist einen Drahtfithrer und einen
Ultraschallgeber auf, wobei der Ultraschallgeber derart mit dem Drahtfih-
rer verbunden ist, daB der Drahtfiihrer zur Ausfithrung von Ultraschall-

schwingungen in Langsachsenrichtung angeregt wird.

Vorteilhaft ist, wenn die zur Durchfithrung des erfindungsgemifien Ver-
fahrens geeignete Vorrichtung eine Ultraschalleinrichtung mit einem den
Drahtquerschnitt teilweise umfassenden Schwingungsstempel mit einem
Ultraschalloszillator aufweist, der eine Schwingungsbeaufschlagung des
Schwingungsstempels quer zur Lingsachse eines durch den Schwingungs-

stempel gefiihrten Drahtleiters aufweist.

GemaB einer bevorzugten Ausfithrungsform der Vorrichtung ist die

Ultraschalleinrichtung mit einer Drahtverlegeeinrichtung gekoppelt.

Eine besonders einfache Ausbildung def Vorrichtung wird moglich, wenn
der Ultraschalloszillator der Ultraschalleinrichtung gleichzeitig zur
Ultraschallbeaufschlagung der Verlegeeinrichtung dient, etwa dadurch,

daB der Ultraschalloszillator derart angeordnet ist, daB die Achse seiner -

Wirkrichtung verinderbar ist.

GemiB einer alternativen Losung weist die Verlegevorrichtung die Merk-

male des Anspruchs 34 auf. Eine vorteilhafte Ausfithrungsform weist die

Merkmale des Anspruchs 35 auf.

Als vorteilhaft fiir die Ausfiihrung der Verlegevorrichtung erweist es sich,
wenn diese mit einer Drahtfihrungskapillare versehen ist, die zumindest
im Bereich eines Drahtfithrermundstiicks lingsachsenparaliel im Drahtfith-
rer verlauft. Auf diese Art und weise ist sichergestellt, daB im Bereich des
Drahtfiihrermundstiicks die axiale Vorschubbewegung des Drahtleiters
nicht von ultraschallinduzierte Querbelastungen beeintrachtigt wird

Vielmehr verlduft die Ultraschallbeaufschlagung in Drahtlangsrichtung.
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of the termnal areas of a chip unit to the initial region of the coil
and to the final region of the coil can be 10 effected w thout inpairnent

caused by the substrate mat eri al . In order to enable an alignnent
of the initial coil region and of ghe final coil region that is as
rectilinear WOYUMIB0SSi bl e bet ween opposite edges of the PCemEITO0RE] | S.
advant ageous to interrupt the exposure of the wire conductor to

ul trasound iZur BinfiheepgodesoPraititeitees éx den Drahtfilier ienweist epi sish of t he
exposur e of 'é@%h 1{]%&91'?%?}\%.1& QePBraﬁikﬁl{r@FBHMtzﬁld%? BCM Fishebifh-0
LR The%pir pose B% “CrOSSIRg an already 3§

advant ageou W red section of
Wi re in therermundstiski mypdesggnorinentsehsigyzumDeddiingsachstgestaufendemduct or i n

t he crossin ' s guided jn a crossing plane that is spaced from
the wiring %’é‘?‘%w‘{i‘ﬁ. 5 r?'s‘ﬁ‘rsee'gl't hat a crossing 25 of wre conductors

becones possible without it being
5  Zur Vermeidung von ultraschallinduzierten Querbelastungen des Draht-

leiters im Drahtfilhrermundstiickbereich trigt es auch bei wenn der Ultra-

schallgeber koaxial zum Drahtfithrer angeordnet ist.

Nachfolgend werden das erfindungsgemiéfe Verfahren und zur Durchfith-
rung des Verfahrens geeignete Vorrichtungen anhand der Zeichnungen

10 Dbeispielhaft erldutert. Es zeigen:

. Fig. 1 eine schematische Darstellung der Verlegung eines Drahtleiters auf-

einem Substrat mittels Ultraschall;

Fig. 2 eine Elektronenmikroskopaufnahme zur Darstellung eines in das -

Substrat eingebetteten Drahtleiters,
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possi bl e for damage to occur in the process as a result of collision of
the wire conductors, which could possibly result in destruction of the
i.nsul ation of the wire conductors. 30 The use of the process

descri bed above in various enbodi megt s has al so proved to be

particul arl y WQ¥8418geous for the manufacture of a car BCHBEY@26havi ng a

substrate, a coil which is wired on the substrate and a chip unit which
initial

35 t
ot Tegi on i s ATSGprietyth s viGRRut Sites DB aGuinatt e i o'
Wi ring phase by rienscldil;t he wiring

Fig. 4 ein in Spulenform auf einem Substrat verlegter Drahtleiter mit iiber

eine Ausnehmung im Drahtleiter hinweggefiihrten Enden;

5 Fig. 5 eine gegenuber Fig. 4 variierte Spulenkonfiguration mit iber eine

Substratausnehmung hinweggefithrten Drahtenden;

Fig. 6 die Plazierung einer Chipeinheit in der in Fig. 5§ dargesteliten

Substratausnehmung;

Fig. 7 die Verbindung der in Fig. 5 dargestellten Drahtenden mit An-

10 schluBflichen der in die Ausnehmung eingesetzten Chipeinheit;
Fig. 8 eine Produktionsvorrichtung zur Herstellung von Kartenmodulen; .

Fig. 9 die Verlegung eines Drahtleiters mittels Ultraschall auf einem

rotationssymmetrischen Wickelkorper;

Fig. 10 eine durch Ultraschallveriegung auf einem zylindrischen Wickel-

15 korper hérgestellte Tauchspule einer Lautsprechereinheit;

Fig. 11 eine Lingsabschnittsdarstellung eines mit Drahtleitern versehenen

Flachbandkabels;

Fig. 12 eine weitere Verlegevorrichtung zur Verlegung eines Drahtleiters

mittels Ultraschall.

20 Fig. 1 zeigt in einer schematischen Darstellung die Verlegung eines
Drahtleiters 20 auf einem Substrat 21 mittels einer durch Ultraschall

beaufschlagten Verlegevorrichtung 22 mit einem Drahtfithrer 23.

Die in Fig. 1 dargestelite Verlegevorrichtung 22 ist dreiachsig verfahrbar
ausgebildet und wird mit Ultraschall beaufschiagt, der den Drahtfiihrer 23

25 zu oszillierenden Querbewegungen (Pfeil 24) anregt, die in dem in Fig. 1

dargesteliten Beispiel senkrecht zu einer durch Seitenkanten 25, 26 einer

Sub-
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6 device, and in a subsequent connection phase a connection to

termnal areas of the chip unit i-s brought about between the initial
region of the coil and the final region of the coil by neans of a
sconnecting device.” 5 As a result of,,the integration of the wiring of the
wre conswog7Be41®N t he substrate into a process for thePCI/DESGMRSRCt Uur e of
a card nodul e on the basis of any substrate that permts an at | east

partial penetration of the wire 10 conductor into the surface of the
substrat e ostratbberfliche chnufgexpaoﬂtenHée!\lﬁgeébema%ét‘&efmtrﬁ%dthe surface of
t he substrate, this application of the process enables the

formation Oiuxc%ﬂegm%tvﬁ% &é}%rﬁ:ﬁueaan e ARskifrandeibbakontinuidsre Used as
sem fini shed products in the manufacture of 15 chip cards, Wth a viewto

conpl eti on lmhmrféorgnhlpbh%mupsen Richtypg depdieile2® are efneanDraftfuh- | ¢
provided onpRhRdsth@ES0 hinaw¥bblesd W ot¥: Gleishicids Aet DiEhTunrePR3KAOY ON the

5 parallel zur Verlegeebene 28 verlaufende Verlegebewegung 29 ausfiihrt,
die in Fig. 1 am Verlauf des bereits auf dem Substrat 21 verlegten Draht-
leiterabschnitts nachvollzogen werden kann. Dieser Verlegebewegung die
im Bereich der vorderen Seitenkante 25 in Richtung des Pfeils 29 verlduft,
wird die oszillierende Querbewegung 24 iiberlagert. Hieraus resultiert ein -

10  entsprechend der ultraschallfrequenz in schneller Folge wiederholtes
Auftreffen oder -schlagen des Drahtfiihrermundstiicks 30 auf den Draht- -
leiter 20, was zu einer Verdichtung und/oder Verdringung des Substrat-

materials im Bereich einer Kbntaktstelle 32 fiibrt.

Fig. 2 zeigt in einer Schnitt&arstellung, die in etwa dem in Fig. 1 ange-

15 deuteten Schnittlinienverlauf I1-11 entsﬁricht, die eingebettete Anordnung - ;
des Drahtleiters 20 im Substrat 21. Bei dem hier dargestellten Substrat
handelt es sich um eine PVC-Folie, wobei zur Einbettung des Drahtleiters
20 der Drahtleiter iiber die Verlegevorrichtung 22 beispielsweise mit einer
Ultraschalleistung von 50 W und einer Ultraschalifrequenz von 40 KHz

20 beaufschlagt wird. Die AnpreBkraft, mit der das Drahtfithrermundstiick 30
gegen die Substratoberfliche 27 zur Anlage gebracht wird, kann bei dem
vorgenannten Substratmaterial im Bereich zwischen 100 und 500 N liegen.
Wie aus der Darstellung gemaB Fig. 2 hervorgeht, wurde bei einem
durchgefiihrten Versuch durch Einstellung der vorgenannten Parameter

25 eine Einbettung des Drahtleiters 20 in das Substrat 21 im wesentlichen
aufgrund einer Verdichtung des Substratmaterials in einem hier sichel-

mondférmig ausgebildeten Verdichtungsbereich 33 des Substratmaterials

erreicht.

Das in Fig. 1 dargestellte Verlegeprinzip 1aBt sich universell einsetzen So
30 kann das Prinzip abweichend von der nachfolgend ausfithrlich erlduterten

Verwendung bei der Herstellung eines
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configuration and thickness of the substrate material, the connecti on
between the wire conductor and the substrate 20 material can be effected
via a nore or |ess positive inclusion of the cross-section of the wire
conductor in the surface of the sulgtrate - for instance, when the
substrate WO%348ned froma thernoplastic nmaterial - orPOIPEIPNISE of a
predom nantly cl ose-contact fixing of the wire conductor on 25 the surface
of the substKartenmdduis {FRig: #nkie 7)\aubbitkrwgndurg findembeicVedeghung von t oget her

with the Surﬁﬁﬁﬁsggient i}?leKﬁbg?ﬁto fidusen, eﬁ@z&@hﬁx?‘ild’ﬂ&gl eipg' AHFenﬁ@S& for

exanpl e, when t substrate material 1s a fleece-type or
woven- f abr i dat gimeschnurlosgobelefom3(Handy),Poderi anchaur\Aushildbeg einerse of t he

manuf act ur e er. s or card bands such as are used, for exanple,
for iderﬁ%‘%@’?gegeﬁ"ﬁsggggg}g‘t he connection of the wire conductor to

the surface of the substrate via a layer of adhesive 35 between the wire
conduct ors arRigt Beeigirdie Merlsgevorsichting 22 in einer Einzeldarstetiyng anibe

gdv?‘“t ageouseinén? dlﬂL?cfh%ﬁi@bér*ﬁ, et Koaxial CRRDIhunf A PF ahglodfid0Se cont act
gai nst the surface o

und mit diesem in einem Verbindungsbereich 35 starr verbunden ist. Die in

Fig. 3 dargestellte Verlegevorrichtung 22 ist insgesamt rotationssymme-

trisch ausgebildet. Der Drahtfiithrer 23 weist eine zentrale Lingsbohrung

10 36 auf, die im Bereich des Drahtfilhrermundstiicks 30 in eine Drahtkapilla-

re 37 aibergeht, die gegenitber der Langsbohrung 36 einen verengten, auf

den burchmesser des Drahtleiters 20 abgestimmten Durchmesser aufweist. -

Die Drahtfiihrungskapillare 37 dient in erster Linie dazu, den Drahtleiter

in der Verlegeebene 28 (Fig. 1) exakt ausrichten zu konnen.

15 Seitlich am Drahtfihrer 23 sind bei dem in Fig. 3 dargestellten Ausfih-
rungsbeispiel oberhalb des Drahtfohrermundstiicks in die Lingsbohrung 36
einmiindend zwei Drahtzufilhrkanile 38, 39 angeordnet, die in Richtung -
auf das Drahtfihrermundstiick 30 schrig nach unten verlaufen. Die Draht-
zufithrkanile 38, 39 dienen zur seitlichen Einfiihrung des Drahtleiters 20 - -

20 in den Drahtfithrer 23, so daB der Drahtleiter 20, wie in Fig. 3 dargestellt,
seitlich schrig in den Drahtzufiihrkanal 38, durch die Lingsbohrung 36
hindurch und aus der Drahtfithrungskapillare 37 hinausgefithrt durch den
Drahtfithrer 23 hindurch verliauft. Dabei 148t die mehrfache Anordnung der
Drahtzufithrkanidle 38, 39 die Auswahl der jeweils giinstigsten Drahtzufiih-

25 rungsseite am Drahtfiihrer 23 zu.

Wie weiter aus Fig. 3 hervorgeht, ist das Drahtfihrermundstiick 30 im
Bereich einer Drahtaustrittséffnung 40 konvex ausgebildet, um eine fur
den Drahtleiter 20 mbglichst schonende Umlenkung im Bereich der Kon-
taktstelle 32 (Fig. 1 ) bzw. der Drahtaustrittséffnung 40 bei dem in Fig. 1

30 dargestellten Verlegevorgang zu erméglichen.
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7 the substrate in a peripheral region via the | ayer of adhesi ve.

If the wire conductor is provided with a sui tabl e surface coating,

for

exanpl e baki ng | acquer, the | ayer of adhesive may be forned fromthe

surface coating. 5

initial
t er m nal

1¢

15

Obwohl in Fig. 3 nicht niher dargestellt, kann der Drahtfiihrer 23 mit
einer Drahtabtrenneinrichtung und einer Drahtvorschubeinrichtung verse-
hen sein. Dabei kann die Drahtabtrennvorrichtung unmittelbar in das
Drahtfihrermundstick 30 integriert sein. Fig. 4 zeigt einen Drahtleiter
20, der zur Ausbildung einer in diesem Fall als Hochfrequenz-Spule
ausgebildeten Spule 41 auf einem Substrat 42 verlegt ist. Die Spule 41
weist hier eine im wesentlichen rechteckformige Konfiguration auf mit
einem Spulenanfangsbereich 43 und einem Spulenendbereich 44, die iiber
eine fensterformige Substratausnehmung 45 hinweggefiithrt sind. Dabei
befinden sich der Spulenanfangsbereich 43 und der Spulenendbereich 44 in
paralleler Ausrichtung zu einem Spulenhauptstrang 46, den sie im Bereich
der Substratausnehmung 45 zwischen sich aufnehmen. Bei der im Prinzip
bereits unter Bezugnahme auf Fig. 1 erlduterten Ultraschall-Verlegung des
Drahtleiters 20 wird die Ultraschallbeaufschlagung des Drahtleiters 20,
wihrend dieser beim Verlegevorgang tiber die Substratausnehmung hin-
weggefilhrt wird. ausgesetzt, um zum einen keine Beeintrichtigung der -
Ausrichtung des Drahtleiters 20 in einem Freispannbereich 47 zwischen -

den einander gegeniiberliegenden Ausnehmungsrindern 48, 49 zu erzielen;

und zum anderen, um eine Beanspruchung der Verbindung zwischen dem -
Drahtleiter 20 und dem Substrat 42 im Bereich der Ausnehmungrander 48,
49 durch Zugbelastungen des Drahtleiters 20 infolge einer Ultraschallbe- -

aufschlagung auszuschlieBen.

Fig. § zeigt in einer gegeniber Fig. 4 abgewandelten Konfiguration eine
Spule 50 mit einem Spulenanfangsbereich 51 und einem Spulenendbereich
52, die in einen Innenbereich der Spule 50 abgewinkelt zu einem Spulen-
hauptstrang 53 hineingefiihrt sind. Die Spule 50 ist auf einem Substrat 55
angeordnet, das eine Substratausnehmung 56 im Innenbereich 53 der
Spule 50 aufweist Um sowohl den Spulenanfangsbereich 51 als auch den
Spulenendbereich 52 iiber die Substratausnehmung 56 hinwegfiihren zu
konnen, muB bei der in Fig. 5 dargestellten Konfiguration der Spulenend-
bereich 52 zuvor uber den Spulenhauptstrang 44 in einem Uberquerungs-
bereich 57 hinweggefiihrt werden um hierbei Beschidigungen oder eine
teilweise Abisolierung des Drabtleiters 20 zu verhindern, wird déhnlich wie

im Bereich der
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Wth the applicajon of the process as described
above, the wowyssstd a t her nbconpressi on process for connecTmrg7dia

region of the coil and the final region of the coil to the
areas of the chip unit has proved to be



10 particularly effective. It is possible for a further increase in
the effectiveness of the application of the process as descri bed above
to be achieved if a plurality of card nodul es are manufactured at 15
the sane tine in such a way that in a f®®ed phase a plurality of
substrates arYQHG®8col | ected together in a yield are 5%?‘%@3"!0 a
card-nodul e production device conprising a plurality of wiring devices
and connectin devi ces and subsequently in the wiring phase a plurality
of 20 coils Substragaussghmpng S6die Slitragchatibsaufschiaguns des Rrafdleitess 20 r ow,

then in the gGPUBeffucPingibericrsPlauigdseit Pirabér Binddé Word der Brdhrfyhanect ed

via their term_nal eas to the cqi and .. . finglly in a separation phase
a separati oﬁ%fzgt'ﬁbﬁgé‘?‘ﬂ'eru"gsﬂﬁ?féﬁ i@b‘ﬂ?f“ﬁég& *Pe yield takes place.
25 Furthernore, an application of the process for the manuf act ur e

of ‘a rot ati ofigh I6yzeigtnimetinercAhsichi desoSmiystrath 58 entspreghend dleat§obmittlieous
wherein tde \WehGrRlPRANVE 9 S ©hid Plazierung einer Chipeinheit 58 in der -
) Substratausnehmung 56, bei der AnschluBflichen 59 der Chipeinheit 58
gegen den Spulenanfangsbereich 51 und den Spulenendbereich 52 zur
Anlagé gebracht werden.

Fig. 7 zeigt die nachfolgende Verbindung der AnschluBflichen 59 der =
10 Chipeinheit 58 mit dem Spulenanfangsbereich 51 und dem Spulenendbe-
reich 52 mittels einer Thermode 60, die unter Einwirkung von Druck und |
Temperatur eine stoffschliissige Verbindung zwischen dem Drahtleiter 20°
und den AnschluBSflaichen 59 schafft, wodurch insgesamt ein Kartenmodul:

64 ausgebildet wird.

15  Bei der in den Fig. 6 und 7 dargestellten Chipeinheit 58 kann es sich auch
wie in allen anderen iibrigen Fiillen, wenn von einer Chipeinheit gespro--
chen wird, sowohl um einen einzelnen Chip als auch um ein Chipmodul, ~ -
das etwa einen auf einem Chipsubstrat kontaktierten Chip oder auch eine -
Mehrzahl von Chips aufweist, handeln. Dariiber hinaus ist die in den Fig.

20 6 und 7 dargestellte Verbindung zwischen der Spule 50 und den An- '
schluiflichen 59 nicht auf die Verbindung mit einem Chip beschrankt, - -
sondern gilt allgemein fir die Verbindung von AnschiuBfiachen 59 aufwei-
senden elektronischen Bauelementen mit der Spule 50. Dabei kann es sich

beispielsweise auch um Kondensatoren handeln.

25 Ferner wird aus den Fig. 6 und 7 deutlich, daB die Substratausnehmung 56
so bemessen ist, daB sie die Chipeinheit 58 im wesentlichen aufnimmt. Zur
Vereinfachung der Ausrichtung der AnschluBflichen 59 der Chipeinheit 58
bei der der eigentlichen Kontaktierung vorausgehenden Plazierung der
Chipeinheit 58 kann die Chipeinheit 58 auf ihrer die AnschluBflichen 59

30 aufweisenden Kontaktseite 61 mit einer hier stegartig ausgebildeten
Ausrichtungshilfe 62 versehen sein. Die Ausrichtungshilfe
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wired on a substrate taking the formof a w nding support 30 and rotating

relative to the wiring device. For the pur pose of establishing the
relative rotation there is the possibility either to cause the
substrate to rotate about its longgtudinal axis in the case of a
stationary WOS7/3¢s device or, in the case of a stati orRCIYDRIGEEY ate, to
nove 35 the wiring device on a trajectory about the |ongitudinal axi s
of the substrate, or even to superinpose the two af orenenti oned types

of notion. 62 ist entsprechend dem Abstand a bemessen, die der Spulenanfangsbe-
reich 51 und der Spulenendbereich 52 im Bereich der Substratausnehmung

56 voneinander haben (Fig. §).

Fig. 8 zeigt eine Produktionsvorrichtung 63, die zur Herstellung von

s Kartenmodulen 64 dient, die als Halbzeug bei der Herstellung von Chip-
karten Verwendung finden. Die mittels der Produktionsvorrichtung 63
hergesteliten Kartenmodule 64.weisen hier beispielhaft den in den Fig. §,
6 und 7 dargestellten Aufbau mit jeweils einer Spule 50 und einer Chi-
peinheit 58 auf, die auf einem gemeinsamen Substrat 55 angeordnet sind.

* 10 Die in Fig. 8 dargestelite Produktionsvorrichtung 63 weist fiinf Stationen,
namlich eine Zufiihrstation 65, einen Verlegestation 66, eine Bestiickungs-
station 67 und eine Verbindungsstation 68 sowie eine Entnahmestation 69

auf.

In der Zufiuhrstation wird der Produktionsvorrichtung 63 ein sogenannter
15 Nutzen 70 zugefihrt, der in einem gemeinsamen Verbund eine Vielzah] -
hier a_iti's Darstellungsgrinden lediglich zwanzig - aber hier nicht naher
'dargestéllte Trennstellen miteinander verbundene Substrate 55 aufweist. -
Der Nutzen 70 wird mittels einer Transporteinrichtung 71 der Verlegesta-
tion 66 zugefiihrt, die an cinem quer zur Produktionsrichtung 72 verlau- . -
20 fenden, in Produktionsrichtung 72 verfahrbaren Portal 73 vier in einer
Reihe angeordnete, identische Verlegevorrichtungen 22 aufweist. Die
Ver!égevorrichtungen 22 werden aber vier Drahtleiterspulen 74 mit dem -
Drahtleiter 20 versorgt. Zur Ausbildung der in Fig. S beispielhaft darge-
steliten Spulenkonfigurationen werden die lings dem Portal 73 verfahrba-
25 ren Verlegevorrichtungen 22 entsprechend in der Verlegeebene 28 (Fig.
1) verfahren.

Nach Verlegung der Drahtleiter 20 entsprechend der in Fig. 5 dargestell-
ten Spulenkonfiguration wird der Nutzen 70 mit den darauf ausgebildeten
Spulen 50 zur Bestiickungsstation 67 weiter vorbewegt. Kombiniert mit

30 der Bestiickungsstation 67 ist im vorliegenden Fall die Verbindungsstation
68, derart, daB an einem in Produktionsrichtung 72 verfahrbaren Portal 75
sowohl! eine Bestiickungsvorrichtung 76 als auch eine Verbindungsvor-
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The aforenentioned application of the process enters into consi deration
in particular for the manufacture of a noving coil of a | oudspeaker
unit that is integrally connected to . a vibrating diaphragm 5

Accordi ng to another application of thggprocess the process serves to
wire a wre- WAPEMI8onduct or on a substrate by means of PET/DEITOMRSL devi ce
t hat subjects the wire conductor to ultrasound with a viewto

manuf acturing a ribbon cable, 10 whereby a nunber of w ring devices

corr espondi riichtong A& jeweilnimbéngsoichturig descBortalst Tr verfialybarangeordmetanged

transversel Ysing Dtk 'd5ertdi® Bebfickifgdvorabhiudiz " ¥ EStn@hme vohPPON- shaped
substrate and .a _rgl,at lve m)veme-n%: betl\g?en the subﬁhrate and the wiring
devi ces t akdshippingiten, 38 qus ginegt Chinsinfieitengeservoir JRqind gurachfolgen-of t he
substrate. den Plazienmgidér Chipainheite® 58 inel i abl e and operational ly
dependabl e contact between the wire conductor and the term nal areas

of the chy p dériih Fighé Qlrgeistelitsd WPTBAd WeiSQ B VeibiAdilgsvorrichtung 77
' dient zur Kontaktierung der AnschluBflichen 59 der Chipeinheiten 58 mit

der Spule 50, wie in Fig. 7 dargestellt.

Nach Bestiickung und Kontaktierung wird der Nutzen 70 weiter in die
Entnahmestation 69 vorbewegt. Hier erfolgt eine Entnahme des Nutzens

10 70 mit anschlieBender Vereinzelung der Substrate 55 oder auch zunéichst
eine Vereinzelung der Substrate 55, also eine Auflosung des Nutzenver- _
bunds, und anschlieBend die Entnahme der einzelnen nunmehr zu Karten-- -
modulen 64 ausgebildeten Substrate 55.

Fig. 9 zeigt einen Anwendungsfall des beispielhaft anhand Fig. 1 erldu-

15 terten Verfahrens zur Herstellung einer zylindrischen Korperspule 79, bei -
der das Substrat als zylindrischer Wicklungstriger 80 ausgebildet ist und -
die Verlegung bzw. Einbettung des Drahtleiters 20 auf dem Wicklungstra- -
ger 80 bei Rotation 81 des Wicklungstrigers 80 mit gleichzeitiger tiberia- - -
gerter Translation 82 der Verlegevorrichtung 22 erfolgt. ' B

20 Wie Fig. 10 zeigt, kann der Wicklungstriger 80 auch als zylindrischer
Fortsatz einer Kunststoffschwingmembran 83 einerLautsprechereinheit 84
ausgebildet sein, so daB auf die inFig. 9 dargestelite Art und Weise eine -
Tauchspule 85 herstelibar ist, wie sie in Kombination mit einem in Fig. 10
angedeuteten Permanentmagneten zur Ausbildung einer Lautsprecherein-

2s  heit 84 dient.

Fig. 11 zeigt als weitere Applikationsméglichkeit des beschriebenen
Verfahrens einen Flachbandkabelabschnitt 85 mit einem flachbandférmig
ausgebildeten Substrat 86, das beidseitig benachbart von Trennstellen 87
_ mit quer zur Lingsrichtung des Substrats 86 in ciner Reihe liegend ange-
30 ordneten Substratausnehmungen 88 versehen ist Auf dem Substrat 86
befinden sich parallel zueinander angeordnet und sich in Langsrichtung
des Substrats 86 erstreckend eine Mehrzahl von Drahtleitern
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20 alum niumsurfaces, it is advantageous, particularly when use is

made .of a copper wire conductor, to subject the al um ni um surface of
the termnal areas to a preparatory treatment. Wth a particularly
advant ageous enbodi nent of the proggss according to the invention the
preparat ory wo97swtmt nent of the alum nium surface is virtecamieg7oasiegr at ed
into the actual connecting operation - that is to say t he contacting
of the wire conductor with the term nal areas - virtue of the wire

conduct or béPndiecirftie ir Fig.ol brispielhaft é#fﬁ%éﬁ“tar«‘é’asmﬂw gisagyf demg
connecting 'sﬂﬁit'}k't”?é‘ﬁrentlé‘é‘t' §1d 3BabdiNGnd Qi'eni)Ptht?é?te‘r'lztOrﬁ?ﬁ@f&?l{ gefrument. In

this case an oxi d ayer disposed on the alum niumsurface is

el i mi nat ed Trennmimmcawydlm&&m]amsmynumm&s binweggefihrh Piee
| f
ultrasonic ‘i‘rQr[ Hl%sdlgilel{%ﬂghﬁﬁ&%{*@bgﬁlhfénl!é%ﬁtaleé@%)'rd?almI fit ?”er 0

cl eansi ng the alum nium surfaces akes pl ace
subst ant bal B9, wbcmm'adm Substrateusnehmungenadl jeweilsameinemEndepeines i on, has:

the parti Cuk?archbandk%ggl%mc?cg n&hg}dn\/\@ tstpndr ‘i—ﬂé‘{ﬂréﬁeﬂ&% gicﬂQn be‘oconnect I ng

ders giinstiger Weise Kontaktierungsmaéglichkeiten fiir AnschluBstecker
bzw. AnschluBbuchsen mit den Drahtleitern 20, ohne dalB hierzu die
Drabhtleiter erst frg_i_gelegt werden miiBten. Die Substratausnehmungen 88
10 werden in einem Stanzverfahren mit einem entsprechend ausgebildeten
Stempelwerkzeug in das Substrat 86 eingebracht, wobei durch den Ab-
stand der Einstanzungen der Abstand der Trennstellen 87 vorgegeben ist.
AnschlieBend wird das entsprechend priparierte Endlossubstrat mit den
Drahtleitern 20 belegt, wobei in diesem Fall eine der Anzahl der Draht-
15 leiter 20 entsprechéhde Anzahl von Verlegevorrichtungen iiber dem liangs

bewegten Substrat angeordnet wird.
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9 points fromenvironnental influences - by creating an inert or
reduci ng atnosphere, for exanple - it is possible to di spense with
speci.al neasures intended to prevent the formati on of a fresh oxide

| ayer prior to inplenmentation of 5 the monnecting operation. |f, on
the other harMO%%¥4%, alternative to the afore- ment i o REYDES7/00261
ultrasonically induced renoval of the oxide |ayer I n conjunction with
an ultrasoni c connecting operation a 10 preparatory treatnment or cleansing
process is cRigsd? zcigttin Abwandlung von der in Fig. 3 dargestellten Verlegevor-

richtung 22 eine Verlegevqrricht.ung 91 die wie die Verlegevorrichtung 22
einen Ultraschallgeber 34 aufweist. Im Unterschied zu der Verlegevor-
richtung 22 ist an den Verbindungsbereich 35 des Ultraschallgebers 34

5 kein Drahtfithrer sondern ein Schwingungsstempe! 92 angeschlossen, der,
wie in Fig. 12 dargestellt, dazu dient, den zwischen einem Profilende 93
und der Oberfliche des Substrats 21 gefahrten Drahtleiter 20 mit in
Langsrichtung des Schwingungsstempels 92 verlaufenden, durch Ultra-
schall induzierten mechanischen Schwingungen zu beaufschiagen. Um

10  dabei eine sichere Fiihrung des Drahtleiters 20 zu ermoéglichen, ist das
Profilende 93 mit einer in Fig. 12 nicht ndher dargestellten konkaven

" Ausnehmung versehen, die ein teilweises Umgreifen des Drahtleiters 20

ermoéglicht.

Im Unterschied zu der in Fig. 3 dargesteliten Verlegevorrichtung 22 ist an
15. der Verlegevorrichtung 91 ein Drahtfihrer 94 vorgesehen, der bei dem
hier dargestellten Ausfishrungsbeispiel aus einem seitlich am Ultraschall-
| geber 34 angeofdneten Fithrungsrohr 95 mit einem in Richtung auf das
Profilende 93 ausgebildeten Kriimmermundstiick 96 gebildet ist, das eine
hier schriag nach unten gerichtete, seitliche Zufithrung des Drahtleiters 20
20  in Richtung auf das Profilende 93 erméglicht. Damit kann, wie in Fig. 12
dargestellt, der Drahtleiter 20 zwischen das Profilende 93 des Schwin-
gungsstempels 92 und die Oberfliche des Substrats 21 gefithrt werden, um
die vorbeschriebene Verbindung mit bzw. Verlegung auf oder in der

Oberfliche des Substrats 21 zu ermoglichen.

25 Abweichend von der Darstellung in Fig. 12 ist es auch méglich, den
Drahtfithrer vom Ultraschalligeber 34 entkoppelt an der Verlegevorrich-
tung 91 vorzusehen, um im Bedarfsfall eine schwingungsfreie Zufithrung

des Drahtleiters zu erméglichen.

Bei dem in Fig. 12 dargestellten Ausfithrungsbeispiel weist die Verlege-

30 vorrichtung eine um eine quer zur Stempelachse 97 angeordnete Wicke-
lachse 98 drehbare Drahtspule 99 auf, die zur Zufihrung, des Drahtleiters
20 in den Drahtfithrer 95 dient.
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I s decoupled fromthe actual connecting operation, the connecti ng
operation itself can be carried out in an inert or reduci ng atnosphere.
15 The use of etching processes that have great selectivity proves to
be particularly advantageous for the pjrpose of cl eansing the al um ni um
surfaces perwedmdoay to the term nal areas of oxide | apermes#zaxanpl e
of dry-etching processes I's ion-beam etching. But the use of processes

that can be 20 inplenented easily, such as wet etching or oxide-Iayer
removal by Ussein aufaier @barflache é@r&iwfm 2 peligbigepVertegen des  treat ment,

s also advBRLAASANS 20 zu ermaffifcRedl WeiSHaleOV BREYRY: legturngrw%ﬂm' dati on of

the 25 al um nium sur e I's also t pos |b| providing the
al um ni um szurf Stsapaiachse 9hdine SahwenkachemiG@auf.  net aI | i sation having a
zincate | ayer applied to the al um ni um surface by way of internediate

llayer and hfyi&9sprache der vorliegenden Patentanmeldung bezeichnen die Begriffe
5 "drahtformiger Leiter” und "Drahtleiter” aligemein Leiter zur Ubertragung
von Signalen, die eine definierte Lingserstreckung aufweisen und daher
hinsichtlich ihrer duBeren Form drahtformig ausgebildet sind. Der Begriff
*Drahtleiter” ist jedoch nicht auf metallische Leiter beschriankt, sonder
bezeichnet ebenso Leiter aus anderen Materialien, z B. Lichtleiter aus
- 10  Glasfaser, oder auch Leiter, die zur Fithrung strémender Medien dienen.
Insbesondere in dem Fall, daBl die verwendeten Leiter mit einer haftfihi-
gen Oberfliche versehen sind, lassen sich die Leiter auch mehrlagig
aufeinander liegend anordnen, wobei die unterste Lage mit der Substrato-
berfliche und weitere Lagen jeweils mit darunter angeordneten Leiterla-
15 - gen verbunden sind. Die Haftung kann beispielsweise iiber eine mittels
Wirmebeaufschlagung hinsichtlich ihrer Haftwirkung aktivierbare Back-
lackbeschichtung des Leiters oder eine entsprechende Kunststoffbe-

schichtung erreicht werden.
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an interconnect layer which is disposed on said zincate 30 | ayer and which
I's provided for making contact with the Wi re conductor. In this case
the zincate | ayer serves primarily to elimnate the oxide |ayer on the
al um ni um surface, and the interconpect |ayer, which nmay for instance
consi st of niV¥REMBOHS pal | adi um or correspondi ng al | oys, 35PCHPEESHZE

i nprove the adhesion to the copper w res which are used as a rule by
way of wire Figaddceipdcarteninlet einer Chipkarte mit einer aus einer Drahtspule und) o

In the case yAgf @nipitnilet FBHRICRn Rhndponberiieiy;! NSt rument

Fig. 14 eine Schnittdarstellung des in Fig. 13 dargestellten Karteninlets
gemaB Schnittlinienverlauf II-11 zur Erlduterung des

5 Herstellungsverfahrens;

Fig. 15 eine weitere Schnittdarstellung des in Fig. 13 dargestellten

Karteninlets gemidB Schnittlinienverlauf I11-1II,;

Fig. 16 eine in der Ansicht Fig. 14 entsprechende Darstellung zur
Erlauterung einer alternativen Verfahrensweise mit nachtriglicher

10  Applikation einer Chipeinheit;

Fig. 17 die Kontaktierung der gemiB Fig. 17 nachtridglich applizierten

Chipeinheit;

Fig. 18 eine mogliche Kontaktﬁiétaltisierung einer ChipanschiluBifliche bei

Kontaktiefung gemiB dem in Fig. 17 dargestellten Verfahren;

15 Fig. 19 eine weitere Moglichkeit der Kontaktmetallisierung einer

ChipanschluBfliache;

Fig. 20 eine in der Ansicht Fig. 14 entsprechende Darstellung einer auf

einem Spulensubstrat angeordneten Transpondereinheit.

Fig. 13 zeigt ein Chipkarteninlet 110, das zur Herstellung einer hier als
20 Endprodukt nicht niher dargesteliten Chipkarte mit beidseitigen
Deckschichten versehen wird, die in der Regel als Laminatschichten

flichendeckend auf das Chipkarteninlet aufgebracht werden.

Das Chipkarteninlet 110 besteht hier aus einem aus Kunststoffmaterial
gebildeten Spulensubstrat 111, auf das eine Drahtspule 112 in

25 Verlegetechnik aufgebracht ist. Hierzu wird ein Drahtleiter 113 mittels
einer in Fig. 13 nicht naher dargestellten Verlegeeinrichtung auf der
Oberfliche des Spulensubstrats 111 verlegt und durch eine

Ultraschallbeaufschlagung teilweise in das Spulensubstrat 111 eingebettet,



for establishing the connection between the wire conductor and the
termnal areas it proves to be particularly advant ageous if the

vi brational |oading of the wire 5 conductor which is brought about by

ul trasound takes place in a plane supstantially parallel to the

term nal areawoomsoqis transverse to, for instance at rightrcymgs?sodsp, the
| ongi tudinal axis of the wire conductor. For, by virtue of t he
transverse flwie & dért§igofl 4tentnoshmen averderc katinwhi ch is 10 fixed on the
substrate on both sides of the term nal area in the | ongitudinal

direction th reat.est. possible - rel atiye..no n can_be achi eved
between the w ewelteﬁ‘é Fr% g? Brbazri tau't'%gg*ﬁ%%ﬁ%%gsggr#%eélgnﬁfl" S of the
ul trasoni c | cgilesgpubbtrahel Weine Anvndhmbiog MHMIirgesehes, dileazne Aulifnkhmesverse to

the longitudinal axig of the wre. . lrrespective .of. th e and
manner of t he"BYPSH §P5°r“y°'“°“ cineglnen Ship a}r]ié gﬁ%ggetﬁp @HB“&‘&B‘&&%X t he
connecting priieeClipeinheittkans, @i vorlidgendenl Falif kgéglidh durchalenaChipoi |
substrate 20 {435 i dlP 95 batulr 358t iSUBPRIb R Mok agh afoget her wi e
Chipeinheit aus einem sogenannten ,,Chipmodul” gebildet ist, das einen

oder auch mehrere gehiuste Chips aufnimmt.

Wie weiterhin aus Fig. 13 zu ersehen ist, ist der zur Ausbildung der
10 Drahtspule 112 auf dem Spulensubstrat 111 verlegte Drahtleiter 113 mit
Drahtenden 116, 117 auf jeweils einer zugeordneten AnschluBifiiche 118

bzw. 119 des Chips 115 kontaktiert.

Ein Verfahren zur Durchfiihrung der Kontaktierung der Drahtenden 116,
117 mit den AnschluBflichen 118, 119 des Chips 115 soll nachfolgend

15 unter Bezugnahme auf Fig. 14 niher erldutert werden. Das in Fig. 14 -
ndher dargestellte Verfahren erfolgt in zwei aufeinanderfolgenden Phasen,
die hier zur Unterscheidurig mit T und II gekennzeichnet sind. In der mit I
bezeichneten Phase erfolgt eine Fixierung des hier abgebildeten
Drahtendes 116 auf dem Spulensubstrat 111, wobei gleichzeitig infoige

20 des vorgenannten Verlegeverfahrens zur Aufbringung des Drahtleiters 113
auf die Oberfiiche des Spulensubstrats 111 der Drahtleiter 113 iiber den
in der Ausnehmung 114 aufgenommenen Chip 115 hinweggefiihrt wird.
Zur Durchfithrung des in Fig. 14 dargestellten Verfahrens ist das
Spulensubstrat 111 zusammen mit dem in der Ausnehmung 114

25 aufgenommenen Chip 115 auf einem Tisch 120 angeordnet.

Als Verlegeeinrichtung wird bei dem in Fig. 14 dargesteliten
Verfahrensbeispiel eine Ultraschalleinrichtung 121 verwendet, die mit
einem Schwingungsstempel 122 den kontinuierlich aus einem Drahtfiihrer
123 herausgefithrten Drahtleiter 113 in die Oberfliche des Spulensubstrats
30 111 einbettet und dabei gleichzeitig eine Horizontalbewegung 124 auf der
Oberfliche des Spulensubstrats 111 ausfiihrt. Diese mit dem Begriff



the coil and the chip unit fornms a card inlet for the manuf acture of a
credit card or such like. Alternatively, differing configurations of
the coil carrier are also possi bl e which in each case - that is to say,
I rrespective 25 of the particular configguration - nmerely have to enable
secure bil at MOAMBP4&at i on of the wire conductor relative tRCT/DESTPREL
termnal areas of the chip unit. By this neans a .virtually suspended

arrangenent .ydtlegenickesghriebanst Appfikationdescrabtietrerol 13 puf defip in the
substrate a'éperhﬁg és_ﬁpglggﬁmshia?s lfperm@tmﬁa‘sttin%_ems%% a sheet of

paper by way coil" substrate 1s also possible, in i ch connection
t he wi r ezeichneten Bearpigchinksides duspekmung §bd; ansctlighendawird deradhesi ve

| ayer whi ch pghpeRYl fed nﬁPdEﬂ%é@?@hf}é}flﬁ@f‘& d@n der M@nﬁﬂmﬁﬂ??ﬁ Sotnot Lge

Wi re conductor, or even via an esive layer which 1's provrde
W re conductangeordnetens@hip, 1 FSohinweggefiibet, ant sghdieBlich sedlitsspitigdguer .

Ausnehmung 114 in dem mit Ib iiberschriebenen Bereich mit der Fixierung
des Drahtleiters 113 mittels Ultraschallbeaufschlagung des Drahtleiters
iiber den Schwingungsstempel 122 fortzufahren. Obwohl bei Verwendung
der vorstehend beschriebenen Ultraschalleinrichtung 121 zur Veriegung
10 des Drahtleiters 113 auf dem Spulensubstrat 111 eine sich im wesentlichen
uber die gesamte Linge des Drahtleiters 113 erstreckende Fixierung
desselben auf dem Spulensubstrat 111 ergibt, ist es zur Realisierung des
Verfahrensprinzips ausreichend, wenn eine Fixierung des Drahtleiters 113
auf dem Spulensubstrat 111 lediglich in zwei Punkten links und rechts der
15  Ausnehmung 114 erfolgt, um die in Fig. 14 dargestellte lineare
Ausrichtung des Drahtleiters 113 ‘iber die AnschluBflichen 118, 119 des

Chips 115 zu erzielen.

Nachdem sich der Drahtleiter 113 in der die zugeordnete AnschluBfliche
118 des Chips 115 uberspannenden Position befindet, erfolgt in der mit II
20 gekennzeichneten Phase die Verbindung des Drahtleiters 113 mit der
AnschluBfliche 118. Hierzu wird bei dem in Fig. 14 dargeétellten
Verfahrensbéispiel eine weitere ﬁltraschalleinrichtung 125 verwéndet. die,
wie insbesondere aus Fig. 15 zu ersehen ist, ein mit einer konkaven
Ausnehmung versehenes Profilende 126 eines Schwingungsstempels 127

25 aufwelist.

Das vorstehend unter Bezugnahme auf die Fig. 14 und 15 beschriebene
Verfahren bietet auch die Moglichkeit, durch entsprechende Wahl der
Fixierungspunkte des Drahtleiters auf dem Substrat, den Drahtleiter
diagonal iber die AnschiuBflichen hinwegzufihren, um die Uberdeckung
30 zwischen dem Drahtleiter und den AnschluBflichen zu erhéhen. Auch
konnen auf die in Fig. 14 dargestellte Art und Weise mehrere Chips oder

andere in Reihe liegend auf oder in einem Substrat angeordnete Elemente



Irrespective of the type of coil substrate which is used, It proves to
be advantageous if the wire conductor is fixed on the substrate by
means of a wiring instrument which is enpl oyed in any case for the

coi | -shaped arrangenent of the 5 wre gonductor on the substrate and which
enables a  WwWaUB3p418uous or intermttent connection of thepatm®reeeduct or
to the surface of the substrate. In this case, particul arly when use is
made of pl asdiurchgieh PDrahtlester verbundepmevden.t 0 be advant ageous if by way of
Wiring instrunent an 10 ultrasonic instrunment is enployed which enabl es an

gjn:jﬁgts E)r i nf%?{lﬁla&i tfggggﬁg?gf éicgﬂggﬂrgﬁég}ﬁg&tkgﬁcgr &J}g]é\r,]\na[)fes fixation
wi th good adUBsisohall induzierten Schwingungsbeaufschlagung 128, die in

Lingsrichtung des Schwingungsstempels 122 der Ultraschalleinrichtung

5 121 erfolgt, die durch Utraschall induzierte Schwingungsbeaufschlagung
129 des Schwingungsstempels 127 quer zur Langsrichtung des
Drahtleiters 113 und parailel zur Oberfliche des Spulensubstrats 111
erfolgt. Dieser Schwingungsbeaufschlagung 128 wird ein leichter
Anpressdruck 130 iberlagert, so daB der gefithrt im Profilende 126 des

10  Schwingungsstempels 127 aufgenommene Drahtleiter 113 im Bereich der
AnschluBflache 118 unter Druck oszillierend iber diese hin- und
herbewegt wird. Zum einexi ergibt sich hierdurch ein AufreiBen und
Abtragen etwaiger auf der AnschluBfliche 118 vorhandener Oxidhiute,
zum anderen ergibt sich nachfolgend bei entsprechend hohen oder

15 erhohten Anpressdruck l3d ein Verschweilen des hier aus Kupfer
gebildeten Drahtleiters 113 mit der AluminiumanschluBfliche 118. Falls
der Drahtieiter 113 mit einer duBeren Isolierung versehen ist, 148t sich
auch diese durch die oszillierende Hin- und Herbewegung im Bereich der
AnschluBifliche 118 entfernen, so daB nachfolgend die vorbeschriebene

20 metallische Verbindung zwischen dem unmittelbar zuvor noch durch die
Isolierung gegen Oxidation geschiitzten Drahtleiter und der

AnschluBflache moglich wird.

In dem in den Fig. 14 und 15 dargestellten Spulensubstrat 111 ist die
Ausnehmung 114 soviel groBer als die entsprechenden Abmessungen des

25  Chips 15 vorgesehen, so daB sich ein umlaufender Spalt 130 zwischen dem

- Chip 115 und den Rindern der Ausnehmung 114 ergibt. Hierdurch ist

guasi eine ,,schwimmende Aufnahme® des Chips 115 in der Ausnehmung
114 méglich, wobei dieser in seiner Relativiage zum Spulensubstrat 111
zwar im wesentlichen definiert ist, jedoch kleinere Relativbewegungen

30 ausfiihren kann. Hieraus ergibt sich der Vorteil, daB durch den eingangs
beschriebenen Laminiervorgang zum Auftrag der beidseitigen

Deckschichten auf das Spulensubstrat 111 der Chip den mit dem



15 A particularly good fixation of the wire conductor on the surface of
the substrate and the establishnment of a particularly reliable
connection of the wire conductor to the term nal areas of the chip unit
is possible if the ultrasonic instrgnment which is used for the wiring
and 20 fi xat i"¥P9%¥®48Bhe wire conductor on the substrate bri RgEDEIT002§bout a

vi brational |oading of the wire conductor transverse to the
| ongi t udi nal Laminieryprgang verbundensa Reugkbelastuggen gpmindest tedlweise he surface

of the SUbStf]@s‘i»f'elclﬁz'ﬁchnnﬁ somit dukw.aﬁem.ﬁerlﬂégcwmﬂhgw@g ShipsSpelacd for

connecting the wire 25 conductor to'the terninal areas brings about a
vi brational Laminiesygrgapgovesentlieh redugipstiwétdor in a pl ane substantially

-parallel to the substrate and transverse to the | ongi t udi nal axis of
the wire conguCiftibei di? vbrsielédd s\gcﬂﬁxs@nﬂenf QEhWirhhBAdeh Xbfadnmgaped
conductor on a substrate by neans of ul t'r asound conprises a W re guide
and 5 des Chips in der Ausnehmung 114 eine exakte Positionierung des

Drahtleiters 113 auf der Anschiufifliche 118 ausfithren zu kénnen, kann
der Drahtleiter 113 iiber eine entsprechende Querbewegungsachse 131 der

Ultraschalleinrichtung 125 nachgefihrt werden.

Obwohl unter Bezugnahme auf das in den Fig. 14 und 15 dargestelite

10 Verfahrensbeispiel vorstehend von zwei unterschiedlichen
Ultraschalleinrichtungen 121 und 125 die Rede war, besteht auch die
Moglichkeit, bei entsprechender Ausfithrung der Ultraschalleinrichtung
121 diese sowohl zur Verlegung bzw. Fixierung des Drahtleiters auf der
Oberfliche des Spulensubstrats 11 1 als auch zur Verbindung des

15  Drahtleiters 113 mit der jeweils zﬁéeordneten AnschluBfliche 118 bzw.

119 zu verwenden.

In den Fig. 16 und 17 ist eine gegeniiber den Fig. 14 und 15 leicht
variierte Vorgehensweise dargestellt, bei der ein Chip 132 erst nach
Fixierung des Drahtleiters 113 auf der Oberfliche des Spulensubstrats 111

20 beidseitig der Ausnehmung 114 in diese eingefiihrt wird. Um gleichzeitig
mit dem Einfithren des Chips 132 in die Ausnehmung 114 eine fiir die
nachfolgende Kontaktierung des Drahtleiters 113 mit einer zugeordneten
AnschluBfliche 133 des Chips 132 geeignete Positionierung zu
ermdglichen, ist dieser auf seiner Kontaktseite 134 mit jeweils benachbart

25 einer AnschluBfliche 133 angeordneten, stegartigen Ausrichtungshilfen -
135 versehen, die iiber Fihrungsschrigen 136 fiir eine korrekte

Relativpositionierung sorgen.

Fig. 17 zeigt aufBerdem eine alternativ zur Ultraschalleinrichtung 125 als
Verbindungseinrichtung einsetzbare Thermodeneinrichtung 137, die eine
30 Verbindung des Drahtleiters unter Druck und Temperaturbeaufschlagung

mit der zugeordneten AnschluBfliche 133 erméglicht. Grundsatzlich



an ultrasoni c generator, whereby the ultrasonic generator I s connected

to the wire guide in such a way that the wire guide is stinulated to
execute ultrasonic vibrations in the 35 direction of the |ongitudinal axis.
12 It is advantageous if the devigg that is suitable for

I npl ement i ng Wohy/3p418cess according to the invention C OPGE/DESTB0281
ultrasonic instrument with a vibrating punch partially enconpassing the

cross-sect i drestght tah€ bei beddemih dén Figii Iy Idnbzw t Thdargestetiteni | | at or whi ch
bri ngs. abOUtV%bindungsverfahren die Moglichkeit, die Verbindung zwischen dem
Drahtleiter und den AnschluBflichen durch eine Uberlagerung von
Ultraschall- und Temperaturbeaufschlagung herzustellen, beispielsweise

5 durch eine beheizbare Ultraschalleinrichtung.

Um eine Verbindung des Kupfer-Drahtleiters 113 mit den Aluminium-
Anschlufiflichen 133 des Chips 132 zu erméglichen, sind die
AnschluBflachen 133 mit einer Kontaktmetallisierung 138 (Fig. 18) oder
139 (Fig. 19) versehen. Die Kontaktmetallisierungen 138, 139 weisen

+ 10 ibereinstimmend eine als Zy_yischenschicht 140 dienende Zinkatschicht auf,
die als Grundlage fir eine hierauf aufgetragene Nickelschicht 141 im Falle
der Kontaktmetallisierung 138 oder Palladiumschicht 142 im Falle der
Kontaktmetallisierung 139 dient. Zur Verbesserung der
Verbindungseigenschaft bzﬁ_.-zur Erhohung der Oxidationsbestandigkeit

15 ist die Nickelschicht 141 noch mit einem Golduberzug 145 versehen. Zur

Verdeutlichung der GréBenabxhessu-ngen werden nachfolgend beispielhaft .
Schichtstiarken, der auf die etwa 1 bis 2 pym starke Aluminiumbeschichtung

der AnschluBfliche 133 aufgetragenen Schichten angegeben:

Zinkatschicht: d =150 nm;

20 Nickelschicht: d=1-5um
Palladiumschicht: d =1 -5 pm;
Gold-Uberzug: d = 100 - 150 nm.

Fig. 20 zeigt schlieSlich noch in einer Variante zu der Darstellung gemiB
Fig. 13, die Moglichkeit, das vorstehend beschriebene Verfahren zur

25 Direktkontaktierung des Drahtleiters 113 mit zugeordneten
AnschiuBflachen 118 bzw. 119 des Chips 115 auch anzuwenden, wenn der
Chip 115 nicht in einer Ausnehmung, sondern vielmehr auf der Oberfliche
eines Substrats 143 angeordnet ist. Bei dem in Fig. 20 dargestellten
Substrat 143 kann es sich beispielsweise um ein Papiersubstrat oder auch

30 ecin beliebig anderes Substrat handeln. Ubereinstimmend mit dem unter
Bezugnahme auf die Fig. 14 und 15 erlauterten Verfahren ist auch hier

beidseitig eines Aufnahme- bzw. Anordnungsbereichs 144 fir den Chip



vi brational |oading of the vibrating punch transverse to t he

| ongi.tudinal axis of a wire conductor that is guided by the vibrating
punch. 10 According to a preferred enbodi nent of the device the
ultrasonic instrument is coupled to a wsre-|aying i nstrunent . A
particul arl yWa#a8confi gurati on of the devi ce becones 15PGRRENN26L|f t he
ultrasonic oscillator of the ultrasonic I nstrument _serves

si nul t aneouslly ¢ine FigierungotgscDrabslgitars b3 in den hieryereinfpchh @it lmsnd | f or

i nstance by pbhe blchh@3 0 BiferflachhbEhdibitnOdessititratd 1 #998FpdsenadiCh a way t hat
the axis of Its effective direction is variable. 20 According to an

alternative solution the wiring device exhiQits the features of Claim
34. An advaligdadiig. 20 daggasialitpettsithryngsform enscheant; inshasopdere weggns

des besonders diinn ausgebildeten Substrats besonders fur die

5 Verwendung als Transponderanordnung bei der Gepickidentifizierung
geeignet. Obwohl in den vorstehenden Ausfithrungsbeispielen zur
Erlduterung des Verfahrens Bezug genommen wird auf aus einer kernlosen
Drahtspule und einer Chipeinheit bestechende Transpondereinheiten,
kénnen natiirlich auch Ferritkernspulen, wie sie beispielsweise zur

. 10 Herstellung von Tiertranspondern eingesetzt werden, verwendet werden.

In jedem Fall kann der Chip oder die Chipeinheit vor oder nach der
Applikation auf bzw. im Substrat gediinnt werden, um die Flexibilitit des
Chips zu erhohen und den Chip gegebenenfalls im Biegeverhaiten an das

Substrat anzupassen.

15



25 It proves to be advantageous for the design of the wiring

device if

the latter is equipped with a w re-gui dance capillary which at least in
the region of a wire-guide nozzl e extends in the wire guide parallel to
t he | ongi tudinal axis. In this manner it is ensured that in 30 the
regi on of thWoMBegui de nozzl e the axial advancing ORCINEEY/0061 t he
W re conductor is not inpaired by ultrasonically induced transverse
| oads. Rather the ul trasonic Ioadin%eextends in the longitudinal
direction of the wire. 35 For t pur pose of introducing the wire
fﬁgductor into the Wi re guide, -however, it proves to be advantageous if
5
10 .
Patentanspriiche
Verfahren zur Kontaktierung eines Drahtleiters (113) bei der
Herstellung einer auf einem Substrat (111) angeordneten, eine
15 Drahtspule (112) und eine Chipeinheif {115) aufweisenden Trans--
pondereinheit, bei dem in einer-ersten Phase der Drahtleiter (113)
tiber die AnschluBflache (118, 119) oder einen die AnschluBBfliche
aufnehmenden Bereich hinweggefiihrt und relativ zur AnschiuBfli-
che (118, 119) bzw. dem der AnschluBfliche zugeordneten Bereich
20 auf dem Substrat (111) fixiert wird, und in einer zweiten Phase die
Verbindung des Drahtleiters (113) mit der AnschluBlfliche (118,
119) mittels einer Verbindungseinrichtung (125, 137) erfolgt.
Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
25 daB zur Verbindung des Drahtleiters mit der AnschluBfliche eine
Ultraschalleinrichtung verwendet wird.
Verfahren nach Anspruch I,
dadurch gekennzeichnét,
daB sowohl zur Verbindung des Drahtleiters mit der Anschlufifliche
30 als auch zur Anordnung der Drahtspule auf dem Substrat eine Ultra-
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13 Wi re guide conprises, spaced fromthe w re-guide nozzle, at | east

one wire-feed channel extending obliquely in relation to the

| ongi tudi nal axis of the wre. 5 Wth a view to avoiding ultrasonically
I nduced transverse | oads on the wire conductor in the region of the

Wi re-guide WOP#Be it also helps if 3-he ul trasoni ¢ genePEF/DES70R261
arranged coaxially with respect to the W re guide. 10 The process
accordi ng to the pehadlginrightapg| versandeswittht are sui tabl e for

i mpl enenting the process are el ucidated bel ow i n exenplary nmanner on

t he basis of the draw ngs.
4. Verfabren nach Anspruch 1 oder 3,

dadurch gekennzeichnet,
dafl die Anordnung der Drahtspule auf dem Substrat des Drahtlei-

5 ters mittels einer als Ultraschalleinrichtung ausgebildeten Verlege-
vorrichtung erfolgt, derart, daB der Drahtleiter (20} in einer Rich-
tung quer zur Verlegeebene (28) mit Ultraschall beaufschlagt wird,
und die durch die Ultraschallbeaufschlagung erzeugte Querbewe-
gung (24) der Verlegevorrichtung (22) der in der Verlegeebene (28)

10 verlaufenden Verlegebewegung (29) iiberlagert wird.

5. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,
da8 die Querbewegung (24) lings einer im Winkel zur Achse der
Verlegebewegung (29) verinderbaren Querbewegungsachse erfolgt. -

15 6. Verfahren nach einem oder mehreren-der vorangehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,
daB die Ultraschallfrequenz und/oder der Winkel zwischen der Ach-
se der Verlegebewegung (29) und der Querbewegungsachse (24) in
Abhingigkeit von der gewiinschten Eindringtiefe des Drahtleiters

20 (20) verdndert wird.

7. Anwendung des Verfahrens zur Anordnung einer eine Spule und
eine Chipeinheit aufweisenden Transpondereinheit auf einem
Substrat nach einem oder mehreren der vorangehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, |
25 daB ein Spulenendbereich (44) und ein Spulenanfangsbereich (43)
einer durch die Verlegung auf dem Substrat (21) ausgebildeten

Spule (41) iiber eine Substratausnehmung (45) hinweggefithrt wer-

den.
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[I'lustrated are: 15 Fig. 1 a schematic representation of the wiring
of a, wi re conductor- on a substrate by neans of

ul t rasound; Fig. 2 an electron mcrograph for the purpose of 20
representing a wire conductor enbedded in the substrat e;
Fig. 3 a WPeT3vgisdevi ce for wiring 3 W re conductor by PpCIDEY700261

means of ultrasound; 25 Fig. 4 5 wire conductor wired in coil form

on a 8. Verfabbest naheAnrspriacleAds gui ded away via a recess in
the wire CondUCtgardurch gekennzeichnet,
daB die Ultraschallbeaufschlagung des Drahtleiters (20) im Bereich

der Substratausnehmung (45) ausgesetzt wird.

5 9. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,
daB zur Uberquerung eines bereits verlegten Drahtabschnitts im
Uberquerungsbereich (57) die Ultraschallbeaufschlagung des
Drahtleiters (20) ausgesetzt und der Drahtleiter (20) in einer ge-

10 geniiber der Verlegeebene (28) beabstandeten Uberguerungsebene

gefiihrt wird.

10. Anwendung des Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprii-
che 1 bis 9 zur Herstellung eines Kartenmoduls (64) mit einem
Substrat (55), einer auf dem Substrat verlegten Spule (50) und einer
15 mit der Spule (50) verbundenen Chipeinheit (58), wobei in einer
* Verlegephase mittels der Verlegevorrichtung (22) eine Spule (50)
mit einem Spulenanfangsbereich (51) und einem Spulenendbereich
(52) auf dem Substrat (55) ausgebildet wird und in einer nachfol-
genden Verbindungsphase mittels eineér Verbindungsvorrichtung
20 (60) eine Verbindung zwischen deh Spulenanfangsbereich (51) und
dem Spulenendbereich (52) mit AnschluBflichen (59) der Chipein-
heit (58) durchgefithrt wird.

¥1.  Verfahren nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet,

25 daB das Substrat aus einem vliesartigen Material, insbesondere Pa-
pier oder Karton, besteht und die bei der Verlegung erfolgende
Verbindung mittels einer zwischen dem Drahtleiter (20) und der

Substratoberfliche angeordneten Kleberschicht erfolgt.

R ) O 1



30 Fig. 5 a coil configuration that is varied in conparison
wth Fig. 4 with wire ends guided away via a substrate
recess; Fig. 6 the placenent of a chip unit in the substrate 35

recess represented in Fig. 5;
t hABAMEt i on of the wire epgds represented in FCT/DEITN0261

Fig. 7

10

15

20

30

12.

13.

14.

15.

Verfahren nach Anspruch 10 oder 11,

dadurch gekennzeichnet,

daf} die Verbindung des Spulenanfangsbereichs (51) und des Spulen-
endbereichs (52) mit den AnschluBflichen (59) der Chipeinheit (58)

mittels eines Thermokompressionsverfahrens erfolgt.

Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
daB gleichzeitig die Herstellung einer Mehrzahl von Kartenmodulen
(64) erfolgt, derart, daB in einer Zufithrphase einer eine Mehrzahl
von Verlegevorrichtungen (22) und Verbindungsvorrichtungen (60)
aufweisenden Produktionsvorrichtung (72) eine Mehrzahl von einem
Nutzen (70) zusammengefaBten Substraten (55) zugefithrt wird,
anschlieBend in der Verlegephase eine Mehrzahl von Spulen (50)
gleichzeitig auf in einer Reihe angeordneten Substraten (55) ausge-
bildet wird, | o
anschlieBend in der Verbindungsphase eine Mehrzaht von Chipe.in-

. heiten (58) iiber ihre AnschluB3flichen (59) mit den Spulen (55) ver-
bunden wird, und _ ,
schlieBlich in einer Vereinzeiungspﬁase eine Vereinzelung der Kar-

tenmodule ('64) aus dem Nutzenverbund erfolgt.

Anwendung des Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprii-
che 1 bis 9 zur Herstellung einer rotationssymmetrischen Kérper-
spule,

dadurch geke'nnzeichnel,

daB der Drahtleiter (20) auf einem als Wicklungstriger (80) ausge-
bildeten, relativ zur Verlegevorrichtung (22) rotierenden Substrat

verlegt wird.

Verfahren nach Anspruch 14,
gekennzeichnet durch

die Herstellung einer einstiickig mit einer Schwingmembran verbun-

- | ‘LA A A

14



Fig. 5to termnal areas of the chip unit which s inserted
I n the recess; 5 Fig. 8 a production device for the manufacture of
card nodul es; Fig. 9 the wiring of a wire conductor
by neans of ultrasound on a rotationally symetrical w nding
10 WO RTINS Fig. 10 a noving coil of a | owdspesdeaeeruni t

manuf act ur ed
wi ndi ng form 15denen Fagchspile eiaet bagtispregheedinledtt i on representation of a

ri bbon

10

15

20

16.

17.

18.

19.

20.

by means oB&ultrasonic wiring on a cylin

cabl e equi pped with wire conductors;

Anwendung des Verfahrens nach einem der Anspriiche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,

daB eine der Anzahl der gewiinschten Kabelleiter entsprechende An-
zahl von Verlegevorrichtungen (22) quer zur Lingsachse eines
flachbandférmigen Substrats (86) angeordnet ist und eine Relativ-
bewegung zwischen dem Substrat (86) und den Verlegevorrichtun-

gen (22) in Liangsachsenrichtung des Substrats (86) erfolgt.

Verfahren nach einem oder mehreren der vorangehenden Anspriiche,
dadurch gekenn'zeichnet,

dafl vor der Verbindung des Drahtleiters (113) mit der AnschluBfli-
che (118, 119) eine Vorbehandlung der Aluminiumoberflache der
AnschluBfliche (1 18,1 19) erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 17,

dadurch gekennzeichnet,

daB zur Vorbehandlung eine mechanische Beseitigung einer auf der
Aluminiumoberfliche angeordneten Oxidschicht mittels Beaufschla-
gung der AnschluBfliche (118, 119) durch die Ultraschalleinrich-
tung (125) erfolgt.

Verfahren nach Anspfuch 17,
dadurch gekennzeichnet,

daB die Aluminiumoberfliche zur Vorbehandlung mit einem Reini-

gungsverfahren beaufschlagt wird.

Verfahren nach Anspruch 19,

dadurch gekennzeichnet,
daB als Reinigungsverfahren ein Trockenitzverfahren, ein NaBitz-

verfahren oder eine Laserbeaufschliagung der Aluminiumoberfliche

eingesetzt wird.

dri cal
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Fig. 12 another wiring device for wiring a wire conductor 20

by means of ultrasound. Fig. 1 shows, in a schematic representation,
the wiring of a wire conductor 20 on a substrate 21 by neans of a
W ring device 22 with a wire guide 23 which is subjected to the 25
action of ul tWaSH¥Ms The wiring device 22 represent ®GTDEIW0H 1 s
designed to be capabl e of being diSplaced along three axes and is

subj ect ed t o2ihe YerfakyengrachAnspawhnt.whi ch stinulates the 30 wire guide 23
to execute oscil I@a?iup‘g, t?aen}g%q,rgg JrPL/‘?n’FFQttS (arrow 24), which in the
exanpl e represented I n FIg. are - aligred perpendi cular to a wiring
pl ane 28 spanned dap die Alumisipmobexfifebe 28r \Xgbeharddlungymit einer mghf-ace 27.
schichtigen Kontaktmetallisierung (138, 139) mit einer auf die Alu-
5 miniumfliche als Zwischenschicht (140) aufgebrachten Zinkat-
schicht und einer fiir die Kontaktierung mit dem Drahtleiter (113)

vorgesechenen Verbindungsschicht (141, 142) versehen wird.

22. Verfahren nach Anspruch 21,
‘dadurch gekennzeichnet,

10 daB die Verbindungsschicht als eine Nickel- oder Palladium aufwei-

sende Schicht ausgebildet ist.

23. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,
daB die durch Ultraschall bewirkte Schwingungsbeaufschlagung des
15 Drahtleiters (1 13). in einer im wesentlichen zur AnschluB3ftiche
(118, 119) parallelen Ebene und quer zur Liangsachse des Drahtlei-

ters (113) erfolgt. .

24, Verfahren nach Anspruch 23,
dadurch gekennzeichnet,
20 daB die durch Ultraschall bewirkte Schwingungsbeaufschlagung des

Drahtleiters (113) zur bereichsweisen Entferung einer Drahtleiteri-

solierung dient.

25. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,
25 daB die Fixierung des Drahtleiters (113) auf einem Kunststoffiri-
gerbogen erfolgt. der zusammen mit dem Drahtleiter (113) und dem
Chip (115) ein Karteninlet (110) zur Herstellung einer Chipkarte
bildet.

A TN A 1



35 For the purpose of wiring, the wire conductor
Wi re-gui de nozzle 30 while executing a continuous
the direction of the arrow 29, wher

20 i s noved out of a
advanci ng novenent in
eby at the same tinme the

Wi re gui de 23 executes a Wi ring novenent 29 which extends parallel to
the wiring woptams 28 and which in Fig. 1 can be retracedchpesmdoa
course of the wre-conductor section ready wired on the 5 substrate 21.
On this wiri26g n¥eefzbran nachi Ahspeutleds i n the region of the front

lateral edge 25 ypafhg P LRE Ly fichner,

10

15

27.

28.

29.

30.

daf} die Fixierung des Drahtleiters (113) auf dem Kunststofftriger-
bogen und die Verbindung des Drahtleiters mit den AnschluBflichen
des Chips (115) zur Ausbildung einer mechanischen Aufhingung des
Chips am Kunststofftrigerbogen dient.

Verfahren nach einem oder mehreren der vorangehenden Anspriiche, |

dadurch gekennzeichnet,
dafl die Fixierung des Drahtieiters (113) durch Verlegung mit einer

eine Ultraschalleinrichtung aufweisenden Verlegevorrichtung er-

folgt.

Verfahren nach Anspruch 25,

dadurch gekennzeichnet,

 daB die Ultraschalleinrichtung (121) zur Verlegung des Drahtleiters

(113) auf dem Trigerbogen eine Schwingungsbeaufschiagung des
Drahtleiters (113) quer zur Lingsachse des Drahtleiters (113) und
quer zur Oberfliche des Triagerbogens bewirkt, und die Ultraschall-
einrichtung (125) zur Verbindung des Drahtleiters (113) mit der
AnschluBfliache (118, 119) eine Schwingungsbeaufschlagung des
Drahtleiters (113) in einer im wesentlichen zum Tragerbogen paral-

lelen Eben und quer zur Lingsachse des Drahtleiters (113) bewirkt.

Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens nach einem oder
mehreren der Ansérﬁche 1 bis 28 mit einem Drahtfiithrer (23) und
einem Ultraschallgeber (34), wobei der Ultraschallgeber (34) derart
mit dem Drahtfithrer (23) verbunden ist, daB der Drahtfithrer (23)

zur Ausfithrung von Ultraschallschwingungen in Lingsachsenrich-

tung angeregt wird.

Vorrichtung nach Anspruch 29,

gekennzeichnet durch

-
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the arrow 29, the oscillating transverse novenent 24 is superi nposed.
This results in an inpinging or inpacting of the w re-guide nozzle 30
on the wire conductor 20 which is 10 repeated in rapid succession
corresponding to the ultrasonic frequency, leading to a conpression
and/ or ?%’ﬁ?'é@é!?ent of the substratg material in the r R§EOEIM026}
contact point 32. 15 Fig. 2 shows in sectional representation, which
corresponds roughfigen der fEabiguessehpitt dpe Drabieipgrs (113 trilyessscumeas-| | - | |

indicated in Fig. se]'xdextl @%h@mgegtergex BB E R @fnzrsmamgﬁnsw?duct or 20

in the substrate sub te represented here is a PVC Sheet,
wher eby for 20 t‘Fﬂé’ sing §s§wwnem&ﬁchbuaenemﬂ Schywingvagsytempelshe wire

conductor is subj@qehe uwamtb \gyamwd&eawaﬁea%rsmenfderuze) géxanpl e, an
ul trasoni c power output of ultrasonic frequency of 40 kHz.

The cont a6t forcesmvtlngunsssmms {7 )vgefehrgen Boakideitars (393) bewiakted to abut
the 25 substrate surface 27 may, in the case of the aforenentioned
31. Vorrichtung nach Anspruch 30,
dadurch gekennzeichnet,
daBl die Ultraschalleinrichtung (125) gekoppelt ist mit einer Verle-

geeinrichtung.

10 32. Vorrichtung nach Anspruch 30 oder 31,
dadurch gekennzeichnet,
daB der Ultraschalloszillator der Ultraschalleinrichtung (125) gleich
zeitig zur Ultraschallbeaufschlagung der Verlegeeinrichtung dient.

33. Vorrichtung nach Anspruch 32,
15 dadurch gekennzeichnet,
daB der Ultraschalloszillator derart angeordnet ist, daB die Achse

seiner Wirkrichtung verinderbar ist.

34. Vorrichtung zur Verlegung eines drahtformigen Leiters auf einem
Substrat gemi#f dem Verfahren nach einem oder mehreren der An-

20 spriiche 1 bis 28 mit einem Drahtfiihrer (94) und einem Ultraschall-

geber (34), wobei der Drahtfithrer (94) neben einem mit dem Ultra-
schaligeber (34) gekoppelten Schwingungsstempel (92) zur Beauf-

schlagung des Drahtleiters (20) mit durch Ultraschall induzierten, in
Langsrichtung des Schwingungsstempels wirkenden, mechanischen

25 Schwingungen angeordnet ist.

35. Vorrichtung nach Anspruch 34,
gekennzeichnet durch
eine mit einer Schwingungsstempelachse (97) koaxiale Schwenkach-

[
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substrate material, lie in the range between 100 and 500 N. As is
evident fromthe representation according to Fig. 2, In a test which
was carried out by adjusting the af orenenti oned paraneters an enbeddi ng
‘of the wire 30 conductor 20 into the substrate 21 was obt ai ned

subst anti al wQ9mgodss rt ue of a conpressjon of the substratecroesmeerial in a

conpression region 33 of the substrat mat erial which here is
crescent - shapedse (18®).The wiring principle represented in Fig. 1 can be
uni versal |y enpl oyed. For instance, departing fromthe use el uci dat ed

in detail below in connection with the
36. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Anspriche 29 bis 35,

dadurch gekennzeichnet,
daBB der Drahtfithrer (23) eine Drahtfuhrungskapillare (37) aufweist,
s die zumindest im Bereich eines Drahtfihrermundsticks (30) langs-

achsenparallel im Drahtfithrer (23) verlauft.

37. Vorrichtung nach Anspruch 36,
dadurch gekennzeichnet,
daB der Drahtfiihrer (23) beabstandet zum Drahtfithrermundstiick
10 (30) mindestens einen schrig zur Drahtfﬁhrerlingsachse verlaufen-
‘den Drahtzufithrkanal (38, 39) aufweist.

38. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Anspriiche 29 bis 37,
dadurch gekennzeichnet,
daB der Ultraschallgeber (34) koaxial zum Drahtfithrer (23) ange-

15 ordnet ist.

39. Vorrichtung zur Durchfithrung des Verfahrens zur Herstellung eines
Kartenmoduls nach einem oder mehreren der Anspriiche 10 bis 28

unter Verwendung einer Vorrichtung nach einem oder mehreren der

Anspriiche 14 bis 19, aufweisend:

20
eine Nutzenzufiihrstation (65) zur Zufiihrung einer Mehrzah! von in
einem Nutzen (70) angeordneten Substraten (55),
eine Verlegestation (66) mit einer Mehrzahl in einer Reihe quer zur
25 Produktionsrichtung angeordneten Verlegevorrichtungen (22),

eine Bestiickungsstation (67) mit mindestens einer Bestiickungsvor-
richtung (76) zur Bestiickung der einzelnen Substrate (55) mit einer

Chipeinheit (58) und
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manuf acture of a card nodule (Figs. 4 to 7), the principle may al so find
application in connection with the wiring of wre coils in plastic
casings, for instance in order to forman aerial for a cordl ess

t el ephone (nDblle phone) or 5 in order to forma neasuring coil of a
sensor. WRPHEMB shows the wiring device 22 in an indi VFHRE0261
representation with an ultrasonic generator 34 which is arranged
coaxially with respect to the wire gui & 23 and is 10 ri gidly connected to
the latter in a ceme%mwx@gmnoﬁ%s) mit Qmea{énstebﬁervabmﬂ.@w&ﬁ 22
represented in Fig. is of tiona symmetrical construction. The
wire guide 23 Tt?bmgi g3 zr é&ﬁ?’rﬂépﬂs Gﬁgﬁ%mﬂ'h‘&ﬂ“%‘dﬂé egemSipeten-n t he
region of the w r‘inﬁﬂh?ﬁergﬁy(ls?)m éiﬁéﬂe.fpu%ﬁé?adﬁex"énéhe(% def Rl dea’ Y 37

whi ch in conparison wt | ongi t udi nal™ bore
5 Verlegevorrichtungen (22) auf den Substraten (55) ausgebildeten

Spulen (50).
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36 has a narrowed dianeter that is natched to the di aneter of the wire

conductor 20. The wire-guidance capillary 37 serves primarily to be
able to align the wire conductor exactly in the wiring plane 28 (Fig.
). 20 In the enbodi nent exanple represented in Fig. 3 there are
arranged to tWORBPHEof the wire guide 23, above the wire- PCT/REIME2G0zz| e
and | eading into the |ongitudinal bore 36, two w re-feed channels 38,
39 which extend obliquely dowwards 25 in the direction of the w re-guide
nozzl e 30. The wre- feed channels 349 39 serve for lateral

I ntroduction of the wi re conductor 20 into the wire guide 23, so that
the wire conductor 20, as represented in Fig. 3, extends laterally

on a slant into the wire-feed channel 38, through the 30 |ongitudinal bore
36 and, gui ded out of the w re-gui dance capillary 37, through the wire
guide 23. In thid case the mul ti ple arrangenent of the wire-feed
channel s 38, 39 perngts selection of the wre-supgl igde of the wire
gui de 23 thatf is favourable in t I wen cagg.lyséf
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.

As is further evident fromFig. 3, the wire-guide nozzle 30 I s of
convex construction in the region of a wre outlet 40
17 in order to enable a deflection of the wire conductor 20 that is

‘as non-damagi ng as possible in the region of the cont act_ poi nt (Fig.
1) or in thewoosydes of the wre outlet 40 in the course %ﬁgrn?wglo%?
operation represented 5 in Fig. 1.
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Al t hough not represented in any detail in Fig. 3, the wire gui de 23 may

be equi pped with a wire-severing instrunent and a wi re-advanci ng
instrument. In this case the wire- 10 severing device may be directly
Integrated into the wire- gui de nozzle 30. Fig. 4 shows a wire conductor
20 which,  WOR73pH8 purpose of formng a coil 41 which i n PRTDEYLWS

takes the formof a high-frequency coil, is wired on a substrate 42. The
coil 41 here has a substantially 15 rectangul ar configuration with an
initial coil region 43 and a final 39| region 44 which are gui ded away
via a w ndow shaped substrate recess 45. In this case the initial
coil region 43 and the final coil region 44 are in paral | el alignnment

gh they 20 accept betmeeF lqinﬁin the region
trasSonic wiring of

In the course of the u

with a main COitF Is@rénd 46 whi
of the substrate’recess .

tllg ul tree i

interrugted wh

lbeing gui ded
ng operati on,
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alignment of the wire conductor 20 in an unrestrained regi on 47 between
the recess edges 48, 49 | ocated opposite one anot her and on the other
hand 'in order to rule out 30 stressing of the connection between the wire
tonductor 20 and the substrate 42 in the region of the recess edges 48,
49 by tensi| ewobwsmses on the wire conductor 20 as a C O rRERRESOBR oY

ul trasoni ¢ | oadi ng. 35 Fig. 5 shows, in a configuration that is nodified
in conparison with Fig. 4, a coil 50 with an initial coil region 51
and a final coil region 52 which are guild@d, -
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18 angled in relation to a main coil strand 53, into an interior
region of the coil 50. The coil 50 is arranged on a substrate 55 which
conprises a substrate recess 56 in the interior region 53 of the coi

'50. In order to be able to 5 guide away both the initial coil region 51 and
t he final WQHI048egi on 52 via the substrate recess 56, i RCTMEIVYRE of
the configuration represented in Fig. 5 the final coil region 52 has to
be gui ded away beforehand in a crossing region 57 via the main coi
strand 44. In order in this 10 case to5Mevent danmage to or a parti al
stripping of the wire conductor 20, simlarly as_in the region of the
substrate recess 56 the ultrasonic |oading of thelwire cpnductor 20 is
interrupted in the crossing region 57. Furtherfpore, the WMre guide 23 is
slightly raised in the 15 <crossing region 57.
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Fig. 6 shows, in a view of the substrate 55 correspondi ng to the course
of the line of intersection VI-VI in Fig. 5, the placenent of a chip
unit 58 in the substrate recess 56, 20 wherein term nal areas 59 of the
chip unit 58 are caused to abut the initial coil region 51 and the
final coil reWPA#H30418 52, Fig. 7 shows the subsequent RGHPERTODIS of
the termnal 25 areas 59 of the chip unit 58 to the initial coil region 51
and to the final coil region 52 by neans of a thernode 60 whi ch under

t he i nfluence of pressure and tenperatuggg creates a connection by
material closure between the wire - conductor 20 and the term nal areas
59, as an overall 30 result of which a card nodule 64 is forned. In
the case of the chip unit 58 represented in Figs. 6 and 7 it may al so
be a question, as in all other renaining cases where nention is nade of

a chip unit, either of an
. 57 A0
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35 individual chip or of a chip nodule which, for instance, conpri ses
a chip which is contacted on a chip substrate or even a plurality of
chi ps. Furthernore, the connection

19 represented in Figs. 6 and 7 between the coil 50 and the t erm nal
areas 59 is rWO97/3M18 i cted to the connection to one chi p BeRPEPEPISLS
generally to the connection of el ectroni ¢ conponents conprising term nal

areas 59 to the 5 coil 50. In this casezyy may be also a question, for
exanpl e, of capacitors.
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Furthernore, it becones clear fromFigs. 6 and 7 that the substrate
recess 56 is so dinensioned that it substantially 10 accepts the chip unit
58. Wth a viewto sinplifying the alignnent of the term nal areas 59 of
‘the chip unit 58 in t he course of the placenment of the chip unit 58
preceding WwaeseaBual contacting, the chip unit 58 nay bePEHRERWIoN
its contact side 61 conprising the termnal areas 59 with 15 an alignnent

aid 62 which here is constructed in the rgyner of a bridge. The
alignment aid 62 is dinensioned so as to correspond to the spacing a
which the initial coil region 51 and the final coil region 52 have from
one another in the region of the substrate recess 56 (Fig. 5). 20

Fig. 8 shows a production device 63 that serves for the manuf act ure of
card nodul es 64 that areJESREEas i - finished products in the

manuf acture of chip cardd. e

calpénndulﬁg 64 manuf actured by neans
of the production 25 device 63 here h Y , by pay of exanple, the structure
AY L
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represented in Figs. 5, 6 and 7 with, in each instance, a coil 50 and a
chip unit 58 arranged on a common substrate 55. 30 The production
device 63 represented in Fig. 8 conprises five stations, nanely a feed
Station 65, a wiring station 66, an assenbly station 67 and a
connecti on stwoisaeds as wel | as an extraction station GBCI/DEYHIS) t he
feed station there is supplied to the production device 63 a so-called
yield 70 which exhibits in a common C(y}Bosite a plurality of substrates
55 - here for
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20, representational reasons only twenty - which are connected to one
.anot her via points of separation which are not represented here in any
detail. The yield 70 is supplied by means of a transport instrunent 71
to the wiring station 5 66 which conprises at a portal 73, which extends
t¥agsyersgly :n rglation to the production direction 72 and I s capabl e
0 eing displaced in the production_directjon . 72, .four | | cal
wiring devices ZZPEPFEﬂﬁeﬁﬁﬁngﬁv?ﬁﬁAf°r cﬁ?é?%&*?%gad@ﬁf%e%ogéﬁéﬁéfsupplied
with the wire conductor 10 20 via four wire-conductor coils 74. For the '
pur pose of formng the coil configurations represented by way of
exanple in Fig. 5, the wiring devices 22, which are capable of bei ng

di spl aced al ®hg plrespott dnvedtisnergilepeactd a pPragpesppraptfingntenkhe

Wi ring planep%@a&ﬁh%‘t%>€l¥§m 1 and also to a device having the
features of Claim 29 or 34 for implementing the process.

5 1In particular in the course of the manufacture of
transponder units arranged on a substrate and comprising,
by way of essential elements, a wire coil and a chip unit

. which has been contacted with the ends of the coil, the

contacting of the ends of the coil with the terminal areas

10 of the chip unit proves to be a particular problem. This
is mainly due to the very small dimensions of the
components to be connected to one another. For instance,
the terminal areas of a éhip unit, which as a rule are of
square or approximately square design, customarily have an

15 edge length of about 100 to 150 gm. By way of coil wire,
particularly for the purpose of forming low-frequency
coils, use is made of a cobper wire having a diameter which
as a rule amounts to around 50 pum.

20 As can be gathered from WO 91/16718, for instance, in the
past a direct contacting of the ends of the coil wire with
the terminal areas of a chip unit has been circumvented
through use being made, by way of coupling element between
the ends of the coil wire pertaining to a wire coil

25 arranged on a coil substrate and the terminal areas of the
chip unit, of a contact substrate comprising enlarged
terminal areas, so that by virtue of the contact faces of
the contact substrate that are Very large in comparison
with the diameter of the coil wire a confact could be

30 brought about without making great demands as regards the
precision of the relative positioning between the ends of
the coil wire and the contact faces. Since with the known
process the chip unit is equipped with additional contact
conductors for the purpose of making contact with the

35 enlarged terminal areas of the substrate, in the case of

the manufacturing process known from WO 91/16718 a total of



After wiring of the wire conductors 20 corresponding to the Coi
tonfiguration represented in Fig. 5, the yield 70 with the coils 50
formed thereon is noved on further to the assenbly station 67. In the
present case the connection 20 station 68 is conbined with the assenbly
station 67 in such a way that, on a portal 75 which is capable of being
di splaced in the production direction 72,,both an assenbly device 76
and a connecting device 77 are arranged s0 as to be capabl e in each

I nst f ' ' .0 - ' ' [ ;.0 he port al
I?ES ?gctehios %g%%esﬁféegggirnﬂb#ﬁﬁiéce 6%2%; \%s cgre(ag%nr %gtalfecl)ln of chip

units 58  Limakhn thigetablish an Wwisctzd cadd v gonsdiisddyice sonsgEement

of the chi p ytidSerP&nd ﬁéﬁnmwéﬁ)r@mw@ Hirit @nd thelb@re _
connecting devjce 77 serves to bring the term nal areas 30 59 of the chip

units 58 i nt¥ontact with the coil 50, as | represented in Fig. 7.
After assnbly and contacting, the yield 70 is noved on further into

the eXtraCt'fHEE%ﬁgéégl&%ﬁeff?f%&”kﬁadfﬁygﬂé¥$n is therefore to propose
a process and also a device enabling direct contacting of
wire ends on the terminal areas of a chip unit.

10 This object is achieved by means of a process having the
features of Claim 1 and by means of a device having the
features of Claim 29 or 34. '

With the process according to the invention, in the course
15 of the manufacture of a transponder unit arranged on a
substrate and comprising a wire coil and a chip unit, the
coil wire is guided in a first process step via the
assigned terminal area of the chip unit, or a space that is
intended to accept this terminal area, and is fixed to the
20 substrate. By this means an exactly defined alignment of
the coil wire relative to the terminal area is obtained
after the first process step has been carried out. In the
second process step the connection of the wire conductor to

the terminal area is then effected by means of a connecting
25 instrument.

By virtue of the process according to the invention there
is no longer any necessity, with a view to bringing the
terminal areas of the chip unit into contact with the ends
30 of the coil, to provide a separate contact substrate on
- which enlarged terminal areas are formed. Rather, the coil
substfate, which is used in any case as substrate for the‘
wire coil and which, for example in the case where the
transponder unit is intended to serve for the manufacture
35 of a chip card, is formed by means of a plastic support
sheet corresponding to the dimehsions of the chip card,
serves virtually as a contacting or positioning aid for the



35 of the yield 70 takes place wth subsequent separation of t he

substrates 55, or firstly a separation of the substrates 55 - that
to say, a dispersion of the " ) 21
conposite yield - and subsequently the extraction of the i ndi vi dual
substrates 55 which now take the formof card nodul es 64. 5 Fig. 9

shows a particular application of the progess

10

15

20

25

30

35

relative positioning of the ends of the coil in relation to
the terminal areas of the chip unit. 1In this case the chip
unit may either be arranged in a recess in the substrate
provided for this purpose or may be provided on the surface
of the substrate. The first alternative affords the
possibility of arranging the chip unit in the recess
optionally prior to fixation of the wire conductors or of
introducing the c¢hip unit into the recess only after
fixation of the wire conductors, in order subsequently to
implement the actual contacting of the wire conductors on
the terminal areas.

By virtue of the wire conductors which are fixed on the
coil substrate the process according to the invention
consequently enables simplified contacting of the wire
conductors with the terminal areas of the chip unit.

Advantageous embodiments of the process are subjects of
Claims 2 and 3. '

With one variant of the process, which independently of the
process according to Claim 1 for bringing a terminal area
into contact with a wire conductor also enables an
advantageous arrangement of the wire conductor on the
substrate, the wire conductor is subjected to the action of
ultrasound in a direction transverse to the wiring plane,
and the transverse movement of the wiring device induced by
the action of ultrasound is superimposed on the wiring
movement extending in the wiring plane.

The superimposition of the wiring movement together with
the transverse movement countersinking the cross-section of
the wire conductor in the surface of the substrate or
bringing it into close contact with the latter enables
continuous operation of the wiring device, so that the wire
conductor is capable of being connected to the surface of

the substrate not only in the region of definite connecting

S



el uci dated by way of exanple on the basis of Fig. 1 for the manuf act ure
«of a~cylindrical formed coil 79 wherein the substrate takes the form of
a cylindrical w nding support 80 and the wiring or enbeddjng of the

wi re. conductor 20 on 10 the wi nding support 80 is effected in the course of
rotation 81 of the w nding support 80 wi th sinultaneous superi nposed
translation 82 of the wiring device 22. 4 As Fig. 10 shows, the w nding
support 80 may al so take the 15 formof a cylindrical extension of a

plastic vibrdidt® but GwahragmiEhdth ilthicdEpedleactnal §4riag that in the
e | P SRSt bt b AR S e PR | beng
i ndi cat ed | Fuxttherhihre 0 Hhoy mmariredseudeyerniemt dmducg@d. by ultrBsgundl
shows, by "‘@% Q;es?”lzcl%*beé poaorgfiié{h%xfl%p'éfﬁiét‘l%ohuringt RRePLRCEEgstNAt has
been described, @ ribbon-‘cabl’'e secti‘on
5 partial countersinking or the close contacting of the
cross-section of the wire, since the movement induced by
the ultrasound extends in the direction of sinking and not.
transversely thereto, as is the case with the process
described in the introduction.
10
It proves to be particularly advantageous if the transverse
movement induced by ultrasound takes place along a
transverse-movement axis that is variable as regards its
angle in relation to the axis of the wiring movement. By
15 this means it is possible to adjust the transverse-movement
axis so as to conform to the special requirements. Thus it
is possible in the case where an elevated temperature of
the wire conductor to be countersunk is desired, possibly
. depending on the substrate material, to align the
20 transverse-movement axis more in the direction of the
wiring-movement axis, in order in this way to obtain a
greater longitudinal-force component which acts on the wire
conductor and which as a consequence of the associated
rubbing of the wire guide on the wire conductor results in
25 heating of the same. In order to obtain a rate of sinking
of the wire conductor in the surface of the substrate that
is as high as possible it can be advantageous to align the
transverse-movement axis at an angle of 45° to the wiring-
movement axis, in order to achieve a shearing effect in the

30 substrate material that is as great as possible.

In order to vary the depth of penetration of the wire
conductor into the surface of the substrate, the ultrasonic
frequency and/or the angle between the axis of the wiring

35 movement and the transverse-movement axis may also be
varied.



85 with a substrate 86 taking the formof a ribbon cable 25 which, adjoined
. on hoth sides by points of separation 87, I's provided with substrate
recesses 88 arranged in a row “transverse to the longitudinal direction
~of the substrate 86. On the substrate 86 there are | ocated, arranged
parall el to one another and extending in the [ongitudinal 30 direction of
the substrate 86, a plurality of wre onductors 20 which are wired on’
the substrate 86 in the manner represented by way of exanmple in Fig. 1.

In this t | ;e kde < ] '
of the pointgﬁgﬁlggﬁﬁﬁgﬁﬁ5%pg€q$%g%%ﬁégg3%§fggkg ?gggggéggs%ﬂg8&§%%§apoints
of separ ati opfsdhee wWigie andusstion dnoshef form gfegeVérai el rPBbbAScabl e

pi eces 89, whghghed R TSR rate FOECERESpRBPAEE bheBoRheangRg theeach
'nstance at %ﬂﬁ%éﬂg%nductor to tefminal areas of a chip unit it can
5 prove particularly advantageous if the final region of the

coil and the initial region of the coil are guided via a

recess in the substrate, so that the subsequent connection

of the terminal areas of a chip unit to the initial region

of the coil and to the final region of the coil can be

10 effected without impairment caused by the substrate
material.

In order to enable an alignment of the initial coil region
and of the final coil region that is as rectilinear as

15 possible between opposite edges of the recess it is.
advantageous to interrupt the exposure of the wire
conductor to ultrasound in the region of the recess.

An interruption of the exposure of the wire conductor to
20 wultrasound also proves to be advantageous for the purpose
of crossiné an already wired section of wire in the
crossing region, whereby in addition the wire conductor in
the crossing region is guided in a crossing plane that is
spaéed from the wiring plane. This ensures that a crossing
25 of wire conductors becomes possible without it being
- possible for damage to occur in the process as a result of
collision of the wire conductors, which could possibly
. result in destruction of the insulation of the wire
conductors.
30 )
The use of the process described above in various
embodiments has also provedito be particularly advantageous
for the manufacture of a card module having a substrate, a
coil which is wifed on the substrate and a chip unit which
35 is connected to the coil. In this case a coil having an
initial coil region and a final coil region is formed on

the substrate in a wiring phase by means of the wiring



22  of a piece of ribbon cable. In particularly favourable manner
‘this“results in contacting possibilities for connector plugs or
connector sockets with the wire conductors 20 without the wire
conductors having firstly to 5 be exposed for this purpose. The substrate
recesses 88 are I ntroduced into the substrate 86 in a stanping process
W th an appropriately fornmed punch to® , whereby as a result of t he
spaci ng of the stanpings the spacing of the points of separation 87 is
preset. SubSEydeRr| ?nflhénaﬁprgb‘gﬁﬁgtlgp%j ¢OTPREpAPRIPRARE | AusoRN_EBEPRat e i s
covered witRot herwihal areasdudt ehe 28ipwhAlebysi bréligbt cabéut bBetesn of

W ring deyi ces .correspondi ng .t h;hg R nbga 8% Lre conductors Zghe are
arranged ab %@ tfé %8%5F§§P8“W%Fcﬁ Fs 963e8 8ﬁ%f?ﬁ |ﬁ%?}?p q5
_ coil by means of a connecting device.
: _ _

As a result of the integration of the wiring of the wire
conductor on the substrate into a process for the
manufacture of a card module on the basis of any substrate
that permits an at least partial penetration of the wire

10 conductor into the surface of the substrate or close
contact of the wire conductor against the surface of the
substrate, this application of the process enables the.
formation of card modules that  are easy to handle and that
are used as semifinished prbducts in the manufacture of

15 chip cards. With a view to completion of the chip card the
card modules are'then, as a rule, provided on both sides
with laminated surface layers. Dépending on the
configuration and thickness of the substrate material, the
connection between the wire conductor and the substrate

'20 material can be effected via a more or less positive
inclusion of the cross-section of the wire conductor in the
surface of the substrate - for instance, when the substrate
is formed from a thermoplastic material - or by means of a
predominantly close-contact fixing of the wire conductor on

25 the surface of the substrate, for instance by bonding the
wire conductor together with the surface of the substrate.
The latter will be the case, for example, when the
substrate material is a fleece-type or woven-fabric-type
support.

30

' Particularly in the course of the manufacture of paper

bands or card bands such as are used, for example, for
identifying luggage, the connection of the wire conductor
to the surface of the substrate via a layer of adhesive

35 between the wire conductor and the surface of the substrate
has proved to be advantageous. In this case the wire

conductor comes into close contact against the surface of



Fig. 12 shows, in a nodification of the wiring device 22 represented in

Fig. 3, a wiring device 91 which, like the W ring device 22, conprises
an ultrasoni c generator 34. As distinct fromthe wiring device 22,
thereis no wire guide 20 fastened to the connection region 35 of the
ultrasonic generator 34 but rather a yvibrating punch 92 which, as
represented in Fig. 12, serves to subject the mﬁre conductor 20 which

i s guided bqgmeen rOfI|%9 enqagg %Q i surf%ﬁ1 ﬁf t he bstrate 21
to the actio Tat™ A& RILRET5Hs e%g Oﬁ]dlvr‘}@ S HEY G udi nal
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enconpasgy ng of the wire conductor 20. As distinct fromthe wiring
FRINE (T SRR AR S S R
use of a thermocompression process for connecting the
initial region of the coil and the final region of the coil
to the terminal areas of the chip unit has proved to be
10 particularly effective.

It is possible for a further increase in the effectiveness
of the application of the process as described above to be
achieved if é'plurality of card modules are manufactured at
15 the same time in such a way that in a feed phase a
plurality of substrates arranged collected together in a
yield are supplied to a card-module production device
comprising a plurality of wiring devices and connecting
devices and subsequently in the wiring phase a plufality of
20 coils are formed simultaneously on substrates arranged in a
row, then in the connection phase a plurality of chip units
are connected via their terminal areas to the coils and
finally in a separation phase a separation of the card
modules from the composite yield takes place.
25 ' '
Furthermore, an application of the process for the
manufacture of a rotationally symmetrical coil bobbin has
proved advantageous wherein the wire-shaped conductor is
wired on a substrate taking the form of a winding support
30 and rotating relative to the wiring device. For the
purpose of establishing the relative rotation there is the
possibility either to cause the substrate to rotate about
its longitudinal axis in the case of a stationary wiring
device oxr, in the case of a stationary substrate, to move
35 the wiring device on a trajectory about the longitudinal
axis of the substrate, or even to superimpoée the two

aforementioned types of motion.



35 here, is formed froma guidance tube 95 arranged |aterally on the

ul traSonic generator 34 with an el bow nozzle 96 which is forned in the
direction of the profiled end 93 and

23 " which enables lateral supply, here directed obliquely downwar ds,
of the wire conductor 20 in the direction_of the profiled end 93. Hence,
as represented in Fig. 12, the ~ wre cofiduct or 20 can be gui ded betmeen
the profil edTﬁgda%?srémght& el BEBY 5 Ae PUACHE On 2 W b SLLLACE, Ol d
substrate 17in or 0 enanre revi ous descr connec |on

consideration in particular for the manufacture of a moving
coil of a loudspeaker unit that is integrally connected to
a vibrating diaphragm.

According to another application of the process the process
serves to wire a wire-shaped conductor on a substrate by
means of a wiring device that subjects the wire conductor
to ultrasound with a view to manufacturing a ribbon cable,

10 whereby a number of wiring devices corresponding to the
number of cable conductors desired is arranged transversely
in relation to the longitudinal axis of a ribbon-shaped
substrate and a relative movement between the substrate and
the wiring devices takes place in the direction of the

15 longitudinal axis of the substrate.

In order to achieve a reliable and operationally dependable
contact between the wire conductor and the terminal areas
of the chip unit, which are customarily constituted by

20 aluminium surfaces, it is advantageous, particularly when
use is made of a copper wire conductor, to subject the.
aluminium surface of the terminal areas to a preparatory
treatment. With a particularly advantageous embodiment of
the process according to the invention the preparatory

25 treatment of the aluminium surface is virtually integrated
into the actual connecting operation - that is to say, the
contacting of the wire conductor with the terminal areas -
by virtue of the wire conductor being cdnnected to the
terminal areas by means of a cbnnecting instrument taking

30 the form of an ultrasonic instrument. In this case an
oxide layer disposed on the aluminium surface is eliminated
mechanically by subjecting the oxide layer to the
ultrasonic vibrations of the ultrasonic instrument. This
manner of cleansing the aluminium surfaces of the oxide

35 layer, which takes place substantially at the same time as
the actual connecting operation, has the particular
advantage that with regard to shielding the connecting



to,. or,alternatively wiring on, or in, the surface of the ‘substrate 21.

10 Departing fromthe representation in Fig. 12, it is also possible to
provide the wire guide on the wiring device 91, decoupl ed fromthe
ultrasonic generator 34, in order where necessary to enabl e

vi bration-free supply of the wire condg;tor. 15 In the case of the
enbodi nent exanple represented in Fig. 12 the wiring device conprises a
wire coil 99 [ r out axLs.

Arranged | PULAER, fom 5 ERERsEaRay IndhRACRRCT bB MLBS B A S

the wire con@uCK@duzdnen@GNpﬁ@hﬁrﬁe dordexedple - ltlmSop0881bbeehable

arbitrary w gy e%%et%%€N Beta39YUelBsures gﬂt@ﬁdéaetéuﬁ£§9§n9f%ﬁ
substrate 21, the mnrln devi ce 91 conpri ses, coaxial respect to
t he punch axﬁ§ﬂ??t¥9n a fresh oxide layer prior to 1mplementat10n of

5 the connecting operation.

If, on the other hand, as an alternative to the afore-
mentioned ultrasonically induced removal of the oxide layer
in conjunction with an ultrasonic connecting operation a |

10 preparatory treatment or cleansing process is chosen that
is decoupled from the actual connecting operation, the
connecting operation itself can be carried out in an inert
or reducing atmosphere. '

15 The use of etching processes that have great selectivity
proves to be particularly advantageous for the puipose of
cleansing the aluminium surfaces pertaining to the terminal
areas of oxide 1ayefs. An example of dry-etching processes
is ion-beam etching. But the use of processes that can be .

" 20 implemented easily, such as wet etching or oxide-layer
removal by laser treatment, in particular by excimer-laser
treatment, is also advantageous.

_ With a view to preventing renewed oxidation of the

25 aluminium surface there is also the possibility of
providing the aluminium surface with a multilayered contact
metallisation having a zincate layer applied to the
aluminium surface by way of intermediate layer and having
an interconnect layer which is disposed on said zincate

30 layer and which is provided for making contact with the
wire conductor. In this case the zincate layer serves
primarily to eliminate the oxide layer on the aluminium
surface, and the interconnect layer, which may for instance
consist of nickel or palladium or corresponding alloys,

35 serves to improve the adhesion to the copper wires which
are used'as a rule by way of wire conductors.



25 pivotal axis 100. In the | anguage of the present patent _
application the terns "W re-shaped conductor” and "w re conductor™
general ly " desi gnat e conductors for the transm ssion of signals that 30
have a defined | ongitudinal extent and therefore with respect to their
external shape are of w re-shaped conibruction. However, the term"wre
conductor” is not restricted to netal F'c conductors but al so desi gnates

Gl ass 11 bre. 10t e thon e e Hesk: 82 af b dhedi i RBE BoRr owi ng
medi a. Parti d@iradstabdidieng theasonpestd onhbetwagnctbeswaredcandugtovi ded
with an and the terminal areas it proves to be particularly
advantageous if the vibrational loading of the wire
5 conductor which is brought about by ultrasound takes place
in a plane substantially parallel to the terminal area and
transverse to, for instance at right angles to, the
longitudinal axis of the wire conductor. For, by virtue of
the transverse flexibility of the wire conductor which is
10 fixed on the substrate on both sides of the terminal area
in the longitudinal direction the greatest possible
relative movements can be achieved between the wire
condﬁctor-and the aluminium surface by means of the
ultrasonic loading of the wire conductor which takes place
.15 "transverse to the longitudinal axis of the wire.

Ixrrespective of the type and manner of the preparatory
treatment and also of the choice of the connecting process
it is a particular advantage if by way of coil substrate

20 use is made of a plastic support sheet which together with
the coil and the chip unit forms a card inlet for the
manufacture of a credit card or such like. Alternatively,
.differing configurations of the coil carrier are also
possible which in each case - that is to say, irrespective

25 of the particular configuration - merely have to enable
secure bilateral fixation of the wire conductor relative to
the terminal areas of the chip unit. By this means a
virtually suspended arrangement and hence a "floating
acceptance" of the chip in the substrate also becomes

30 possible. For instance, the use of a sheet of paper by way
of coil substrate is also possible, in which connectlon the
wire conductor may.be fixed on the substrate via an
adhesive layer which is provided on the sheet of paper and
which adheres to the wire conductor, or even via an

35 adhesive layer which is provided on the wire conductor

- itself, for instance a layer of baking lacquer.



24 adhesive surface it is also possible for the conductors to be

di sposed in nultiple |ayers | ocated on top of one anot her, the | ownest

. layer being connected to the surface of t he substrate and other |ayers
bei ng'connected in each 5 instance to conductor |ayers arranged bel ow t hem
The adhesi on may, for exanple, be obta#ged via a coating of the
conductor with baking |acquer which with gard to its adhesi ve effect

|'s capabl e O&ﬁ@s%%c%%"ev%tfe‘%f%\’ t%%”%fotfgil EﬂﬁailEE}:Q“wﬂicﬂei‘équé?Yi a an

appropriate plastrc coati ng. ig. a card inlet pertaining to a

chi p. card wi fify Provesr &esphen@sivantiogepyendd thenvarei cendvrtornésaf txed

uni t; Figh the aubptidealoy aaesenirabl @i rehgt iesedifleht! Rhich is
employed in any case for the éoil-shaped arrangement of the

5 wire conductor on the substrate and which enables a
continuous or intermittent connection of the wire conductor
to the surface of the substrate. In this case,
particularly when use is made of plastic substrates, it
proves to be advantageous if by way of wiring instrument an
10 wultrasonic instrument is employed which enables an at least

partial embedding of the cross-section of the wire
conductor into the surface of the substrate and hence
enables fixation with good adhesion.

15 A particularly good fixation of the wire conductor on the
surface of the substrate and the establishment of a
particularly reliable comnection of the wire conductor to
the terminal areas of the chip unit is possible if the
ultrasonic instrument which is used for the wiring and

20 fixation of the wire conductor on the substrate brings
about a vibrational loading of the wire conductor
transverse to the longitudinal axis of the wire conductor
and transverse to the surface of the substrate, and if the
ultrasonic instrument which is used for connecting the wire

25 conductor to the terminal areas brings about a vibrational
loading of the wire conductor in a plane substantially
parallel to the substrate and transverse to the

lbngitudinal axis of the wire conductor.

30 The wiring device for wiring a wire-shaped conductor on a
substrate by means of ultrasound comprises a wire guide and
an ultrasonic generétor, whereby the ultrasonic generator
is connected to the wire guide in such a way that the wire
guide is stimulated to execute ultrasonic vibrations in the

35 direction of the longitudinal axis.



15 represented in Fig. 13 according to the course of the line of

intersection Il-11, for the purpose of elucidating the manuf act uri ng
process; Fig. 15 another sectional representation of the card inlet
20 represented in Fig. 13 according to the course of the line of
intersection I11-111;" Fig. 16 a rep&gsentation corresponding in its
view to Fig. 14 f.or the purpose of eluCidating an alternative procedure

25 with subseq équg'ﬁgg' f i it . . Ei t cont acting
of the chip aﬁ??ggpp Léi e&g%hggégﬁg%t_QHS%%gﬁﬁFnéstgFgF8£1f7?8r 30 Fig.
18 a possi bl dmpmmant ing dhe P RGErSiMgn &0 kheg invention :

comprises an ultrasonic instrument with a vibrating punch
partially encompassing the cross-section of the wire and

5 having an ultrasonic oscillator which brings about a
vibrational loading of the vibrating punch transverse to
the longitudinal axis of a wire conductor that is guided by
the vibrating punch. '

10 According to a preferred embodiment of the device the
ultrasonic instrument is coupled to a wire-laying
instrument.

A particularly simple configuration of the device becomes
15 possible if the ultrasonic oscillator of the ultrasonic
instrument serves simultaneously for ultrasonic loading of
the wiring instrument, for instance by the ultrasonic
oscillator being arranged in such a way that the axis of
its effective direction is wvariable.
20 ,
According to an alternative solution the wiring device
exhibits the features of Claim 34. An advantageous
embodiment exhibits the features of Claim 35.

25 It proves to be advantageous for the design of the wiring
device if the latter is equipped with a wire-guidance
capillary which at least in the region of a wire-guide
nozzle extends in the wire guide parallel to the
longitudinal axis. In this manner it is ensured that in

30 the region of the wire-guide nozzle the axial advancing
movement of the wire conductor is not impaired by '
ultrasonically induced ﬁransverse loads. Rather the
ultrasonic loading extends in the longitudinal direction of
the wire.

35
For the purpose of introducing the wire conductor into the

wire guide, however, it proves to be advantageous if. the



of.a chip with contacting according to the process represented in Fig.

17; i Fig. 19 anot her possible contact netallisation of a 35 term nal
area of a chip; 25 Fig. 20 a
representation corresponding inits viewto Fig. - 14 of a transponder

unit arranged on a coil substrate. 13

wire guide comprises, spaced from the wire-guide nozzle, at
least one wire-feed channel extending obliquely in relation
to the longitudinal axis of the wire.

5 With a view to'avdiding ultrasonically induced transverse
loads on the wire conductor in the region of the wire-guide
nozzle it also helps if the ultrasonic generator is
arranged coaxially with respect to the wire guide.

10 The process according to the invention and devices that are
suitable for implementing the process are elucidated below
in exemplary manner on the basis of the drawings.
Illustrated are:

15 PFig. 1 = a schematic representation of the wiring of a

wire conductor on a substrate by means of

ultrasound;
Fig. 2 an electron micrograph for the purpose of
20 representing a wire conductor embedded in the
substrate;
Fig. 3 ‘a wiring device for wiring a wire conductor by

means of ultrasound;

25
Fig. 4 a wire conductor wired in coil form on a
substrate with ends guided away via a recess in
the wire conductor;
30 Fig. 5 a coil configuration that is varied in comparison

with Fig. 4 with wire ends guided away via a
substrate recess;

Fig. 6 the placement of a chip unit in the substrate
35 recess represented in Fig. 5;



Fig. 13 shows a chip-card inl'et 110 which, with a viewto 5 the manufacture
of a chip card by way of end product mhlch - 1s not represented in any
detail here, is provided with bilateral surface |ayers which as a rule
are applied onto the chip-card inlet in the formof |amnated | ayers
covering the surface. 10 The chi p- carg4inlet 110 consists here of a
coil substrate 111 formed fromplastic nmaterial, onto which a wre coi

112 is appli ith th | o] s.end a
wre conductgggilg S &f%%%o%%'ttéggu aggeoﬁggg E§§¥ rg?Fe B£€§a % 111 by
means of a wiring inst®FdgentS to terimdnalsapeasr efr thenchipi wnahywhikehi |l in

Fig. 13 and is parh@alH%eg@@gdq§dthgtgegggsc0|I substrate 111 by
ultrasonic | oading, as can be gathered fromFig. 14. 20 As is evident

furthernore fromthe representation accordi ng to Fig. 13, in the coi
substrateslliig.r @cess alb¥dduction device for the manufacture of card

modules;

Fig. 9 the wiring of a wire conductor by means of
ultrasound on a rotationally symmetrical winding
10 form;

Fig. 10 a moving coil of a loudspeaket unit manufactured
by means of ultrasonic wiring on a cylindrical
- winding £form;

15
Fig. 11 a longitudina1¥section representation of a ribbon
cable equipped with wire conductors;
Fig. 12 another wiring device for wiring a wire conductor
20 by means of ultrasound.

-Fig. 1l shows, in a schematic representation, the wiring of

a wire conductor 20 on a substrate 21 by means of a wiring

device 22 with a wire guide 23 which is subjected to the
25 action of ultrasound.

The wiring device 22 represented in Fig. 1 is designed to
be capable of being displaced along three axes and is
subjected to the action of ultrasound which stimulates the

30 wire guide 23 to execute oscillating transverse movements
(arrow 24), which in the example represented in Fig. 1 are
aligned perpendicular to a wiring plane 28 spanned by
lateral edges 25, 26 of a substrate surface 27.

35 For the purpose of wiring, the wire conductor 20 is moved
out of a wire-guide nozzle 30 while executing a continuous
advancing movement in the direction of the arrow 29,



provi ded which serves to accept a chip unit constituted here by an -

i ndi virdual chip 115. The chip unit nay, as in the present case, be
constituted nmerely by the chip 115. 25 However, it is further possible for
the chip unit to be formed froma so-called "chip nodul e which accepts
one or even several cased chips. As is further evident from Fig.

13, the wire conductor 113 30 which is witPed for the pur pose of form ng
the wire coil_,112

th i bsi 11 1. W i d
116, "0 07 PRt g i i e e iR RSl d ¢ Gt
the chip 115.wirBiy nopenerss2? orhicipl erendas parad ledntactheg wifringe wire
ends 116 pide V44 MA@ @l AN 1R p i 028 BB bel LedladelP s cht® Wil |

be el uci dated T hore det ai “bel'ow with reference to ]
course of the wire-conductor section already wired on the

5 substrate 21. On this wiring movement, which extends in
the region of the front lateral edge 25 in the direction of
the arrow 29, the oscillating transverse movement 24 is
supérimposed. This results in an impinging or impacting of
the wire-guide nozzle 30 on the wire conductor 20 which is

10 repeated in rapid succession corresponding to the
ultrasonic frequency, leading to a compression and/or
displacement of the substrate material in the region of a
contact point 32. | |

15 fig. 2 shows in a sectional representation, which
corresponds roughly to the course of the line of
intersection II-II indicated in Fig. 1, the embedded
arrangement of the wire conductor 20 in the substrate 21.
The substrate represented here is a PVC sheet, whereby for

20 the purpose of embedding the wire conductor 20 the wire -
conductor is subjected via the wiring device 22 to, for
example, an ultrasonic power output of 50 W and an
ultrasonic frequency of 40 kHz, The contact force with
which the wire-guide nozzle 30 is caused to abut the

25 substrate surface 27 may, in the case of the aforementioned
substrate material, lie in the range between 100 and 500 N.
As is evident from the representation according to Fig. 2,
in a test which was carried out by adjusting the
aforementioned parameters an embedding of the wire

30 conductor 20 into the substrate 21 was obtained |
substantially by virtue of a compression of the substrate
material in a compression region 33 of the substrate
material which here is crescent-shaped.

35 The wiring principle represented in Fig. 1 can be
universally employed. For instance, departing from the use
elucidated in detail below in connection with the



26.  Fig. 14. The process represented in detail in Fig. 14 is effected
in two successive phases, which here for the purpose of differentiation
are denoted by | and Il. In the phase designated by | the wire end 116
illustrated here is 5 fixed on the coil substrate 111, whereby

si mul t aneousl y as a consequence of thﬁ af orenenti oned wiring process
for applying the wire conductor 113 o ®0 the surface of the coi

substrate 11 ctar g a 15
that is receﬁﬁé %F#Et e ?@2%5%3 %aﬂ?ﬁﬁ ¥SQQQV|gay?o7)hpFﬁ%eﬁflﬁgi§%é
process repr @s¢ned@d Fipdg aplﬂ1cat10tnhénc@pnnggbspnawetllmheswarmgg@ﬂ on a
table 120 toggtheloils in plastic casings, for instance in order to

form an aerial for a cordless telephone (mobile phone) or
5 in order to form a measuring coil of a sensor.

Fig. 3 shows the wiring device 22 in an individual
rebresentation with an ultrasonic generator 34 which is
arranged coaxially with respect to the wire guide 23 and is

10 rigidly connected to the latter in a connecting regioh 35.
Overall the wiring device 22 represented in Fig. 3 is of
rotationally symmetrical construction. The wire guide 23
comprises a central longitudinal bore 36 which in the |
region of the wire-guide nozzle 30 merges with a wire

15 capiliary 37 which in comparison with the longitudinal bore
36 has a narrowed diameter that is matched to the diameter
of the wire conductor 20. The wire-guidance capillary 37
serves primarily to be able to align the wire conductor
exactly in the wiring plane 28 (Fig. 1).

20 |
In the embodiment example represented in Fig. 3 there are
arranged to the side of the wire guide 23, above the wire-
guide nozzle and leading into the longitudinal bore 36, two
wire-feed channels 38, 39 which extend obliquely downwards

25 in the direction of the wire-guide nozzle 30. The wire-
feed channels 38, 39 serve for lateral introduction of the
wire conductor 20 into the wire guide 23, so that the wire
conductor 20, as represented in Fig. 3; extends laterally
on a slant into the wire-feed channel 38, through the

30 longitudinal bore 36 and, guided out of the wire-guidance
capillary 37, through the wire guide 23. In this case the
multiple arrangement of the wire-feed channels 38, 39
permits selection of the wire-supply side of the wire guide
23 that is most favourable in the . given case.: '

35
As is further evident from Fig. 3, the wire-guide nozzle 30
igs of convex construction in the region of a wire outlet 40



with the chip 115 received in the recess 114. By way of wiring
instrument, in the case of the process 15 exanple represented in Fig. 14

use is made of an ultrasonic i nstrunment 121 which with a vibrating
punch 122 enbeds the wi re conductor 113 which is continuously guided
out of a wire guide 123 into the surfage of the coil substrate 111

and t hereby sinultaneously executes a horiZzontal novenent 20 124 on the

surface of g, cole SUBSLEALS 1. adbl dor ton WPIHEALAL Qordietld S

conduct or € surface substrate
descri bed by t:hfet tis ms nonwlamat@ing j&s qusmlgleeflfne@th@j Yegicne orfegfn@n

desi gnat ed bynonrada@ ;S&ﬂt{“%i etm@f i)heof qqpsc%el%gl%ﬁb%efqtt ¢l Ly ehe wire

25 conductor 113 i1s gui ded away w he wre quidé 123 via the chip
115 which is HEiely |-H’1tt[4ée r%‘&‘é%%e 1<1f4 the Wrddlg operatign yFepgesshtiedue
with the fg xaid amigf 1he wire conductor 113 on the right-hand side of
the recess 114 in the region headed by I b by neans of ultrasonic

| oadi ng of the wire 30 conductor via the vibrating punch 122. Al though when
use Although not represented in any detail in Fig. 3, the wire

guide 23 may be equipped with a wire-severing instrument
and a wire-advancing instrument. In this case the wire-
10 severing device may be directly integrated into the wire-
guide nozzle 30. Fig. 4 shows a wire conductor 20 which,
for the purpose of forming a coil 41 which in this case
takes the form of a high-frequency coil, is wired on a
substrate 42. The coil 41 here has a substantially
15 rectangular configuration_with an initial coil region 43
and a final coil region 44 which are guided away via a
window-shaped substrate recess 45. In this case the
initial coil region 43 and the final coil region 44 are in
parallel alignment with a main coil strand 46 which they
20 accept between them in the region of the substrate recess
45, In the course of the ultrasonic wiring of the wire
conductor 20 already elucidated in principle with reference
to Fig. 1 the ultrasonic loading of the wire conductor 20
is interrupted while the latter is being guided away via
25 the substrate recess in the course of the wiring operation,
in order on the one hand to ensure no impairment of the
alignment of the wire conductor 20 in an unrestrained
region 47 between the recess edges 48, 49 located opposite
one another and on the other hand in order to rule out
30 stressing of the connection between the wire conductor 20
and the substrate 42 in the region of the recess edges 48,
49 by tensile stresses on the wire conductor 20 as a
consequence of ultrasonic loading.

35 Fig. 5 shows, in a configuration that is modified in
comparison with Fig. 4, a coil 50 with an initial coil

region 51 and a final coil region 52 which are guided,



. s made of the ultrasonic instrunent 121 descri bed above for wiring the
wi re conductor 113 on the coil substrate 111 a fixation of said wire
conductor arises extending substantially over the entire length of the
wi re conductor 35 113 on the coil substrate 111, in order to realise the
principle of the process it is sufficient if a fixation of the wire
conductor 113 on the coil substrate 111 i&® '

e, oo TR A ARROLELE i T B SMualy e rocess
interior region of the coil 50. The coil 50 is arranged on
a substrate 55 which comprises a substrate recess 56 in the
interior region 53 of the coil 50. In order to be able to
5 guide away both the initial coil region 51 and the final

coil region 52 via the substrate recess 56, in the case of
the configuration represented in Fig. 5 the final coil
region 52 has to be guided away beforehand in a crossing
region 57 via the main coil strand 44. 1In oxrder in this

10 case to prevent damage to or a partial stripping of the
wire conductor 20, similarly as in the region of the
substrate recess 56 the ultrasonic loading of the wire
conductor 20 is interrupted in the crossing region 57.
Furthermore, the wire guide 23 is slightly raised in the

15 crossing region 57.

Fig. 6 shows, in a view of the substrate 55 corresponding
to.the course of the line of intersection VI-VI in Fig. 5,
the placement of a chip unit 58 in the substrate recess 56,

20 wherein terminal areas 59 of the chip unit 58 are caused to
abut the initial coil region 51 and the final coil region
52.

. Fig. 7 shows the subsequent connection of the terminal

25 areas 59 of the chip unit 58 to the initial coil region 51
and to the final coil region 52 by means of a thermode 60
which under the influence of pressure and temperature
creates a connection by material closure between the wire
conductor 20 and the terminal areas 59, as an overall

30 result of which a card module 64 is formed.

In the case of the chip unit 58 represented in Figs. 6 and
7 it may also be a question, as in all other remaining
cases where mention is made of a chip unit, either of an
35 individual chip or of a chip module which, for instance,
comprises a chip which is contacted on a éhip substrate or

even a plurality of chips. Furthermore, the connection



_Wre conductor 113 represented in Fig. 14 via the term nal areas 118,
119 of' ' the chip 115. 5 After the wire conductor 113 is |ocated in the
position ° spanning the assigned term nal area 118 of the chip 115, in
t he phase denoted by Il the connection of the wire conductor 113 to the
termnal area 118 is effected. To 10 this d use is made, in the process
exanpl e represented in Fig. 14, of andther ul trasonic instrument 125

which, as is | | i call f ' riSe filed
ond 126" per ¢ ASPRENPEELA 1) BRee o4 Ba 't HRedhn e SIS BRI OCve
recess. 15 temmunglorkeas delcis beelt amstrigted ref dheneennedtiign t™4 and

15 al'so of fersnd *&pﬁ%a@ié@heéy%mml} S U0 hfction e points of
fixation of the wre conductor on 1he substrate, of guiding the wire

conduct or aneSL ¥ EEIHEF | FOPRORFRL S HeCTRYF I LIl R1gafe P §9 fdease

the overl ap coibetgeenthhehivreasoniitichdy wanthlidie & epudstdlomr = Al So,

several chips_or her Elenents arranged in series on, or
example, or capacitors. i

Furthermore, it becomes clear from Figs. S'and 7 that the
substrate recess 56 is so dimensioned that it substantially

10 accepts the chip unit 58. With a view to simplifying the
alignment of the terminal areas 59 of the chip unit 58 in
the course of the placement of the chip unit 58 preceding
the actual contacting, the-chip unit 58 may be equipped on
ite contact side 61 comprising the terminal areas 59 with

15 an alignment aid 62 which here is constructed in the manner
of a bridge. The alignment aid 62 is dimensioned so as to
correspond to the spacing a which the initial coil region
51 and the final coil region 52 have from one another in
the region of the substrate recess 56 (Fig. 5).

20 | | |
Fig. 8 shows a production device 63 that serves for the
manufacture of card modules 64 that are used as semi-
finished products in the manufacture of chip cards. The
card modules 64 manufactured by means of the production

25 device 63 here havé, by way of example, the structure
represented in Figs. 5, 6 and 7 with, in each instance, a
coil 50 and a chip unit 58 arranged on a common substrate
55.

30 The production device 63 represented in Fig. 8 comprises .
five stations, namely a feed station 65, a wiring station
66, an assembly station 67 and a connection station 68 as
well as an extraction station 69.

35 In the feed station there is supplied to the production
device 63 a so-called yield 70 which exhibits in a common
composite a plurality of substrates 55 - here for



. Jdn, a substrate can be connected by neans of the wre conductor .in the
manner represented in Fig. 14. 25 Furthernore, Fig. 15 shows clearly
that, in contrast with the vibrational |oading 128 induced by

ul trasound which is effected in the |ongitudinal direction of the

vi brating punch 122 of the ultrasonic,jnstrunent 121, the vibrational
30 loading 129 of the vibrating punch 127 1 nduced by ul trasound is

ef fected trapayorserta Bnahonahbiisnahiy cwdhtgCligflioh Lhe dbigeconguctor

113 and para surface o col | “substrate I'S
vi brational to ongadneihexgviaspedrtsceft gepaprbienrehigh aseswpleri nposed,

35 so that thepWekenterdheirer ihlanYhidehaks .r e¢reVeileld 9Yi d8dgupp1i@aner in
the profiled, end 126 of_ the VIbratlng %unch 127 i s, moved, back and forth
in oscillatiha Wﬁﬁﬁgrognaeﬁransport nstrument 71 to the wiring station

5 66 which comprises at a portal 73, which extends
transversely in relation to the production direction 72 and
is capable of being displaced in the production direction
72, four identical wiring devices 22 arranged in a fow.

The wiring devices 22 are supplied with the wire conductor

10 20 via four wire-conductor coils 74. For the purpose of
'forming the coil configurations represented by way of.
example in Fig. 5, the wiring devices 22, which are capable
of being displaced along the poftal 73, afe displaced
appropriately in the wiring plane 28 (Fig. 1).

15
After wiring of the wire conductors 20 corresponding to the
coil configuration represented in Fig. 5, the yield 70 with
the coils 50 formed thereon is moved on further to the
assembly station 67. In the present case the connection

20 station 68 is combined with the assembly station 67 in such
a way that, on a portal 75 which is capable of being |
displaced in the production direction 72, both an assembly
device 76 and a connecting device 77 are arranged so as to
-be capablé in each instance of being displaced in the

25 longitudinal direction of the portal 75. In this case the
assembly device 76 serves for extraction of chip units 58
from a chip-unit reservoir 78 and for subsequent placement
of the chip units 58 in the manner represented in Fig. 6.
The connedting device 77 serves to bring the terminal areas

30 59 of the chip units 58 into contact with the coil 50, as
represented in Fig. 7.

After assembly and contacting, the yield 70 is moved on
further into the extraction station 69. Here an extraction
35 of the yield 70 takes place with subsequent separation of
the substrates 55, or firstly a separation of the
substrates 55 - that is to say, a dispersion of the



-28 . pressure in the region of the termnal area 118 above the latter.
On the one hand this results in any oxide skins that nay be present on
the term nal area 118 being ripped open and eroded, on the other hand a
wel di ng subsequently 5 results, given appropriately high or increased
cont act pressure 130, of the wire condugtor 113, which here is for med
fromcopper, to the alumniumtermnal aréa 118. In case the wre

conductor 113.i 'cﬁﬁk Rt h 'rEH% ' can
al so be rennég%ﬁ%€§?%% %%cil%ﬂ%ii?ﬁﬁgggﬁgﬁﬁlbac q%ﬁgﬂ¥%$$ﬁl?#tt%§ region
of the t ekpglal duakssubgtrakes e quantiake dendioqm jof card °
connecti on priydeUuss Ysgescri bed between the wire conductor, whi ch

i mmedi ately beforehand is still protected agai nst oxi dation by the
i nsul ation, and the term nal area becones

5 Fig. 9 shows a particular application of the process
elucidated by way of example on the basis of Fig. 1 for the
manufacture of a cylindrical formed coil 79 wherein the
substrate takes the form of a cylindrical winding support
80 and the wiring or embedding of the wire conductor 20 on

10 the winding support 80 is effected in the course of
rotation 81 of the winding support 80 with simultaneous
superimposed translation 82 of the wiring device 22.

As Fig. 10 shows, the winding support 80 may also take the
15 form of a cylindrical extension of a plastic vibrating
diaphragm 83 of a loudspeaker unit 84, so that in the
manner represented in Fig. 9 a moving coil 85 is capable of
beihg manufactured such as serves, in combination with a
permanent magnet indicated in Fig. 10, to form a
20 loudspeaker unit 84.

Fig. 11 shows, by way of another possible application of
the process that has been degscribed, a ribbon-cable section
85 with a substrate 86 taking the form of a ribbon cable

25 which, adjoined on both sides by points of separation 87,
is provided with substrate recesses 88 arranged in a row
transverse to the longitudinal direction of the substrate
86. On the substrate 86 there are located, arranged
parallel to one another and extending in the longitudinal

30 direction of the substrate 86, a plurality of wire
conductors 20 which are wired on the substrate 86 in the
manner represented by way of example in Fig. 1. 1In this
case the wire conductors 20 are guided away in the region
.of the points of separation 87 via the substrate recesses

35 88. The points of separation serve for the definition of
predetermined ribbon-cable pieces 89, whereby the substrate

recesses 88 are then arranged in each instance at one end



15 .possi bl e. - In the coil substrate 111 represented in Figs. 14 and 15

the recess 114 is arranged so as to be |arger than the correspondi ng

di nensions of the chip 15, so that a 20 circunferential gap 130 results

bet ween the chip 115 and t he edges of the recess 114. By this neans a
virtually "floating acceptance"” of the ip 115 in the recess 114 is
possi bl e, whereby, although said chip is subStantially defined inits

| ocation rel ati | fgg§ﬁr 11, vBXES m nor
relative nnverre%?sé (br]%@e% resu ts@%]ﬁl%he Iaré 5rﬁtalge %&J tf%y VI r?’t&% of

the | am nati ng Mannewpditis JrefIekes | HeFIntadid nchiosmidildt iesr £8pl i cation

of the bi | il ot f;]amgé el o d &deddt S WAHH R Wite the
chip can at |east iﬁétlald% voi d theIPressure e} ds 30 ssqci ated wi.th the

| am nati ng oper<&it SEHdEG Fhe wing, crq 300, figstdli 59 n
the course & the exposedn fat i tigl Dpeurion | Tisd gﬁubfsta@rttel welcedigeed 88 are

introduced into the substrate 86 in a stamping process with
-an appropriately formed punch tool, whereby as a result of
the spacing of the stampings the spacing of the pbints of
‘separation 87 is preset. Subsequently the appropriately

10 prepared continuous substrate is covered with the wire
conductors 20, Whereby in this case a number of wiring
devices corresponding to the number of wire conductors 20
are arranged above the substrate which is moved '
longitudinally.

15
Fig. 12 shows, in a modification of the wiring device 22
represented in Fig. 3, a wiring device 91 which, like the
wiring device 22, comprises an ultrasonic generator 34. As
distinct from the wiring device 22, there is no wire guide

20 fastened to the connection region 35 of the ultrasonic
generator 34 but rather a vibrating punch 92 which, as
represented in Fig. 12, serves to subject the wire
conductor 20 which is guided between a profiled end 923 and
the surface of the substrate 21 to the action of mechanical

25 vibrations extending in the longitudinal direction of the
vibrating punch 92 and induced by ultrasound. In order in
this case to enable reliable guidance of the wire conductor
20, the profiled end 93 is provided with a concave recess
which is not represented in Fig. 12 in any detail and which

30 enables partial encompassing of the wire conductor 20.

As distinct from the wiring device 22 represented in Fig.
3, on the wiring device 91 a wire guide 94 is provided
which, in the case of the embodiment example represented

35 here, is.formed from a guidance tube 95 arranged laterally
on the ultrasonic generator 34 with an elbow nozzle 96
which is formed in the direction of the profiled end 53 and



ln, order also in the case of the "floating acceptance"” of 35 the chip in

the recess 114 descri bed above to be able to carry out an exact
positioning of the wire conductor 113 on the termnal area 118, the
wi re conductor 113 can be 29
tracked via a correspondi ng transver se- noveggnt axis 131 of - the

ultrasonic instrument 125,

| which enables lateral supply, here directed obliquely
downwards, of the wire conductor 20 in the direction of the
profiled end 93. Hence, as represented in Fig. 12, the
wire conductor 20 can be guided between the profiled end 93

5 of the vibrating punch 92 and the surface of the substrate

21 in order to enable the previously described connection
to, or alternatively wiring on, or in, the surface of the
substrate 21.

10 Departing from the representation in Fig. 12, it is also
possible to provide the wire guide on the wiring device 91,
decoupled from the ultrasonic generator 34, in order where
necessary to enable vibration—ffee supply of the wire
conductor.

15

' In the case of the embodiment example represented in Fig.
12 the wiring device comprises a wire coil 99 which is
capable of rotating about a winding axis 98 arranged
transverse to the punch axis 97 and which serves to supply

- 20 the wire conductor 20 into the wire guide 95.

In order to enable arbitrary wiring of the wire conductor

20 on the surface of the substrate 21, the wiring device 91

comprises, coaxially with respect to the punch axis 97, a
25 pivotal axis 100.

In the language of the present patent application the terms
"wire—shaped conductor” and "wire conductor" generally
designate conductors for the transmission of signals that

30 have a defined-longitudinal'extent and therefore with
respect to their external shape are of wire-shaped
conatruction. However, the term "Wire conductor" is not
restricted to metallic conductors but also designates
conductors made of other materials, for example light

35 guides made of glass fibre, or even conductors that serve
for the guidance of flowing media. Particularly in the
case where the conductors used are provided with an



Al though with reference to the process exanple represented 5 in Figs. 14
and 15 two different ultrasonic instruments 121 and 125 were nenti oned
in the foregoing description, there is also the possibility, given
appropriate design of the ultrasonic instrunment 121, of making use of
the latter both ~ for the wiring and/or fixation of the wire conductor on
the 10 surface of the coil substrate 111 d for the connection of t he

‘1"‘1r9_e CO”dUCtAor 1%‘8%% é@eﬁﬁa%’S'aYl%ﬁS%c%?l%le féxeréﬂé“aéorﬁiuecaco&@fg

: _ i'S vari ed 1'n conparison
with Figs. 14-bﬂddisposedepnemehtanl¢rﬂ&Y%ES haragefl 1on top @m& n only

after fixation,g ﬁ 13@ f&ﬁégﬁtpayéll?b@fhg corttottd frasand L4 lof
substrate 111 on recess 114 is a chip. 132 introduced

into said recetie $%b5tra6?d%?dsPﬁ%?¥a%é¥ﬁE§3P%ﬁ491QQRPQQH%QKhRHQ%ﬁPCﬁ t he
chip 132 205 i{h8chheel €6666ndldtdp BapdLS @rméd Qe Xy titRdm j S The
suitable for thﬁhsubse quent gont act i ng ofb eb d vi conduct.ar 113f VIV:' th
an assi gned t eRFRSICGr BEY 13590 S¥ABPE, D€ O taied viz 4 coating of the
conductor with baking 1acquer which with regard to its
adhesive effect is capable of being activated by means of
the action of heat, or via an appropriate plastic coating.
10 '
Fig. 13 a card inlet pertaining to a chip card with a

transponder unit formed from a wire coil and a chip unit;

Fig. 14 a sectional representation of the card inlet
15 represented in Fig. 13 according to the course of the line
of intersection II-II, for the purpose of elucidating the

manufacturing process;

Fig. 15 another sectional representation of the card inlet
- 20 represented in Fig. 13 according to the course of the line
of intersection III-III;

Fig. 16 a representation corresponding in its view to Fig.
14 for the purpose of elucidating an alternative procedure
25 with subsequent application of a chip unit;

Fig. 17 the contacting of the chip unit applled
subsequently according to Fig. 17;

30 Fig. 18 a possible contact metallisation of a terminal area
of a chip with contacting according to the process
represented in Fig. 17;

Fig. 19 another possible contact metallisation of a
35 terminal area of a chip;



chijp 132, the latter is equipped on its contact side 134  wth
bridge-type alignment aids 135, in each instance 25 arranged adjacent to a

term nal area 133, which provide for correct relative positioning via
gui de bevel s 136. Fig. 17 shows, in addition, a thernode instrunent
137 which can be enployed as an alternatjve to the ultrasonic 30
instrunment 125 by way of a connecting i nst r fent  whi ch enabl es a

connection of the w con er. p ure ... and t.enper.ature |l qadi ng
to the assi gneog:I 21 rr# 6n)a? %érjél?aé§é%e£@lén \/é’??rseoéﬁ%n%fngt hlgl clg:gé;&e}"or? © ﬁg’
processes reprebemedittr@geonder nit IErranpged/ arhey edis, subghmatei.pl e,

the possibility of 35 establishing the connection between the wre

conduct or and the termnal areas by_a superinposition of ultrasonic
Fig. 13 shows a chip-card inlet 110 which, with a view to

5 the manufacture of a chip caxrd by way of end product which
is not represented in any detail here, is provided with
bilateral surface layers which as a rule are applied onto
the chip-card inlet in the form of laminated layers
covering the surface. '

10 _
The chip-card inlet 110 consists here of a coil substrate
111 formed from plastic matetial, onto which a wire coil
112 is applied with the aid of wire-laying technology. To
this end a wire conductor 113 is wired on the surface of

15 the coil substrate 111 by means of a wiring instrument
which is not represented in any detail in Fig. 13 and is
partially embedded into the coil substrate 111 by
ultrasonic loading, as can be gathered from Fig. 14.

20 As is evident furthermore from the representation according
to Fig. 13, in the coil substrate 111 a recess 114 is
provided which serves to accept a chip unit constituted
here by an individual chip 115. The chip unit may, as in
the present case, be constituted merely by the chip 115;

25 However, it is further possible for the'chip unit to be
formed from a so-called "chip module" which accepts one or
even several cased chips.

As is further evident from Fig. 13, the wire ‘conductor 113

30 which is wired for the purpose of forming the wire coil 112
on the coil substrate 111 is contacted with wire ends 116,
117 on an assigned terminal area 118 and 119; respectively,
of the chip 115.

35 A process for implementing the contacting of the wire ends
116, 117 with the terminal areas 118, 119 of the chip 115

will be elucidated in more detail below with reference to



30 . loading and tenperature |oading, for exanple by neans of a

heat abl'e ultrasonic instrunent. In order to enable a connection of
the copper wire 5 conductor 113 to the aluminiumterm nal areas 133 of the
ichip 132, the terminal areas 133 are provided with a " contact

‘metal lisation 138 (Fig. 18) or 139 (Fig. 19). The cont act
netallisations 138, 139 conprise, in corresé&nding manner, a zincate

layer serving as, internedjate |layer 140 10 which seryves.as foundation for
2 hi kel | ayer PRA dibi | e DTQUFAS HoPEGREntACh 1oy cpfeidonradis- 14 s
nmetallisati on BEffeatedh in twialswarbasnivey ghabés,i whiibh hese dbxt hlRecont act

metal lisation 133 0 @ 4 AL VR el RRrERAeEY B9and IT. In the
phase designated by I the wire end 116 illustrated here is
5 fixed on the coil substrate 111, whereby simultaneously as
a consequence of the aforementioned wiring process for
applying the wire conductor 113 onto the surface of the
coil substrate 111 the wire conductor 113 is guided away
via the chip 115 that is received in the recess 114. With
10 a view to implementing the process represented in Fig. 14,
the coil subgtrate 111 ié-arranged on a table 120 together
with the chip 115 received in the recess 114.

- By way of wiring instrument, in the case of the process

15 example represented in Fig. 14 use is made of an ultrasonic
instrument 121 which with a vibrating punch 122 embeds the
wire conductor 113 which is continuously guided out of a
wire guide 123 into the surface of the coil substrate 111
and thereby simultaneocusly executes a horizontal movement

20 124 on the surface of the coil substrate 111. This
application of the wire conductor 113 on the surface of the
coil substrate 111, which is described by the term
"wiring", is firstly effected in the region designated by
Ia to the left of the recess 114, subseguently the wire

25 conductor 112 is guided away with the wire guide 123 via
the chip 115 which is arranged'in the recess 114, in order
finally to continue with the fixation of the wire conductor
113 on the right-hand side of the recess 114 in the region
headed\by Ib by means of ultrasonic loading of the wire

30 conductor via the vibrating punch 122. Although when use
is made of the ultrasonic instrument 121 described above
for wiring the wire conductor 113 on the coil substrate 111
a fixation of said wire conductor arises extending
substantially over the entire length of the wire conductor

.35 113 on the coil substrate 111, in order to realise the
principle of the process it is sufficient if a fixation of
the wire conductor 113 on the coil substrate 111 is



capacity or with a view to increasing the oxidation 15 resistance, the

ni ckel layer 141 is also provided with a gol d coating 145. For the
pur pose of clarifying the size di mensi ons, |ayer thicknesses of the
| ayers that are applied to the alum niumcoating, about 1 to 2 [err]m
I n t hi ckness, of the term nal area 133 %re gi ven bel ow by way 20 of
exanpl es: zZincate | ayer: 7150 nm nickel | ayer
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- After the wire conductor 113 is located in the position
spanning the assigned terminal area 118 of the chip 115, in
the phase denoted by II the connection of the wire
conductor 113 to the terminal area 118 is effected. To
10 this end use is made, in the process example represented in
Fig. 14, of another ultrasonic instrument 125 which, as is
.evident in particular from Fig. 15, comprises a profiled
end 126 pertaining to a vibrating punch 127 and provided
with a concave recess.
15 |
The process described above with reference to Figs. 14 and
15 also offers the possibility, by appropriate choice of
the pointé of fixation of the wire conductor on the
substrate, of guiding the wire conductor away diagonally
20 via the terminal areas, in order to increase the overlap
between the wire conductor and the terminal areas. Also,
several chips.or other elements arranged in series on, or
in, a substrate can be connected by means of the wire -
conductor in the manner represented in Fig. 14.
25 |
Furthermore, Fig. 15 shows clearly that, in contrast with
the vibrational loading 128 induced by ultrasound which is
effected in the longitudinal direction of the vibrating
punch 122 of the ultrasonic instrument 121, the wvibrational
30 1loading 129 of the vibrating puhch 127 induced by
ultrasound is effected transverse to the longitudinal
direction of the wire conductor 113 and parallel to the
surface of the coil substrate 111. On this vibrational
loading 128 a slight contact pressure 130 is superimposed,
35 so that the wire conductor 113 which is received in guided
manner in the profiled end 126 of the vibrating punch 127
is moved back and forth in oscillating manner under



recess but rather on the surface of a substrate 143. In the case of the
substrate 143 represented in Fig. 20 it may be a question, for exanple,
of a paper substrate or of any 35 other substrate. Conformng with the
process el uci dat ed: with reference to Figs. 14 and 15, here too on both
si des of an acceptance region or ar r angejent region 144 for the

31 chip 115 a fixation is provided of the wre conductor 113 into

the surface requolissgle it SHESHGSn W8 chE" CormisfleS | AY 94 d Wil o
manner by la a .
latter. On the one hand this results in any oxide skins
that may be present on the terminal area 118 being ripped
open and eroded, on the other hand a welding subsequently
5 results, given appropriately high or increased contact
pressure 130, of the wire conductor 113, which here is
formed from copper, to the aluminium terminal area 118. 1In
case the wire conductor 113 is provided with an external
- insulation the latter can also be removed by the
10 oscillating movement back and forth in the region of the
terminal area 118, so that subsequently the metallic
connection previously described between the wire conductor,
which immediately beforehand is still protected against
oxidation by the insulation, and the terminal area becomes
15 possible.

In the coil substrate 111 represented in Figs. 14 and 15
the recess 114 is arranged so as to be larger than the
corresponding dimensions of the chip 15, so that a

20 circumferential gap 130 results between the chip 115 and
the edges of the recess 114. By this means a virtually:
"floating acceptance" of the chip 115 in the recess 114 is
possible, whereby, although said chip is substantially
defined in its location relative to the coil substrate 111,

25 it is able to execute minor relative movements. This
results in the advantage that, by virtue of the laminating
operation described in the introduction for application of
the bilateral surface layers onto the coil substrate 111,
the chip can at least partially avoid the pressure loads

30 associated with the laminating operation and consequently
the risk of damage to the chip in the course of the

laminating operation is significantly reduced.

In order also in the case of the "floating acceptance" of

35 . the chip in the recess 114 described above to be able to
carry out an exact positioning of the wire conductor 113 on
the terminal area 118, the wire conductor 113 can be



5 In particular on account of the particularly thinly fornmed substrate
the enbodi nent represented in Fig. 20 appears to be particularly
suitable for use as a transponder arrangenent in connection with the

i dentification of | uggage. Al though in the foregoing enbodi ment
exanples 10 reference is made, with a view.to elucidating the process,
tolzransponder Fnits consisting of a corel ds wire coil and a chip
unit, use my .0 ourse, al so_bhe nade of ite- e Ie| C s are
enpl oyed, for te'i?afﬁiﬁ V¥R t%oerreSpo%adr)llur}gag{rfﬁ—"fles%()e%%eﬁimr%rle“}%%gn?ﬁcg%dgrs g O}*S'
I n any case, ttiee aliitprasonie okstprument cléb .be nmade t hi nner prior to or
after the application on, or in, the substrate, In order to increase
the flexibility of the chip-and, where appropriate, tqQ adapt the c%?p
to the substr@&lktheughgeith Defexengr ff fd 9 dransss example represente

5 in Figs. 14_and 15 two different ultrasonic instruments 121

and 125 were mentioned in the foregoing description, there
is also the possibility, given appropriate design of the
ultrasonic instrument 121, of making use of the latter both
for the wiring and/or fixation of the wire conductor on the

10 surface of the coil substrate 111 and for the connection of
the wire conductor 113 to the respectively assigned
terminal area 118 or 119.

A way of proceeding that is slightly varied in comparison

15 with Figs. 14 and 15 is represented in Figs. 16 and 17,
wherein only after fixation of the wire conductor 113 on
the surface of the coil substrate 111 on both sides of the
recess 114 is a chip 132 introduced into said recess. 1In
order simultaneously with the introduction of the chip 132

20 into the recess 114 to enable a positioniné that is
suitable for the subsequent cbntacting of the wire
conductor 113 with an assigned terminal area 133 of the
chip 132, the latter is equipped on its contact side 134
with bridge-type alignment aids 135, in each instance

25 arranged adjacent to a terminal area 133, which provide for
correct relative positioning via guide bevels 136.

Fig. 17 shows, in addition, a thermode instrument 137 which
can be employed as an alternative to the ultrasonic

30 instrument 125 by way of a connecting instrument which
enables a connection of the wire conductor under pressure
and temperature loading to.the assigned terminal area 133.
With both of the connection processes represented in Figs.
14, 15 and 17 there is, in principle, the possibility of

35 establishing the connection between the wire conductor and
the terminal areas by a superimposition of ultrasonic



32 ... ' ' d ai ns 1. Process for the
contacting of & wire conductor (113) 5 In the course of the
manufacture of a transponder unit arranged on a substrate (111)
-and ‘conprising a wire coil (112) and a chip unit (115), wherein in
‘a first . phase the w re conduct or (%3) I's guided away via the
termnal area (118, 119) or a region accepting the 10 termnal area

and is fixed oR e R} 0sld Adndeldtbure loading, for example by means of a

heatable ultrasonic instrument.

In order to enable a connection of the copper wire

5 conductor 113 to the aluminium terminal areas 133 of the
chip 132, the terminal areas 133 are provided with a
contact metallisation 138 (Fig. 18) or 139 (Fig. 19). The
contact metallisations 138, 139 comprise, in corresponding
manner, a zincate layer serving as intermediate layer 140

10 which serves as foundation for a nickel layer 141 applied
to it in the case of the contact metallisation 138, or a
palladium layer 142 in the case of the contact
metallisation 139. With a view to improving the connecting
capacity or with a view to increasing the oxidation

15 resistance, the nickel layer 141 is also provided with a
gold coating 145. For the purpose of clarifying the size
dimensions, layer thicknesses of the layers that are
applied to the aluminium coating, about 1 to 2 pm in
thickness, of the terminal area 133 are given below by way

20 of examples:

zincate layer:

d = 150 nm;
nickel layer: d=1-5 um;
palladium layer: d=1-5 um;

25 gold coating: d = 100 - 150 nm.

Fig. 20 finally shows, in a variant of the representation
~according to Fig. 13, the possibility of applying the
process described above also for the direct contacting of
30 the wire conductor 113 with assigned terminal areas 118 and
119 of the chip 115 if the chip 115 is not arranged in a
recess but rather on the surface of a substrate 143. 1In
the case of the substrate 143 represented in Fig. 20 it may
be a question, for example, of a paper substrate or of any
35 other substrate. Conforming with the process elucidated
with reference to Figs. 14 and,ls, here too on both sides
of an acceptance region or arrangement region 144 for the



relative to the termnal area (118, 119) or the region assigned to
the terninal area, and in a second phase t he connection of the

W re conductor (113) to the termnal area (118, 119) is effected
by neans of a 15 connecting instrunment (125, 137). 2. Process
according to Claima1, characteri sedzzlion t hat for the
purpose of connecting the wire conductor to the term nal area use

i s made of an S [ t

to Claim1l, %ﬂiﬁ i?{Q%ar ag%}e{?%% ?% {%%d of th% WJhréfaor §ﬁ pur pose of
connecting the iEe tbadgeréace reglonst@ftilﬁieet-‘é#bﬁﬁfi%ﬂt%rleéa?' amerer the
purpose of arrafgifignated in slﬁ?li‘fi@dclﬁéﬁn@ﬁ Bersuri ras e use i s made of

an ul trasonic instrunen

5 In particular on account of the particularly thinly formed
substrate the embodiment represented in Fig. 20 appears to
be particularly suitable for use as a traneponder
arrangement'in connection with the identification of
luggage. Although in the foregoing embodiment examples

10 reference is mede, with a view to elucidating the process,
to transponder units consisting of a coreless wire coil and
a chip unit, use may of course also be made of ferrite-core
coils such as are employed, for example, for the |
manufacture of animal transponders.

15 |
In any case, the chip or the chip unit can be made thinner
prior to or after the application on, or in, the substrate,
in order to increase the flexibility of the chip and, where
~appropriate,  to adapt the chip to the substrate as regards

20 its bending behaviour.



30.. 4. ,Process according to Claim1 or 3, characterised in that

the arrangenent of the wire coil on the substrate of the wire
conductor is effected by nmeans of a wiring device taking the form
of an ultrasonic instrunent in 35 such a way that the w re conductor
(20) is subjected to the action of ;utrasound in a direction
transverse to the wring plane (28) and the transverse novenent
33 '
Claims
1. Process for the contacting of a wire conductor (113)
5 in the course of the manufacture of a transponder unit

arranged on a substrate (111) and comprising a wire
coil (112) and a chip unit (115), wherein in a first
phase the wiré conductor (113) is guided away via the -
terminal area (118, 119) or a region accepting the

10 terminal area and is fixed on the substrate (111)
relative to the terminal area (118, 119) or the region
assigned to the terminal area, and in a second phase
the connection of the wire conductor (113) to the
terminal area (118, 119) is effected by means of a

15 connecting instrument (125, 137).

2. Process according to Claim 1,
characterised in that
for the purpose of connecting the wire conductor to
. 20. the terminal area use is made of an ultrasonic
instrument. '

W

Process according to Claim 1,

characterised in that

25 both for the purpose of connecting the wire conductor
to the terminal area and for the purpose of arranging
the wire coil on the substrate use is made of an
ultrasonic instrument.

30 4. Process according to Claim 1 or 3,
characterised in that |
the arrangement of the wire coil on the substrate of
the wire condnctor is effected by means of a wiring
device taking the form of an ultrasonic instrument in
35 such a way that the wire conductor (20) is subjected
to the action of ultrasound in a direction transverse
to the wiring plane (28) and the transverse movement

* c L L] S *




(24)_ of the wiring device (22) generated by the ul trasoni ¢ | oadi ng
i S superinposed on the wring novenment (29) extending in the
iwiring plane (28). 5 5. Process according to one or nore of the

| precedi ng cl ai ns, : characterised in that .the
~transverse novenent (24) takes place al ong 4 transver se- novenent
'axis that is variable as regards 10 its angle in relation to the axis
-of the wiring (24) me¥egBBt wi29g deviceb(22) Ryocesste€ a9y dimg to one
ror nore of the prece ' aracterised, in that

gin , . _Jclaips, 15 ., gg
'the ultrasonic freqth ﬁEgsﬁﬁaFo}°ﬁﬂénﬁaneSB%?ﬁk@BO?% on the wiLindg ot {he

W ring novenent (2%nomatehbe (Rpanexeending in the wiring plane (28).

5 B5. Process accofding to one or more of the preceding
cléims,
characterised in that _
the transverse movement (24) takes place along a
transverse-movement axis that is variable as regards
10 its angle in relation to the axis of the wiring
movement (29).

6. Process according to one or more of the preceding
claims,
15 characterised in that

the ultrasonic frequency and/or the angle between the
axis of the wiring movement (29) and the transverse-
movement axis (24) is varied as a function of the
desired depth of penetration of the wire conductor

20 (20) . '

7. APplication of the process for the arrangement of a

transponder unit comprising a coil and a chip unit on
a substrate according to one or more of the preceding

25 claims,
characterised in that
a final coil region (44) and an initial coil region
(43) of a coil (41) which is formed on the substrate
(21) by the wiring are guided away via a substrate

30 ‘recess (45).

8. Process according to Claim 7,
characterised in that _
the ultrasonic loading of the wire conductor (20) is
35 interrupted in the region of the substrate recess
(45) .

* C L N s *



noyenent axis (24) is varied as a function of the desired depth of

penetration of the wire conductor 20 (20). 7. -Application of
the process for the arrangenent of a transponder unit conprising a
coil- and a chip unit on a substrate according to one or nore of

't he preceding 25 cl ai ns, chagacterised in that a
final coil region (44) and an initial coil ftegion (43) of a coil
(41) which is forne e

gui ded away V|a ‘a s&gggfite 30 1§&Fto one Fr fott B Eg@ ﬂkéb@&lﬁé
according to d ai m glaims, characterlsed in that t he

ul trasoni c | oadi ng hiheteriegeepnrduetet (20) is 35. Fnterrupted in

the region of the S%P tr te recess
or e purpose of crossing a wire section that has

5 already been wired the ultrasonic loading of the wire
conductor (20) is interrupted in the crossing regidn
(57) and the wire conductor (20) is guided in a
crossing plane that is spaced in relation to the
wiring plane (28).
10
10. Application of the process according to one or more of
Claims 1 to 9 for the manufacture of a card module
(64) having a substrate 155), a coil (50) wired on the
substrate and a chip unit (58) connected to the coil
15 (50), whereby in a wiring phase a coil (50) having an
initial coil region (51) and a final coil region (52)
is formed on the substrate (55) by means of the wiring
device (22) and in a subsequent connection phase a
connection is implemented between the initial coil
20 region (51) and the final coil region (52) to terminal
areas (59) of the chip unit (58) by meahs of a
connecting device (60). |

11. Process according to Claim 10,
25 characterised in that
the substrate consists of a fleece-type material, in
particular paper or cardboard, and the connection
which is made in the course of the wiring is effected
by means of a layer of adhesive disposed between the

30 wire conductor (20) and the surface of the substrate.

12. Process according to Claim 10 or 11,
characterised in that
the connection of the initial coil region (51) and of
35 the final coil region (52) to the terminal areas (59)
of the chip unit (58) is effected by means of a
thermocompression process.

) O A 0



(45) -

34 9 Process

accordi'ng to one or nore of the preceding cl ai ns,

characterised in that

- that has 5

- conduct or (20)

10

15

20

25

30

35

_ Is interrupted in the crossing region
i W re conductor (20) is guided in a
Lin relationt(ighe

14.

15.

16.

for the purpose of crossing a wire section
al ready been wired the ultrasonic |oading of the wire

(57) and the
Scrossing plane that is spaced

Process according to one of Claims 10 to 12,
characterised in that

the manufacture of a plurality of card modules (64)
takes'place simultaneously in such a'way that in a
supply phase a plurality of substrates (55) combined
to fofm a yield (70) are supplied to a production
device (72) comprising a plurality of wiring devices
(22) and connecting devices (60), subsequently in the
wiring phase a plurality of coils (50) are formed
simultaneously on substrates (55) arranged in a row,
then in the connection phase a plurality of chip units
(58) are connected via their terminal areas (59) to
the coils (55), and

finally in a separation phase a separation of the card
modules (64) from the composite yield takes place.

Application of the process according to one br more of
Claims 1 to 9 for the manufacture of a rotationally
symmetrical formed coil,

characterised in that

the wire conductor (20) is wired on a substrate taking
the form of a winding support (80) and fotating
relative to the wiring device (22). '

Process according to Claim 14,

characterised by

the manufacture of a moving coil of a loudspeaker unit
which is integrally connected to a vibrating
diaphragm. |

Application of the process according to one of Claims

1l to 9,

characterised in that

a number of wiring devices (22) corresponding to the
numbexr of cable conductors desired are arranged
transverse to the longitudinal axis of a ribbon-shaped -

substrate (86) and a relative movement between the

|



wiring plane (28). 10 10. Application of the process according to one
or noré& of Claims 1 to 9 for the manufacture of a card nodul e
*(64) having a substrate (55), a coil (50) wired on the substrate
and a chip unit (58) connected to the coil 15 (50), whereby in a
wiring phase a coil (50) having an - initial coil region (51) and a
“final- coil region (52) is formed otfthe substrate (55) by neans of

the wiring device (2 nd_i,n subsequent connectio hase
connection is inpl efBREEESH t@gﬁ AR Fﬁ?t?”ﬁ“@%i evyces ?éé)re ??(%‘%ceand
the final coil regi en ¢he) dieetefiohnaf the longiemédsal S&xisfof hehehi p unit

(58) by neans of a C cting device (60). 11. Process
according to C!ainlfBPS§§ate czgeiharacterised i n that t he
substrate consists of a fleece-type material, in parti cul ar paper
or pardboarg, 2pd tBe ceRReGHLBRding to one or more of the preceding

claims,

characterised in that

prior to the connection of the wire conductor (113) to

the terminal area (118, 119) a preparatory treatment
10 of the aluminium surface of the terminal area (118,

119) takes place.

18. Process according to Claim 17,
characterised in that
15 with a view to preparatory treatment a mechanical-
elimination of an oxide layer disposed on the
aluminium surface is effected by subjecting the
terminal area (118, 119) to the action of the

ultrasonic instrument (125).

20
19. Process according to Claim 17,
characterised in that
with a view to preparatory treatment the aluminium
surface is subjected to a cleansing process.
25
20. Process according to Claim 19,
characterised in that
by way of cleansing process a dry-etching process, a
wet-etching process or a laser treatment of the
30 aluminium surface is employed.
21. Process according to Claim 17,
characterised in that
with a view to preparatory treatment the aluminium
35 surface is proVided with a multilayered contact

metallisation (138, 139) having a zincate layer which
is applied by way of intermediate layer (140) onto the

* c L ] - *




which is made in the course of the wiring is effected by neans of

a layer »of adhesive di sposed between the 30 w re conductor (20) and
‘the surface of the substrate 12. Process according to Claim210 or 11,
~characterised in that the connection of the initial coil region
+ (51) and of 35 the final coil region (52) to the term nal areas (59)
' of the chip unit (58) is effected by neans “0f a t her noconpr essi on

process.

aluminium face and having an interconnect layer (141,
142) which is provided for the contacting with the
wire conductor (113).

5 22. -“Process according to Claim 21,
characterised in that
the interconnect layer takes the form of a layer

comprising nickel or palladium.

10 23. Process according to one or more of the preceding
claims,
characterised in that .
the vibrational loading of the wire conductor (113)
brought about by ultrasound takes place in a plane

15 _. substantially parallel to the terminal area (118, 119)
and transverse to the longitudinal axis of the wire
conductor (113). |

24. Process according to Claim 23,
20 characterised. in that
the vibrational loading of the wire conductor (113)
brought about by ultrasound serves for regional

removal of a wire-conductor insulation.

25 25. Process according to one or more of the preceding
claims,
characterised in that
the fixation of the wire conductor (113) is effected
on a plastic support sheet which together with the
30 wire conductor (113) and the chip (115) forms a card

inlet (110) for the manufacture of a chip card.

26. Process acdording to Claim 25,
characterised in that
35 the fixation of the wire conductor (113) on the
plastic support sheet and the connection of the wire

conductor to the terminal areas of the chip (115)

—
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35, . .13. Process according to one of Clainms 10 to 12,

characterised in that the manufacture of a plurality of card
nodul es (64) t akes pl ace sinultaneously in such a way that'in a 5
supply phase a plurality of substrates (55) conbined to forma
yield (70) are supplied to a production device (72) conprising a
plurality of wiring devices (22) aﬁﬁgconnecting devi ces (60),
subsequently in the L I ] . rald f _cal 50)..ar
Tormed 10 " ol mAares. ap fobch MO AL dlanendiof Us e Thid o
then in the connect itdre ghbast ic pbuppd¥t yshedetchip units (58) are
connected via their termnal areas (59) to the coils (55), and
finally in a separation phase a separation of the card 15 nodul es

(64) fromthe cHhposT¥ECSFTRIUCTARIENP| R eLne or mowe ofy Hhe RyeFeHMS he
process accogdi ng t ocDaEm®) nore of -

characterised in that
the fixation of the wire conductor (113) is effected
by wiring with a wiring device comprising an
ultrasonic instrument.
10
28. Process according to Claim 25,
characterised in that .
the ultrasonic instrument (121) for the wiring of the
wire conductor (113) on the support sheet brings about
15 a vibrational loading of the wire conductor (113)
transverse to the longitudinal axis of the wire
conductor (113) and transverse to the surface of the
'support sheet, and the ultrasonic instrument (125) for
the connection of the wire conductor (113) to the
20 terminal area (118, 119) brings about a vibrational
loading of the wire conductor (113) in a plane.
substantially parallel to the support sheet and
transverse to the longitudinal axis of the wire
conductor (113).
25
29. Device for implementing the process according to one
or more of Claims 1 to 28, comprising a wire guide
(23) and an ultrasonic generator (34), the ultrasonié
generator (34) being connected to the wire guide (23)
30 in such a way that the wire guide (23) is stimulated
to execute ultrasonic vibrations in the direction of
the longitudinal axis.

30. Device according to Claim 29,
35 characterised by
a vibrating punch (127) partially encompassing the
cross-section of the wire of the wire conductor (113)

T
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Clains 1 to 9 for the manufacture of a rotationally symmetri cal
formed cBil, 20 characterised in that the wire conductor
(20) is wired on a substrate taking the formof a w nding support
(80) and rotating relative to the wiring device (22). 25 15.
Process according to O aim 14, characterised by t he
manuf acture of a noving coil of a Ioudspeal@eqr uni t which is

integral ly connected a vibr t|n di aphragm_ 30 , 16.

Appl i cation of the ?)IP% aréc %ﬁut% ¥t ok a"dp i ch %rmg_s P?lob‘tQ,_‘"‘

characterised in thatbrational koadiryprobfthe rvitgrateivicc gtar(d?)(127)

corresponding to t n to sired are
Erabloveree tIJCE‘l'?%gél ong(%?maﬁné_’ﬁ li& CL Bho- shaped

arranged transverse axl S O a r|
conductor (113) which is guided in a profiled end

5 (126) of the v1brat1ng punch (127).

31. Device acCording to Claim 30,
characterised in that
the ultrasonic instrument (125) is coupled to a wiring
10 instrument.

32. Device according to Claim 30 or 31,
characterised'in that
the ultrasonic oscillator of the ultrasonic instrument
15 (125) sexves simultaneously for ultrasonic loading of
the wiring instrument.

33. Device according to Claim 32,
- characterised in that
20 the ultrasonic oscillator is arranged in such a way

that the axis of its effective direction is variable.

34. Device for the wiring of a wire—shapéd conductor on a

substrate in accordance with the process according to

25 one or more of Claims'l'to 28, comprising a wire guide
(94) and an ultrasonic generator (34), the wire guide
(94) being arranged néxt to a vibrating punch (92)
coupled to the ultrasonic generator (34) for the
purpose of subjecting the wire conductor (20) to the

30 action of mechanical vibrations induced by ultrasound
and acting in the longitudinal direction of the
vibrating punch.

35. Device according to Claim 34,
35 . characterised by
a pivotal axis (100) coaxial with a vibrating-punch
axis (97).
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suhstrate (86) and a relative novenent between the

36 substrate (86) and the wiring devices (22) takes place
in the direction of the |ongitudinal axis of the substrate (86).
5 17. Process according to one or nore of the preceding cl ai s,

characterised in that 40

36. Device according to one or more of Claims 29 to 35,
characterised in that .
the wire guide (23) comprises a wire-guidance
capillary (37) which at least in the region of a wire-
5 guide nozzle (30) extends in the wire guide (23)
parallel to the longitudinal axis.

37. Device according to Claim 36,
characterised in that
10 the wire guide (23) comprises, spaced from the wire-
guide nozzle (30), at least one wire-supply channel
(38, 39) extending obliquely in relation to the
longitudinal axis of the wire guide.

15 38. Device according to one or more-of Claims 29 to 37,
characterised in that
the ultrasonic generator (34) is arranged coaxially
with respect to the wire guide (23).

20 39. Device for implementing the process for the
manufacture of a card module according to one or more
of Claims 10 to 28 by making use of a device according
to one or more of Claims 14 to 19, comprising

25 . a yield supply station (65) for supplying a plurality
of substrates (55) arranged in a yield (70),

a wiring station (66) with a plurality of wiring
devices (22) arranged in a row transverse to the
30 production direction,

an assembly station (67) with at least one assembly
device (76) for equipping the individual substrates
(55) with a chip unit (58) and

35 |
a connection station (68) with at least one connecting
device (77) for connecting the chip units to an
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prior to the connection of the wire conductor (113) to - the
térmnal area (118, 119) a preparatory treatnent 10 of the al um nium
surface of the termnal area (118, 119) takes pl ace. 18.
Process according to Claim17, .characterised in that 15 W th
a viewto preparatory treatnment a nechani cal elimnation of an

oxi de | ayer disposed on the al uni filum surface is effected by

- subj ecting the ._...termnal_area ( , 119) to the action of the
‘ultrasonic instr umsjn?ltflﬁg)?o% regiqy él%ra)ovzae"éc(ﬁ té%c?or%i’??gl tFA H9PR
characterised in thé§2) of the ewile a(50kewhiclpreparfxdmied toreaftrent the

al um ni um %\ﬁ%éf&t‘?ﬁs(%‘ﬁﬁﬁ&%t&iﬁ&é SRS LU PrLpess. 25 20.

Process according t arm
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characterised in that ' by way of cleansing process a dry-etching
process, a wet - et ching process or a |laser treatnent of the 30

al um nium surface i s enpl oyed. 21. Process according to Claim17,
characterised in that with a viewto preparatory treatnent the
al um ni um 35 surface is provided with a nultil ayered cont act

metal lisation (138, 139) having a zincate | &#r which Is applied
by way of internediate |ayer (140) onto the

Abstract

Process and device for the contacting of a wire conductor
.(113) in the course of the manufacture of a transponder
unit arranged on a substrate (111) and comprising a wire
coil (112) and a chip unit (115), wherein in a first phase
the wire conductor (113) is guided away via the terminal
area (118, 119) or a region accepting the terminal area
and is fixed on the substrate (111) relative to the
terminal area (118, 119) or the region assigned to the
terminal area, and in a second phase the connection of the
wire conductor (113) to the terminal area (18, 19) is
effected by means of a connecting instrument (125).

(Fig. 14)



37 al um nium face and having an interconnect |ayer (141,

;142) whith is provided for the contacting with the W re conduct or
(113). 5 2Wwo9fsagess according to Caim 21, char agdebkFAsh2én

:t hat" the interconnect |ayer takes the formof a |ayer C
cconprising nickel or palladium 10 23. Process according to one or nore
of the preceding cl ai s, 1/¢haracterised in that

the vibrational |oading of the wire conductor (113) - brought about
by ul trasound takes place in a plane 15 substantially parallel to the

term nal area (118, 119)

1
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and transverse to the longitudinal axis of the wire conduct or

(113). - 24. Process according to Caim23, 20 characterised in

t hat v%@ga¥' £ational | oadi ng of the wire conductor (123IMDES7/06261

br ought about asound serves for regional removal of a

Wi re-conductor insulation. 25 25. - Process according-to one or nore of

t he preceding cl ai ns, chgﬂﬁcterised in that t he
fixation of the wire conductor (113) 'is effected on a plastic
support sheet which together with the 30 wi re conductor (113) and the
chip (115) forns a card ~inlet (110) for the manufacture of a chip

card.
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26. Process according to Caim 25, characterised in that 35

the'fixation of. the wire conductor (113) on the pl astic support
sheet and the jon of the wire conductor to thep&fpbEdRNGd261
areas of the gﬁ?g 51&%)- - . 38

serves to forma nmechani cal suspension of the chip on the plastic
' 3/9

support sheet.




27.
charact érised in that
‘ef f ect ed
lul t rasonic |nstrunent
!characterlsed in that
'Wiring of the
about 15 a vi brational
transverse to the | ongitudinal

10

Process according to one or

wi re conductor

nore of the preceding 5
the fixation of the wire conductor
O97dtddM ring with a wiring device conprising anPCI/DEY 2
28. Process according to Caim25;

clains;
113

the ultrasonic instrunent (121) for the

axi

and transverse to the surface of the

ul trasonic instrunment (125) -for
conductor (113) to the 20

vi brati ona
substantially parallel

longitudinal axis of the wire

| oadi ng of &A
to the supp

t erjm nal
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t shd
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heet
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onductor (113). 25 29. Device for inplenenting the process according
t o "one -- - or nore of Clains 1 to 28, conprising a wire quide _
(23) and an uwo gsmsmmaic generator (34), the ultrasonic g”%"é?é%?l
(34) being connected to the wire guide (23) 30 in such a way that the
wire guide (23) is stinmulated -to execute ultrasonic vibrations in
“the direction of t he | ongi tudi nak/®xi s. 30. . Devi ce accordi ng
. to Caim?29, 35 " characterised by a vibrating punch (127)

partially enconpassing the . cross-section off the wre pf the wire
conductor (113) -
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39 and by an ultrasonic oscillator which brings about a

vi-bratienal |oading of the vibrating punch (127) transverszg
,Iongitudinalvﬁébimﬁﬁsthe Wre conduct or (113) which P&t ik
"profiled end (126) of the vibrating punch (127). 31 DeV|ce
-according to C aim 30, - characterised in that t he
'ultrasonlc I nstrunent (125) is coupled tgh? wring 10 _instrunent.

-32. - Device according to Caim30 or. 31
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characterised in that the ultrasonic oscillator of the ultrasonic
i nst runent 15 - (125) serves simultaneously for ultrasonic |oading of
the wiring i nstwoemsoas 33. Device according to C ai m 32, PCI/DE9S7/00261
characterised in that 20 the ultrasonic oscillator is arranged in
such a way . that the axis of its gt(!fe'ctive direction is variable.
34. Device for the wiring of a wire-shap Jconductor on a '

isubstrate in accordance with the process accordi ng one or nore
of ains 1to 2 lanmf{a sing H|me-e guide f&} Q%%an ul trasonic
rra

;generator (34), gui de ; (:94) being next. to a
vibrating punch (92) upt-ed -_-n_-.---..mm.-u seratof (34 or
t he pur pose of sulpj eCt || (] -ll-m--..--unnlll--n-.An Nthg 3 16 '
action of nechanical vibra iﬁ)qs

[ Wy urtrasound )
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e . gl

and,acting in the longitudinal direction of the vi brating punch.
35. DeVice according to Claim 34, 35 characteri sed by a
pi votal ‘axis (Wwelyzeedxial with a vibrating-punch axi PCIAMBY7/60261
40 - 36. Device according to one or nore of Clains 29 to 35,

8/9.
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e

characterised in that the wire guide (23) conprises a
wi re-guidance_ capillary (37) which at least in the regi on of a
wire- 5 wéh?%g"qﬁ)zzl e (30) extends in the wire guide (23) CI/DES7/00261
parallel to the |ongitudinal axis. 37. Device according to C aim 36,
characterised in that 10 the wire guigg (23) conprises, spaced from
the wre- gui de nozzle (30), at |east one w re-supply channel
(38, 39) extending obliquely in relation to the . longi tudi nal axis
of the wre guide. 15 38. Device according to one or nore of Cainms 29
‘to 37, characterised in that ' the ul trasoni c generator
(34) is arranged coaxi.ally wth E‘@ct yfzfthe W re guide (23).
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20 39. Device for i.nplenenting the process for the C}%E(D@%t o4

of a gard nodul e according to one or nore : of Clains,

neki ng use of a device according to one or nore of ‘;a i -aldisr.ﬁ,;;
19, conpri si ng 25 a yield supply station (65) for suiifeyg a -
plurality f substr giuaercam oammﬁdaslmmwl el d (708ENRd

a wri

t
arranged fna%qmm %ﬁs%m%&% e s s vl P o)

an as,gm PQ@M'S HT at T epst 3 %g - crew b‘(
for equipgnd, | VI subst r hi,gs b erna e (VR Yentihpagnamines YN 3
and 35 (43) Internationales
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(57) Abstract

‘The invention relates to a method and device for bonding a wire conductor (13) when producing a transponder unit having a wire-
wound coil (12) and a chip unit (15) and arranged on a substrate (11). During a first phase the wire conductor (13) extends across the
bonding pad (18, 19) or a region receiving the bonding pad, and is fixed to the substrate (11} in refation to the bonding pad (18, 19) or the
region associated with the bonding pad, and during a second phase the wire connector (13) is connected to the bonding pad (18, 19) by
connection means (25, 37).




a connection station (68) wth at |east one connecting device (77)
for connecting the chip units to an

i:nitial coil region (51) and to a final coil region (52) of the coils (50)
whi ch are forned on the substrates (55) by the wiring devices (22).

(57) Zusammenfassung

Verfahren und Vorrichtung 2ur Kontaktierung eines Drahtleiters (13) bei der Herstellung einer auf einem Substrat (11) angeordneten,
eine Drahtspule (12) und eine Chipeinheit (15) aufweisenden Transpondereinheit, bei dem in einer ersten Phase der Drahtleiter (13) Giber
dic AnschiuBfische (18, 19) oder cinen die AnschluBfiiche aufachmenden Bereich hinweggefilut und relativ zur AnschiuBfiache (18, 19)
bzw. dem der AnschluBfliche zugeordneten Bereich auf dem Substrat (11) fixiert wird, und in ciner zweiten Phase dic Verbindung des

Drzhtleiters (13) mit der AnschluBfiiche (18, 19) mittels einer Verbindungseinrichtung (25, 37) erfolgt.
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